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Au cours de ces dernières années, le nombre des communications cellulaires a connu une 
évolution exponentielle. Cette dernière a bénéficié de O¶amélioration des composants 
électroniques permettant aux téléphones portables de rester compacts et d'acquérir des 
fonctions réservées MXVTX¶j ORUVaux ordinateurs. 3RXU IDLUH IDFH j ODYRORQWpG¶LQWpJUHUXQH
quantité toujours plus importante de nouvelles fonctions, de nombreuses études portent sur la 
recherche de QRXYHDX[FRQFHSWVG¶DQWHQQHVLQWHOOLJHQWHVHW de petite taille. Parmi les solutions 
envisagées, la recherche de nouveaux matériaux est O¶une des plus prometteuses. Les 
technologies à base de métamatériaux et de films minces ferroélectriques accordables en 
fréquence ont récemment IDLW O¶REMHW de multiples études pour des applications 
hyperfréquences. &HVYRLHVRIIUHQWODSRVVLELOLWpG¶XQHminiaturisation et G¶XQH accordabilité 
dHO¶antenne et constitue un enjeu technologique majeur. Les travaux de recherche présentés 
dans ce manuscrit V¶LQVFULvent GDQV FHWWH VWUDWpJLH G¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ j SURSULpWpV
VSpFLILTXHVSRXUODPLQLDWXULVDWLRQHWO¶DFFRUGDELOLWpG¶antennes hyperfréquences. 
Dans ce manuscrit, seront présentés mes travaux de thèse réalisés au CEA-LETI à 
Grenoble et à O¶,QVWLWXWG¶(OHFWURQLTXHHWGH7pOpFRPPXQLFDWLRQs de Rennes (IETR) à Saint-
Brieuc, sous la direction du Pr. Ala Sharaiha, du Dr. Christophe Delaveaud et du Dr. Ratiba 
Benzerga, avec la participation du Dr. Claire Le Paven. Ces travaux concernent l¶XWLOLVDWLRQ
de matériaux diélectriques et ferroélectriques sous forme de films minces dans des antennes 
hyperfréquences. Ils présentent, G¶XQHSDUW, la conception et la réalisation de dispositifs pour 
la caractérisation des matériaux, G¶DXWUH SDUW, O¶LQWpJUDWLRQ GH ces matériaux dans des 
dispositifs antennaires. Les différents matériaux étudiés dans cette thèse seront, en premier 
lieu, les nouveaux composés perovskites La-Ti-O-N, puis le matériau ferroélectrique BST 
(Ba1-xSrxTiO3). Ils seront introduits sous forme de capacités localisées pour la conception, 
respectivement, G¶une antenne PLQLDWXUHIDLEOHVSHUWHVHWG¶XQHDQWHQQHagile en fréquence.  
Pour cette thèse, deux objectifs avaient été définis au début des travaux. Le premier était 
de mettre en place des méthodes de caractérisation diélectrique "large bande" adaptées aux 
couches minces. Le second objectif était G¶XWLOLVHU les couches minces diélectriques et 
ferroélectriques étudiées pour la conception d¶antennes miniatures et reconfigurables. La 
présentation des différents travaux réalisés durant cette thèse est proposée dans ce manuscrit 
sous la forme de cinq chapitres. 
Introduction générale 
4 
Le premier chapitre VHUDGpGLpjO¶pWDWGHO¶DUWVXUOHVDQWHQQHV et les différentes techniques 
utilisées pour leur miniaturisation et leur accordabilité. Cette partie présentera les avantages 
ainsi que les inconvénients de chaque technologie. Un bref descriptif des matériaux 
diélectriques et des phénomènes générant la ferroélectricité sera fait. Les matériaux 
perovskites seront ensuite présentés, en particulier les matériaux utilisés pour ces travaux de 
thèse : les composés La-Ti-O-N et BST.  
Dans le chapitre II, nous décrirons les principales méthodes des caractérisations micro-
ondes des matériaux diélectriques isotropes, homogènes et en couches minces utilisées à ce 
jour dans la littérature. Un résumé des avantages et des inconvénients de chaque méthode 
nous permettra de choisir celles qui sont les plus adaptées pour la caractérisation des couches 
minces La-Ti-O-N. Ces méthodes, utilisant des lignes coplanaires et des structures MIM pour 
la caractérisation en hautes fréquences et une structure MIM pour la caractérisation en basses 
fréquences, seront détaillées et validés par des retro-simulations numériques.  
Le troisième chapitre sera consacré au principe du dépôt par pulvérisation cathodique 
XWLOLVpSRXU O¶pODERUDWLRQdes couches minces La-Ti-O-N. Ces films ont été réalisés dans le 
cadre de la thèse du 'U<X/XTXLV¶HVWGpURXOpHà Saint Brieuc en parallèle de la présente 
thèse. Les propriétés physico-chimiques des différents films La-Ti-O-N utilisés dans le cadre 
de nos travaux seront présentées brièvement. Les différentes étapes de la réalisation des 
dispositifs MIM et coplanaires pour la caractérisation diélectrique seront ensuite décrites. 
Enfin, les différents bancs de caractérisation basses et hautes fréquences utilisés seront 
présentés.  
Les résultats de la caractérisation diélectrique des couches minces La-Ti-O-N seront 
présentés dans le chapitre IV. Les mesures en basses et hautes fréquences ont montré un large 
panel de permittivités et de pertes diélectriques pour les différentes phases du composé La-Ti-
O-N. Les différents résultats seront discutés et confrontés à ceux des composés perovskites 
oxydes et oxynitrures de la littérature.  
Dans le dernier chapitre, la réalisation G¶antennes miniatures à faibles pertes utilisant des 
couches minces diélectriques La-Ti-O-N sera présentée. De même, la réalisation de 
SURWRW\SHV G¶DQWHQQHV agiles en fréquences utilisant des couches minces BST déposées à 
O¶,(75-Nantes SDU O¶pTXLSH GX 3U +DUWPXW *XQGHO, sera présentée. Les conceptions 
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numériques ainsi que les résultats de mesures des antennes réalisées seront présentés. Ils 
seront confrontés à des simulations numériques permettant de vérifier leurs performances. 
Finalement, une conclusion générale permettra de faire un bilan des travaux de recherche 
effectués au cours de cette thèse. Des perspectives seront proposées pour la suite de ce travail 
DILQG¶DPpOLRUHUOHVSHUIRUPDQFHVGHVDQWHQQHVUpDOLVpHV       
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I. INTRODUCTION 
De nos jours, les évolutions rapides des systèmes de communications sans fil intensifient 
les besoins de terminaux mobiles de plus en plus petits, comme les téléphones cellulaires, 
l'équipement sans fil portable pour la connexion à Internet, les appareils de communication à 
courte et à longue distance, les dispositifs RFID (identification par radiofréquence), etc. 
Parallèlement, cette généralisation des dispositifs de communication sans fil contribue à 
renforcer la recherche de solutions G¶antennes miniatures et agiles VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
intégrées dans les objets communicants compacts.  
Le but de ce chapitre est de dresser XQpWDWGHO¶DUWdes différentes méthodes de conception 
G¶antennes miniatures et reconfigurables. Un rappel sur les antennes miniatures et agiles en 
fréquences HVW WRXWG¶DERUGSURSosé dans les deux premières parties avec la description des 
différentes techniques classiquement rencontrées dans la littérature. 
Pour ce travail de thèse, nous nous intéresserons à la reconfiguration fréquentielle 
G¶antennes compactes en utilisant des couches minces diélectriques et ferroélectriques. La 
troisième partie de ce chapitre sera donc consacrée à la présentation de ces matériaux et 
notamment des couches minces utilisées : La-Ti-O-N et Ba1-xSrxTiO3 (BST).  
II.  ANTENNE MINIATURE 
La taille et les performances G¶XQHantenne pour une application donnée sont intimement 
liées à sa ORQJXHXUG¶RQGHIUpTXHQFHGHIRQFWLRQQHPHQW. Pour permettre à une antenne de 
transformer efficacement une onde JXLGpHHQXQHRQGH UD\RQQpH OD WDLOOHGH O¶DQWHQQHGRLW
être de l¶RUGUH G¶XQH GHPL-longueur G¶RQGH JXLGpH RX SOXV (mode fondamental des 
résonateurs électromagnétiques classiques) /D PLQLDWXULVDWLRQ G¶XQH DQWHQQH, ou plus 
SUpFLVpPHQW OD UpGXFWLRQ GH VHV GLPHQVLRQV FRPSDUpHV j OD ORQJXHXU G¶RQGH G¶XWLOLVDWLRQ 
passe donc par une diminution de ses performances (bande passante, gain, efficacité de 
rayonnement /D PLQLDWXULVDWLRQ G¶XQH antenne résulte donc G¶un compromis entre ses 
dimensions et ses performances. 
Nous allons définir en premier lieu ce TX¶HVW XQH DQWHQQHPLniature et présenterons ses 
caractéristiques, puis en second lieu nous détaillerons les techniques de miniaturisation  
trouvées dans la littérature. Tout au long de ce document, nous associerons le terme miniature 
aux «antennes électriquement petites» ou AEP, ce qui implique que leur taille est bien 
inférieure à la longueur d'onde de la fréquence de fonctionnement. 
II.1. Définition 
Il existe plusieurs façons de définir une antenne électriquement petite. La plus répandue 
est celle donnée par Wheeler en 1947 [1]. D'après le travail de Wheeler, une antenne 
électriquement petite est définie comme une antenne dont le rayon de la sphère englobant 
O¶DQWHQQHest inférieur à O0/2S (O0 est la longueur d'onde dans le vide). Cette relation utilise la 
notion de la "radians sphère" [2] et souvent exprimée dans [3] telle que :  
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ka = k * a d 1 (1.1)  
Avec a, rayon de la sphère contenant l'antenne et k, nombre d'onde dans le milieu de 
propagation (air) tel que
0
2
O
S k .  
 
Figure I-1 - La sphère équivalente d'une antenne [4] 
II.2. Les paramètres et les limites fondamentales de l'AEP 
La miniaturisation et l'intégration de l'élément rayonnant dans un système nécessitent un 
compromis imposé par les dimensions minimales, la forme de l'antenne et les performances 
recherchées en termes de gain, de rayonnement et d'adaptation G¶LPSpGDQFH. Les limites 
WKpRULTXHV j OD PLQLDWXULVDWLRQ GHV DQWHQQHV IRQW DFWXHOOHPHQW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV
discussions mais les travaux initiaux menés par Wheeler, Chu, McLean et Harrington [1], [4]±
[6] restent des références. Pour la discussion des limites fondamentales des AEP, nous allons 
présenter les paramètres les plus importants à prendre en compte. 
II.2.1.  Directivité 
La directivité d'une antenne est définie comme "le rapport de l'intensité du rayonnement 
de l'antenne dans une direction donnée șĳ par celle qui serait rayonnée uniformément dans 
toutes les directions" [7]. 2QO¶H[SULPH mathématiquement par : 
     
radP
U
U
U
D
MTS MT MT ,4,,
0
 (1.2)  
Où :  Dșĳ, directivité dans la direction șĳ) ; 
  Ușĳ), intensité de rayonnement dans la direction șĳ) ; 
  U0, intensité de rayonnement par une source isotrope (indépendante de șĳ ; 
  Prad, énergie rayonnée totale.  
Il faut noter ici que les AEP sont souvent caractérisées par leur faible directivité [3], [8]. 
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II.2.2.  Efficacité de rayonnement 
L'efficacité de rayonnement K est un paramètre critique pour les AEP, définit par le 
rapport entre la puissance rayonnée et celle acceptée dans l'antenne2QSHXWO¶H[SULPHUpar : 
),(
),(
MT
MT K
D
G   Où G (șĳ  est le gain d'antenne dans la direction șĳ. (1.3)  
D'autre part, si les pertes au niveau dHO¶antenne sont modélisées par une résistance série 
Rloss, nous pouvons écrire l'efficacité rayonnée sous la forme suivante [9] : 
A
rad
lossrad
rad
R
R
RR
R   K  (1.4)  
Où Rrad est la résistance de rayonnement et RA est la résistance totale d'entrée.  
En pratique, il est observé que lorsque la taille électrique de l'antenne ka diminue, Rrad 
diminue également. En conséquence Rloss devient le terme dominant dans l'équation (1.4) et 
explique la diminution de l'efficacité. L'origine des pertes dans les antennes dépend des 
matériaux utilisés pour leur réalisation et est principalement liée aux pertes par conduction et 
aux pertes diélectriques et magnétiques.  
 
Figure I-2 - Représentation des pertes dans une antenne [9] 
 
Notons que l'efficacité rayonnée ne prend pas en compte la désadaptation G¶LPSpGDQFHde 
l'antenne dans sa définition, cette dernière correspond à la différence entre l'efficacité 
rayonnée et l'efficacité totale. 
II.2.3.  Facteur de qualité 
Les études des limites théoriques à la miniaturisation des antennes définissent le facteur de 
qualité Q comme le rapport entre l'énergie maximale stockée dans l'antenne et la puissance 
totale rayonnée. Par analogie avec les circuits résonants électriques, ce facteur peut s'écrire 
sous la forme suivante [5] : 
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Q
W
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P
Z
Z
­ !°°° ®°° °¯
 (1.5)  
Avec :  We, énergie électrique moyenne stockée ; 
  Wm, énergie magnétique moyenne stockée ; 
  Prad, puissance rayonnée ; 
  fSZ 2 . 
En considérant qu'à l'intérieur de la sphère aucun mode ne se propage, le travail de Chu [4] 
a consisté GDQV O¶pWXGHGX comportement des champs électromagnétiques à l'extérieur de la 
sphère de Wheeler. Chu limite son étude aux antennes omnidirectionnelles et polarisées 
rectilignement. L'énergie rayonnée de l'antenne est modélisée comme une somme de modes 
sphériques qui se trouve à l'extérieur de la sphère. Chaque mode est ensuite modélisé par un 
circuit équivalent RLC. Plus tard, McLean [5] détermine le coefficient de qualité pour un 
mode TM01 en calculant l'énergie stockée à partir de circuits RLC parallèles équivalents 
modélisant l'énergie non propagée autour de la sphère. En revanche, la puissance rayonnée est 
évaluée en champ lointain, ceci conduit à établir une formulation de la valeur du facteur de 
qualité pour le mode TM01 d'une antenne électriquement petite à polarisation linéaire comme 
suivant : 
  ¹¸
·
©¨
§  
33
11
akka
Q K  (1.6)  
De plus, la bande passante à -3 dB, 
0f
f'
, définie sur le coefficient de réflexion peut être 
approximée par la relation [1] :  
 
Qf
f 1
0
 '   (1.7)  
Dans le cas des antennes très petites, ka << 1, (ka)3 << ka donc 1/(ka)3>>1/ ka, le facteur 
de qualité donc se simplifie:  
3)(ka
Q
K|  (1.8)  
Ainsi, d'après (1.7) et (1.8), nous obtenons : 
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3
0
)(. ka
f
f |' K  Avec  ka << 1 où a << O/2S. (1.9)  
L'équation (1.9) représente la limite fondamentale à la miniaturisation. La valeur du rayon 
de la "radians sphère", O/2S,  introduite par Wheeler correspond à la distance de transition 
entre le champ proche où l'énergie électromagnétique est stockée dans l'antenne et le champ 
lointain où celle-ci est propagée. Cette équation permet d'établir la relation TX¶LOH[LVWHentre 
le volume occupé par l'antenne et le produit de son efficacité K par sa bande passante 
0f
f'
.  
Plusieurs méthodes permettent de calculer Q, ici nous citons celle donné par Yaghjian 
noté Qz  [10] : 
 
)(
)(2 0
'
0
00
0 ZZ
Z
Z
R
Qz   (1.10) 
R0 pWDQWODSDUWLHUpHOOHGHO¶LPSpGDQFHFRPSOH[HZ0¶ est la dérivée GHO¶LPSpGDQFHFRPplexe 
et Ȧ0 la pulsation. 
L¶pYROXWLRQ du facteur de qualité Q est présentée sur la Figure I-3 en fonction de la taille 
d'antenne pour différentes valeurs d'efficacité de rayonnement (formule 1.6). Nous constatons 
que la diminution de la taille électrique de l'antenne augmente le facteur de qualité, et donc 
réduit la bande passante de manière hyperbolique. Si nous fixons la valeur de Q, la diminution 
de la taille d'antenne est également associée à une réduction de l'efficacité. La problématique 
de miniaturisation des antennes impose donc de trouver un compromis entre taille électrique, 
bande passante et efficacité.  
 
Figure I-3 - Facteur de qualité en fonction de la taille électrique (ka) pour différentes efficacités de 
rayonnement 
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II.3. Les techniques de miniaturisation  
Dans cette section, nous proposons une synthèse des techniques détaillées dans la  
littérature pour réduire la taille des antennes. 1RWRQVTXHO¶pWXGHGHFHWWHSDUWLHVHOLPLWHUDDX
niveau de la structure rayonnante elle-PrPH SDU RSSRVLWLRQ j G¶DXWUHV WHFhniques de 
PLQLDWXULVDWLRQH[SORLWDQWDYDQWDJHXVHPHQWOHSURFKHFRQWH[WHGHO¶DQWHQQH3DUFRQVpTXHQFH
OHV WHFKQLTXHV WHOOHV TXH O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ FLUFXLW G¶DGDSWDWLRQ G¶LPSpGDQFH SRXU DFFRUGHU
O¶DQWHQQHORLQGHVDIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHRXELHQVHVHUvant du circuit imprimé (Printed 
Circuit Board, PCB) GHO¶REMHWFRPPXQLFDQWQHVHURQWSDVDERUGpHV  
En majorité, les techniques utilisées dans la littérature pour la réduction de la taille des 
antennes concernent les antennes filaires et les antennes imprimées sur substrat diélectrique, 
et ont pour but d'allonger artificiellement les dimensions résonantes de la structure.  
II.3.1. Introduction de court-circuit 
&¶HVWXne des méthodes les plus utilisées dans le domaine des antennes imprimées et qui 
consiste à introduire un ou plusieurs court-FLUFXLWVHQWUH O¶pOpPHQW UD\RQQDQWHW OHSODQGH
masse. La distribution du champ électrique du mode fondamental de la cavité formée par un 
pavé métallique et le plan de masse présente une valeur nulle au milieu de la longueur 
résonante [7]. En positionnant un mur électrique parfait à cet endroit, la distribution du champ 
pOHFWULTXHQ¶HVW SDV DOWpUpH ,O HQ UpVXOWH DORUVXQHDQWHQQHD\DQWXQH ORQJXHXUSK\VLTXHGH
Og/4, dite antenne quart G¶RQGH&HFLHVWDXVVLOHSULQFLSHGHO¶DQtenne PIFA (Planar inverted 
F - antenna) [11]±[14]. Cette technique propose une miniaturisation significative (50  %) mais 
amène deux inconvénients majeurs : une dégradation de la directivité et du gain de l'antenne 
et altère la pureté de polarisation. 
II.3.2. Utilisation de charge localisée   
Cet élément peut prendre différentes formes, du composant discret au tronçon de ligne 
conductrice. Concernant les composants discrets, trois types peuvent être utilisés : des charges 
résistives, capacitives ou inductives. Par exemple, un élément résistif peut être placé au bord 
G¶XQSDWFKUD\RQQDQW pour remplacer le court-FLUFXLWG¶XQH3,)$ [15], [16]. /¶Dutre exemple 
SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV éléments discrets est de positionner une capacité [17]±[19] ou une 
inductance [20] au boXWG¶XQpOpPHQWUD\RQQDQWFHFLSHUPHWG¶DXJPHQWHUDUWLILFLHOOHPHQWOD
ORQJXHXUpOHFWULTXHGHO¶DQWHQQH'¶DXWUHSDUWFHWWHWHFKQLTXHFRQWULEXHjUpGXLUHO¶HIILFDFLWp
GHO¶DQWHQQHGqVORUVTXHOHFRPSRVDQWGLscret réel introduit des pertes [16], [21]. 
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(a) 
 
(b) 
Figure I-4 ±Antenne chargée par des capacités discrètes a) et son coefficient de réflexion b) [18] 
 
II.3.3.  Modification de la géométrie  
&HVWHFKQLTXHVGHPLQLDWXULVDWLRQG¶DQWHQQHVont volumiques ou géométriques et utilisent 
souvent des fentes, un repOLHPHQWGHV IRUPHVIUDFWDOHVRXDUELWUDLUHV/¶LQVHUWLRQGHV IHQWHV
dans la structure rayonnante force les courants surfaciques à contourner les fentes inscrites et 
donc allonger leur trajet. En plus, elle induit des effets capacitifs et selfiques modifiant 
l'impédance d'entrée de l'antenne [22]±[25] '¶DLOOHXUV O¶XWLOLVDWLRQ G¶élément rayonnant 
replié sur lui-même [26]±[30], ou des structures fractales [31], [32], rallongent physiquement 
le trajet des courants, ce qui pour une même structure, permet de basculer le fonctionnement 
GH O¶DQWHQQH vers les basses fréquences. /D SULQFLSDOH FRQWUHSDUWLH GH FH W\SH G¶RSpUDWLRQ
UpVLGHGDQVO¶DXJPHQWDWLRQGHVSHUWHVRKPLTXHVHWGRQFXQHGLPLQXWLRQGHO¶HIILFDFLWpHWGX
gain. En plus, la géométrie d'un méandre met face à face deux portions métalliques, créant 
ainsi des effets capacitifs souvent indésirables. 
 
 
 
 
 
(e) 
Figure I-5 ± Antennes repliées volumique a) sphérique, b) spiral, c) méandre, d) multicouches et e) leurs 
performances [30] 
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II.3.4. Utilisation des matériaux particuliers  
Ces matériaux peuvent être de types différents : diélectriques, magnétiques, etc. à fort 
contraste placés aux endroits critiques dans la structure antennaire. Il est connu que le 
chargement GH O¶DQWHQQHSDUFHVPDWpULDX[entraîne le ralentissHPHQWG¶RQGHG¶XQHmanière 
proportionnelle à leurs propriétés :        
rr
g PH
OO 0 
 
(1.10) 
           Où :     Hr est la permittivité relative du matériau ; 
   µr est la perméabilité relative du matériau. 
Cette technique consiste à placer ces matériaux VRXV O¶pOpPHQt rayonnant [33], [34]. De 
même O¶XWLOLVDWLRQ GHPDWpULDX[PDJQpWR-diélectriques permet de miniaturiser une antenne 
sans dégrader ses performances en termes de bande passante [35]±[39]. Il existe également les 
méta-matériaux, qui sont des matériaux aux propriétés physiques conçu et non disponibles 
naturellement avec une permittivité et/ou une perméabilité relative négative [40]±[42], et qui 
RQWpWpXWLOLVpVSRXUODPLQLDWXULVDWLRQG¶DQWHQQH. 
II.4. Conclusion 
Dans cette partie, une définition des antennes miniatures et leurs limites fondamentales ont 
été présentées. Un des paramètres clefs des antennes miniatures est le facteur de qualité (lié à 
la bande passante) dont la valeur minimale HVWWRXMRXUVO¶REMHWGHGLVFXVVLRQV/¶HIILFDFLWpHVW
O¶DXWUH SDUDPqWUH LPSRUtant et elle est susceptible de différentier les performances des 
antennes miniatures. 
En outre, nous avons présenté les différentes techniques de miniaturisation des antennes. 
En règle générale, la réduction des dimensions des antennes comparée à la longuHXUG¶RQGHGH
fonctionnement HQWUDvQH XQH GLPLQXWLRQ GH OD EDQGH SDVVDQWH HW GH O¶HIILFDFLWp GX
rayonnement. Nous nous intéresserons dans la prochaine partie aux différentes solutions 
permettant de contourner le problème de la bande passante limitée avec les antennes 
électriquement petites.  
 
III. ANTENNE AGILE EN FREQUENCE 
 
Dans quel contexte a-t-RQ EHVRLQ G¶une antenne agile en fréquence ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de telles antennes ? Dans les paragraphes suivants, nous allons 
tenter de répondre à ces questions. 
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III.1. Avantages et inconvénients des antennes agiles en fréquence 
1RXVDOORQVWRXWG¶DERUGHVVD\HUGHGpILQLU OHVDYDQWDJHVDLQVLTXHOHVLQFRQYpQLHQWVGH
cette structure avant de présenter par la suite les différentes technologies utilisées pour leur 
réalisation. 
7RXWG¶DERUGOHVDQWHQQHVUHFRQILJXUDEOHVen fréquence proposent une utilisation versatile 
GH O¶DQWHQQH. En effet, une antenne classique présente des caractéristiques figées et ne peut 
IRQFWLRQQHUTX¶DX[IUpTXHQFHVSRXUOHVTXHOOHVHOOHDpWpFRQoXHjO¶RULJLQH'DQVOHFDVG¶XQH
antenne reconfigurable, il est envisageable G¶accorder sa fréquence de fonctionnement à 
différents standards de communications, sous réserve de certaines hypothèses de 
fonctionnement. Il est même envisagHDEOHG¶LPDJLQHUXQHUHFRQILJXUDWLRQVXUun standard non 
existant lors de sa conception. CHODSHUPHWQRWDPPHQWG¶DFFpGHUjGHs nouveaux standards et 
permet une utilisation prolongée GH O¶DQWHQQH PDOJUp OHV pYROXWLRQV GHV V\VWqPHV GH
communication, et cela, tout en ayant une possibilité de commutation rapide et régulière entre 
les différentes fréquences. 
Par ailleurs, une antenne reconfigurable au sens large peut aussi présenter un avantage 
volumique, par rapport à une antenne classique. Au-delà de la compacité résultant de 
O¶LQWpJUDWLRQ GH IRQFWLRQQDOLWpV GDQV O¶DQWHQQH O¶XWLOLVDWLRQ G¶DQWHQQHV UHFRQILJXUDEOHV peut 
permettre jXQHDQWHQQHXQLTXHGH UpDOLVHUGHV IRQFWLRQQDOLWpVG¶DQWHQQHVPXOWLpOpPHQWV FH
qui entraîne un gain de place. Il est par exemple possible de faire cohabiter dans la même 
antenne un mode de communication UWB et un mode de communication bande étroite, 
XVXHOOHPHQWREWHQXjO¶DLGHGHGHX[DQWHQQHVGLVWLQFWHV[43]. Il est aussi possible, par action 
VXUOHUD\RQQHPHQWGHO¶DQWHQQHGHUpDOLser de la diversité de polarisation ou de diagramme 
[44]. 
Enfin, l¶DJLOLWp HQ IUpTXHQFH SHUPHW GDQV FHUWDLQV FDV GH UHPSODFHU XQH DQWHQQH j ODUJH
bande de fréquence par une antenne à bande passante instantanée étroite associée à un 
dispositif de contrôle eWG¶DMXVWHPHQWGHIUpTXHQFH&HWWHVROXWLRQSHUPHWVRXYHQWGHUpGXLUH
ODWDLOOHGHO¶DQWHQQHen sacrifiant la bande passante (voir formule I.8) tout en optimisant son 
rendement [45]. Elle facilite également la coexistence de plusieurs radios malgré leur 
proximité grâce au pré-ILOWUDJHHIIHFWXpSDUO¶DQWHQQH 
Tous ces différents éléments cités précédemment constituent les avantages des antennes 
agiles en fréquence. Malheureusement, cette technologie possède quelques inconvénients. 
Le premier inconvénient de ces antennes reconfigurables se trouve dans leur coût, bien 
SOXV pOHYp TXH FHOXL G¶DQWHQQHV FODVVLTXHV &H VXUFRW HVW GLUHFWHPHQW OLp j O¶DMRXW GH
FRPSRVDQWVDFWLIVVXUO¶DQWHQQHSDUIRLVGHKDXWHSHUIRUPDQFHPDLV LOSHXWDXVVLUpVXOWHUGH
procédés de fabrication intrinsèquement plus coûteux en fonction du volume envisagé 
(gravure de composants semi-conducteurs ou M(06 GLUHFWHPHQW VXU O¶DQWHQQH Un autre 
désavantage des antennes reconfigurables vient de leur consommation énergétique, aussi bien 
dans le domaine continu que dans le domaine RF. En effet, les composants actifs doivent 
VRXYHQW rWUH SRODULVpV HQ FRQWLQX LOV FRQVRPPHQW QpFHVVDLUHPHQW GH O¶pQHUJLH TX¶LO IDXW
prendre en compte dans le dimensionnement énergétique du système. Par ailleurs, les 
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composants peuvent comporter un élément résistif qui absorbe de la puissance haute 
IUpTXHQFHHWLPSDFWHGLUHFWHPHQWOHUHQGHPHQWGHO¶DQWHQQH 
Etant différente des antennes passives classiques, dont les paramètres sont indépendants 
de l'environnement électromagnétique, O¶H[LVWHQFH GHV pOpPHQWV DFWLIV peut dégrader les 
SDUDPqWUHVG¶DQWHQQHWHOV que le gain, la largeur de faisceau, le niveau des lobes secondaires, 
le diagramme de rayonnement, etc., et peut également générer des composantes spectrales 
parasites. Les principaux types d'effets non linéaires sont : la génération G¶harmonique, 
O¶LQWHUPRGXODWLRQ OD modulation croisée, la désensibilisation, la compression de gain, les 
harmoniques de O¶oscillateur local et de la conversion du bruit et la réponse parasite dans les 
mélangeurs,...[46]. 
Enfin, le principal défaut des antennes reconfigurable est leur complexité qui est lié à la 
FRPSOH[LWp VWUXFWXUHOOH GH O¶DQWHQQH GXH QRWDPPHQW DX[ dispositifs de polarisation, qui se 
traduit par une fragilité matérielle (et XQVXUFRWTX¶RQDpYRTXpSOXVKDXW3DUDLOOHXUVFHWWH
complexité géométrique, principalement d¶LQWpJUDWLRQGHFRPSRVDQWVDFWLIVGDQVXQHVWUXFWXUH
rayonnante ou dans OHFLUFXLWG¶DFFRUG, entraîne des difficultés conceptuelles et de simulation, 
notamment au niveau des calculs électromagnétiques. 
III.2. Les critères de performances 
Il existe plusieurs critères pour caractériser les propriétés des antennes agiles en fréquence. 
/HSUHPLHUFULWqUHHVWO¶H[FXUVLRQHQIUpTXHQFHTR = Tuning Range) défini par : 
%100.2(%)
infsup
infsup u
 
ff
ff
TR  (1.11)  
Avec fsup et finf, respectivement, les fréquences de fonctionnement maximale et minimale 
GHO¶DQWHQQHUHFRQILJXUDEOHHQIUpTXHQFH(QRXWUHLOIDXWGLVWLQJXHUGHX[FDWpJRULHVG¶DJLOLWp
fréquentielle GLVFUqWHHWFRQWLQXH/¶DJLOLWpIUpTXHQWLHOOHGLVFUqWHDXWRULVHO¶DQWHQQHjRSpUHUj
GHV YDOHXUV GLVFUqWHV WDQGLV TXH O¶DJLOLWp IUpTXHQWLHOOH HQ FRQWLQXH SHUPHW GH EDOD\HU OHV
IUpTXHQFHVGHWUDYDLOGHPDQLqUHFRQWLQXHDXVHLQGHODEDQGHG¶H[FXUVLRQ 
Le deuxième critère des antennes reconfigurables est O¶HIILFDFLWp de rayonnement. Ce 
paramètre joue un rôle clef dans la conceptLRQGHO¶DQWHQQHUHFRQILJXUDEOH car les composants 
actifs insérés (qui peuvent aussi être utilisés pour UpGXLUH OHV GLPHQVLRQV GH O¶DQWHQQH) 
UpGXLVHQWJpQpUDOHPHQWO¶HIILFDFLWpGHO¶DQWHQQH 
Un autre critère important est la consommation et donc la tension requise pour obtenir 
O¶DJLOLWp IUpTXHQWLHOOHGXV\VWqPH&HSDUDPqWUHHVWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWSRXUOHVV\VWqPHV
portables qui possèdent des batteries dont la durée de vie est limitée, et des tensions DC de 
faible valeur'¶DXWUHVSDUDPqWUHVWHOVTXHODWDLOOHpOHFWULTXHGHO¶DQWHQQH ODFRPSOH[LWpGX
mécanisme de polarisation et le cout généré font partie des critères des antennes 
reconfigurables en fréquence.  
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Il existe plusiHXUV WHFKQLTXHV SHUPHWWDQW G¶REWHQLU XQH UHFRQILJXUDELOLWp HQ IUpTXHQFH
Nous exposons dans la suite les techniques répandues visant à rendre une antenne compacte 
agile en fréquence. 
III.3. Techniques de reconfiguration des antennes compactes 
/¶DJLOLWpHQ IUpTXHQce est généralement assurée en modifiant les longueurs électriques à 
O¶DLGHGHFRPPXWDWHXUVTXLLPSRVHQWGHVFRXUW-circuits, des circuits ouverts ou des capacités 
YDULDEOHV jGHV HPSODFHPHQWVELHQFKRLVLVGH O¶pOpPHQW UD\RQQDQW [47]±[49]. Il existe aussi 
des techniques utilisant des MEMS ou des matériaux commandables tels que les matériaux 
ferroélectriques. 
III.3.1. Utilisation de diode PIN  
Dans OHFDVGH O¶DQWenne à fente présentée sur la Figure I-6 [50], qui intègre huit diodes 
PIN (Positive Intrinsic Negative diode), la combinaison des états ON et OFF de ces diodes 
permet un balayage fréquentiel de 2,8 GHz à 8 GHz, en allongeant ou en réduisant la 
longueur de la fente. La Figure I-7 PRQWUH OH FRHIILFLHQW GH UpIOH[LRQ GH O¶DQWHQQH SRXU
GLIIpUHQWHVFRPELQDLVRQVG¶ptats ON ou OFF des diodes. 
 
Figure I-6 - *pRPpWULHG¶XQHDQWHQQHDJLOHHQIUpTXHQFHLQWpJUDQWGHVGLRGHV3,1[50] 
 
Figure I-7 - &RHIILFLHQWGHUpIOH[LRQGHO¶DQWHQQHSRXUGLIIpUHQWVpWDWVGHVGLRGHV7RXWHVOHVGLRGHV2))
(i), diodes 1 et 8 ON (ii), diodes 1, 2, 7 et 8 ON (iii), diodes 1, 2, 3, 6, 7 et 8 ON (iv )[50] 
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Les bandes passantes sont comprises entre 8 % et 21 % selon la combinaison considérée 
avec un gain réalisé variant entre 3,5 dBi et 5,2 dBi. Finalement, cette antenne a des 
dimensions relativement graQGHV SXLVTXH VD ORQJXHXU HVW VXSpULHXUH j Ȝ0/2 à 2,8 GHz. 
'¶DXWUHVDUWLFOHVSUpVHQWHQWGHVDQWHQQHVSOXVcompactes [47] avec une dimension principale 
LQIpULHXUH j Ȝ0/2, pour lesquelles, O¶H[FXUVLRQ IUpTXHQWLHOOH DWWHLQWH est cependant moins 
importante. 
III.3.2. Utilisation de diode varactor  
Afin de FKDQJHU OD IUpTXHQFH GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH DQWHQQH, il est nécessaire de 
modifier VRQ LPSpGDQFH G¶HQWUpH FRPSOH[H &HOD SHXW V¶RSpUHU GH différentes façons en 
fonction de la topologie de l¶DQWHQQH HW GH OD VWUDWpJLH GH reconfiguration envisagée. 
/RUVTX¶XQH diode varactor (ou varicap) est utilisée comme charge localisée sur une structure 
antennaire, HOOH SHUPHW GH PRGLILHU O¶LPSpGDQFH GH O¶DQWHQQH HW G¶HQYLVDJHU XQ balayage 
fréquentiel sur toute une bande de fréquence [51]±[56]. Dans l¶DUWLFOH [51], Behdad et 
Sarabandi présentent une antenne à fente double chargée par une diode varactor, elle est 
représentée Figure I-8. 
 
Figure I-8 - *pRPpWULHG¶XQHDQWHQQH fente agile en fréquence intégrant des diodes varactor [51] 
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(a) 
 
(b) 
Figure I-9 - &RHIILFLHQWVGHUpIOH[LRQVLPXOpVDHWPHVXUpVEGHO¶DQWHQQHSRXUGLIIpUHQWHVYDOHXUs de 
polarisation de la diode varactor [61] 
Le fait de modifier la tension de polarisation de la diode varactor « en inverse » permet de 
changer la valeur de sa capacité équivalente et donc de modifier la longueur électrique de la 
fente. Il est donc possible de PRGLILHU OH OLHX G¶DGDSWDWLRQ G¶LPSpGDQFH SRXU FRXYULU XQH
bande spectrale plus ou moins large, comme nous le constatons sur la Figure I-9 où les deux 
bandes de fonctionnement sont proposées,OHVWjQRWHUTXHO¶agilité fréquentielle est réduite 
aux basses fréquences. &HODHVWOLpjODPLQLDWXULVDWLRQGHO¶DQWHQQH[62-63] et à O¶XWLOLVDWLRQ
de forte valeur de capacité. 
III.3.3. Combinaison de diode PIN et varactor 
La combinaison de diode PIN et de varactor est une méthode très intéressante pour obtenir 
un recouvrement fréquentiel important. Dans le travail de Lim et al. [57], une antenne PIFA 
avec une diode PIN et un varactor a été étudiée comme illustrée sur la Figure I-10. Sa 
particularité est de pouvoir recouvrir toute une gamme de fréquences selon la configuration 
LPSRVpHDX[GLRGHV3RXU ODFRQILJXUDWLRQDYHFXQHGLRGH3,1j O¶pWDW2))HWHQIDLVDQW
varier la valeur du varactor O¶DQWHQQH IRQFtionne aux fréquences suivantes : USPCS (1,85±
1,99 GHz), WCDMA (1,92±2,18 GHz) et WLAN (5,15±5,825 GHz). Pour la configuration 2, 
la diode PIN est j O¶pWDW 21 HW OD GLRGH YDUDFWRU se voit imposer une tension fixe à 0V, 
O¶DQWHQQHRSqUHDORUVDX[IUpTXHQFHVUSPCS et m-WiMAX (3,4±3,6 GHz).  
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Figure I-10 - Antenne PIFA combinant O¶XWLOLVDWLRQG¶XQH diode PIN et G¶XQH diode varactor [57] 
/HVSHUIRUPDQFHVGHO¶DQWHQQH3,)$VRQWSUpVHQWpHVGDQVTableau I-1. On remarque que 
lorsque OD GLRGH 3,1 HVW 2)) O¶HIILFDFLté rayonnée est aux alentours de 90 %. Mais 
ORUVTX¶HOOHHVW21O¶HIILFDFLWpdevient de 63 % pour le m-WiMAX, mais reste à 93 % pour 
O¶863&6 La Figure I-11 SUpVHQWH O¶HIILFDFLWp GH O¶DQWHQQH SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH
résistance série de la diode. On peuW FRQVWDWHU O¶LPSDFW GH FHWWH UpVLVWDQFH VXU OHV
SHUIRUPDQFHVGHO¶DQWHQQH. 
 
Tableau I-1 - Performances de l'antenne PIFA [57] 
 
 
Figure I-11 - (IILFDFLWpGHO¶DQWHQQH(bande m-WIMAX) en simulation pour différentes valeurs de 
résistances parasites de la diode [57] 
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III.3.4. Utilisation des MEMS  
Une autre solution, largement étudiée dans la littérature est O¶XWLOLVDWLRQ des composants de 
type MEMS (MicroElectroMechanical Systems). Un MEMS est un microsystème comprenant 
un ou plusieurs éléments mécaniques, utilisant O¶pOHFWULFLWpFRPPHVRXUFHG¶pQHUJLHHQYXH
GH UpDOLVHU XQH IRQFWLRQ GH FDSWHXU HWRX G¶DFWLRQQHXr. Selon leur conception, les MEMS 
peuvent servir pour diverses fonctions, agissant comme commutateurs ou capacité variable 
[58]±[64]. Simons et al. [62] montre un exemple d'une antenne patch intégrant deux MEMS 
agissant comme une capacité variable (Figure I-12a).  
 
(a) 
 
 
(b) 
Figure I-12 - *pRPpWULHG¶XQHDQWHQQHDJLOHHQIUpTXHQFHLQWpJUDQWGHV0(06 a) et son coefficient de 
réflexion mesuré dans le cas où les MEMS sont activés ou non b) [62] 
 
/¶DQWHQQHSDWFKHVWLPSULPpHVXUXQZDIHUHQVLOLFLXPG¶pSDLVVHXUȝPOXL-même  posé 
sur un substrat servant de support. La fréquence de résonance de cette antenne patch est 
déterminée par la longueur b (Figure I-12a). $LQVLO¶XWLOLVDWLRQGH0(06VXUOHVERUGVG¶XQ
patch et selon la longueur b permet de créer une capacité et décale ainsi la fréquence de 
fonctionnement du patch de 1,6 % comme le montre la Figure I-12b.  
III.3.5. Utilisation de matériaux à propriétés spécifiques 
De nombreuses antennes compactes sont imprimées sur des substrats diélectriques. /¶LGpH
est G¶XWLOLVHU OH VXEVWUDWFRPPHparamètre variable DILQG¶HQWUDLQHU une agilité de O¶antenne. 
Pour cela, LO HVW LQWpUHVVDQW G¶XWLOLVHU GHV VXEVWUDWV possédant des propriétés variables qui 
modifieront leV SURSULpWpV GH O¶antenne. Dans cette partie, nous citerons trois types de 
PDWpULDX[TXLVRQWpWXGLpVSRXUrWUHLQWpJUpVFRPPHVXEVWUDWVG¶DQWHQQHVDJLOHVHQIUpTXHQFH, 
nous évoquerons leurs potentialités ainsi que leurs limites. 
III.3.5.1. Métamatériaux 
Les méta-matériaux sont des matériaux artificiels présentant des propriétés 
électromagnétiques intéressantes ne pouvant pas être obtenues avec des matériaux naturels 
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SHUPLWWLYLWpHWSHUPpDELOLWpVLPXOWDQpPHQWQpJDWLYHV«. Ces matériaux sont constitués de 
structures périodiques (un exemple est donné Figure I-13), diélectriques ou métalliques, qui se 
comportent comme un matériau homogène. 
 
Figure I-13 - Antenne micro ruban imprimée sur substrat chargé par SRRs structure [65] 
 
Récemment, plusieurs études ont été menées pour utiliser ces nouveaux matériaux dans 
des structures antennaires afin de leur apporter une agilité [66]±[68]/¶pWXGHde Lin et al [67] 
a montré un système qui consiste en une antenne boucle imprimée sur un substrat chargé par 
des structures « Split Ring Résonators (SRRs) » et des hétérojonctions phototransistors (HPT) 
(Figure I-14). Le transistor aide à changer la capacité locale de la SRRs et ainsi déplacer sa 
fréquence de résonance et, par conséquent, rendre la possibilité de reconfigurer la charge 
inductive de l¶antenne. Cette conception permet de changer la fréquence de rayonnement de 
l¶DQWHQQHGH*+]j*+]VRXVXQH WHQVLRQFRQWLQXHGHj9 /¶LQFRQYpQLHQWGH
cette technique est la complexité de fabrication et les pertes introduites par les éléments 
parasites des transistors et des résonateurs.  
 
(a)  (b) 
Figure I-14 ±Antenne en boucle chargée par SRRs et HPT et son rayonnement a) le coefficient de réflexion 
selon la tension appliquée (0 à 12V) b)[67] 
III.3.5.2. Cristaux liquides  
Les cristaux liquides sont des matériaux qui associent, dans leur phase métastable (souvent 
appelée mésophase), les propriétés de la phase liquide et celles de la phase solide cristalline. 
Généralement, ils sont utilisés pour leurs propriétés optiques et dans des applications 
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G¶Dffichage tel que les écrans LCD. Ces matériaux présentent une variation de leurs propriétés 
diélectriques très sensible à O¶DSSOLFDWLRQG¶XQHWHQVLRQpOHFWULTXH, voir magnétique.  
Pour les applications en micro-ondes, la phase des cristaux liquides la plus utilisée est la 
nématique [69]. Cette phase est constituée de molécules de forme allongée, présentant une 
orientation moyenne suivant une direction bien définie qui est maintenue grâce à la présence 
G¶XQHFRXFKHde PVA (PolyVinylAlcohol). Les molécules peuvent basculer VRXVO¶DSSOLFDWLRQ
G¶XQFKDPSpOHFWULTXHH[WHUQHappliqué (Figure I-15) HWV¶DOLJQHUVXLYDQWVa direction afin de 
faire varier la permittivité du matériau HWDLQVLDSSRUWHUO¶DJLOLWpDXGLVSRVLWLI.  
 
(a) (b) 
Figure I-15 - Schéma GHSULQFLSHG¶XQHFDSDFLWpjEDVHGHFULVWDX[OLTXLGHVVDQVSUpVHQFHGHFKDPS 
électrique (a) et avec champ électrique (b) 
 
Plusieurs études montreQW ODSUpVHQFHG¶DJLOLWpGDQV OD FRQFHSWLRQG¶DQWHQQHs basées sur 
cette technologie [70]±[74]. Dans le travail de Liu et Langley [71], une antenne micro ruban 
avec des dimensions de 20 mm x 15 mm, rayonnant aux alentours de 5 GHz, est réalisée en 
utilisant les cristaux liquides. Une agilité de 4 %, sous une tension DC de 10 V, a été obtenue 
(Figure I-16). Mais les pertes importantes du matériau (0,12) ont entraîné une efficacité 
G¶DQWHQQHG¶HQYLURQ20 % et 35 % sous tension continue de 0 V et 10 V respectivement, soit 
un champ faible de 0,2 kV/cm (épaisseur de 0,51 mm).  
 
Figure I-16 ± Coefficient de réflexion d¶une antenne microruban utilisant des cristaux liquides [71] 
 
/¶DYDQWDJH GH FHV PDWpULDX[ UHVWH OD faible valeur de champ électrique nécessaire à la 
commande, permettant une agilité significative. Cependant, les pertes trop élevées apportées 
par ces matériaux, ainsi que le temps de réponse (de plusieurs secondes), restent les 
inconvénients majeurs à leur utilisation dans des dispositifs hyperfréquences reconfigurables. 
Chapitre I : Généralités sur les matériaux ferroélectriques et les dispositifs antennaires miniatures et 
agiles en fréquence 
28 
III.3.5.3. Matériaux ferromagnétiques 
Les ferromagnétiques sont des matériaux qui possèdent une perméabilité modulable en 
fonction du champ magnétique qui leur est appliqué. Ces matériaux sont définis par leur 
aimantation à saturation, leur aimantation rémanente et par leur champ coercitif. Ce dernier 
doit être faible pour une utilisation dans des dispositifs hyperfréquences.  
En hyperfréquence, les matériaux magnétiques les plus utilisés sont les ferrites. Plusieurs 
H[HPSOHVG¶DQWHQQHVPLFURUXEDQV réalisées sur un substrat ferrite ont été publiés et permettent 
G¶obtenir une variation en fréquence parfois importantes (39 %) [75]±[77]. Les efficacités 
UD\RQQpHV QH VRQW SDV H[SOLFLWHPHQW GRQQpHV PDLV G¶DSUqV OHV JDLQV Ges valeurs élevées 
G¶HIILFDFLWp peuvent être attendues avec des ferrites à faibles pertes. Comme exemple, une 
antenne microruban décrite dans [75] est déposée sur un substrat de ferrite d'épaisseur d = 
1,27 mm, de permittivité İr = 15 et G¶DLPDQWDWLRQjVDWXUDWLRQGHʌ0V = 1720 G, est montrée 
Figure I-17. Les dimensions de cette antenne sont de 1,4 cm x 1,8 cm et elle est alimentée par 
une sonde coaxiale. 
 
Figure I-17 - *pRPpWULHGHO¶DQWHQQHDYHFXQVXEVWUDWde ferrite [75] 
 
Afin d¶DLPDQWHUla ferrite, un aimant est placé à une distance modulable du substrat (selon 
le champ magnétique souhaité), et est déplacé selon les axes x, y et z. Une variation en 
fréquence, en fonction de la direction et de la valeur du champ magnétique appliquée, est 
observée. Une variation maximale en fréquence de 39 % a pu ainsi être obtenue VXLYDQWO¶D[H
y (Tableau I-2). 
Axe d¶DLPDQWDWLRQ Variation en fréquence (GHz) Agilité (%) 
x 4,6 - 5,5 16 
y 4,6 ± 2,8 39 
z 4,6 ± 5,5 16 
Tableau I-2 - Variation, en fonction de  O¶D[HG¶DLPDQWDWLRQGXVXEVWUDWGHOD fréquence GHWUDYDLOG¶XQH
antenne réalisée sur un substrat de ferrite [75] 
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Le gain de l'antenne ainsi que la forme du diagramme de rayonnement obtenu restent 
proches de ceux d'une antenne microruban classique, même si une polarisation croisée plus 
importante est observée sur cette réalisation (Figure I-18). 
 
Figure I-18 ± Mesure GHUD\RQQHPHQWG¶DQWHQQHDVDQV champ de polarisation (4,6 GHz) et b) avec 
champ de polarisation (2,81 GHz). La co-polarisation en trait plein et polarisation croisée en pointillés. [75] 
 
&HSHQGDQW O¶XWLOLVDWLRQ GHs matériaux ferrites dans les dispositifs hyperfréquence est 
OLPLWpHSDUOHVIDLEOHVYDOHXUVG¶DLPDQWDWLRQ obtenues, mais surtout par leur forte conductivité 
électrique qui induit des pertes importantes par courant de fuite [78]. Différentes études se 
sont penchées sur ce problème DILQ G¶XWLOLVHU FHVPDWpULDX[ VRXV forme de composites, en 
leurs associant des matrices à base de matériaux isolants pour minimiser leurs pertes [78], 
[79]. 
De plus OD OLPLWDWLRQ DSSRUWpH SDU O¶LQWpJUDWLRQ GDQV OHV GLVSRVLWLIV GH OD FRPPDQGH
PDJQpWLTXH ERELQHV YROXPLQHXVHV HW ORXUGHV UHVWH SUREOpPDWLTXH HW D G¶DLOOHXUV PRWLYp
plusieurs études en cours afin de pallier à cette contrainte [80]. 
III.4. Antennes agiles en fréquence utilisant des matériaux 
ferroélectriques 
&RPPHLQWURGXLWSUpFpGHPPHQW O¶REMHWSULQFLSDOGHFHWUDYDLOGHWKqVHse concentre sur 
O¶XWLOLVDWLRQGHVPDWpULDX[à permittivité accordable sous forme des couches minces pour la 
conception des antennes agiles en fréquence. Nous ne citerons ici que des exemples 
G¶XWLOLVDWLRQs de ces matériaux dans la bibliographie et nous rentrerons plus en détail sur la 
définition et les caractéristiques de ces matériaux dans le paragraphe suivant. 
Les matériaux ferroélectriques sont le « pendant électrique » des matériaux 
ferromagnétiques : ils présentent une variation non linéaire de leur permittivité en fonction 
G¶XQHFRPPDQGH en tension électrique continue externe. Cette propriété permet de les utiliser 
comme substrat pour dispositifs reconfigurables.  
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Les avantages des matériaux ferroélectriques VRQWQRPEUHX[ WRXWG¶DERUG ODFRPPDQGH
électrique est plus facile à intégrer que la commande magnétique des matériaux 
ferromagnétiques. Aussi, les faibles valeurs du champ électrique de commande ainsi que le 
temps de commutation assez faible, font de ces matériaux des candidats idéals pour la 
reconfigurabilité. Cependant, leur inconvénient majeur réside dans leurs pertes diélectriques 
qui restent relativement importantes. De nombreuses études cherchent à limiter soit les pertes 
intrinsèques de ces matériaux, par exemple par dopage [81]±[83] ou par réalisation de 
composite ferroélectrique-diélectrique [84]±[86], soit de réduire les pertes globales du 
dispositif par la localisation de ces matériaux dans les zones actives de ce dispositif [87], [88]. 
'H QRPEUHXVHV pWXGHV RQW pWp UpDOLVpHV SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ IHUURpOHFWULTXHV
dans les dispositifs hyperfréquences, tels que les filtres reconfigurables [89], les déphaseurs 
[90]«1RXV QRXV FRQFHQWURQV LFL sur les solutions utilisées pour la conception d¶antennes 
agiles en fréquence. 
III.4.1. Utilisation de substrat ferroélectrique       
La reconfigurabilité est ici obtenue en plaçant une structure rayonnante sur un substrat 
ferroélectrique de permittivité variable. Le substrat utilisé peut-être sous forme volumique 
(céramique) [91] ou sous forme de film épais déposé sur un support [92]. La variation de la 
permittivité du substrat conduit au changement du rayoQQHPHQWG¶DQWHQQHVRLWHQIUpTXHQFe 
soit en forme du diagramme de rayonnement. Dans le travail de Castro-Vilaro [92], la 
IUpTXHQFHGHUD\RQQHPHQWG¶une antenne fente [92] est déplacée de 27,46 GHz à 25,65 GHz 
quand la permittivité de la couche mince est supposée varier entre 400 et 1200. 
Cette solutionDFWXHOOHPHQWOLPLWpHSDUODGLIILFXOWpG¶DSSOLFDWLRQGHFKDPSVXIILVDPPHQW
pOHYpSRXUODFRPPDQGHQ¶H[LVWHGDQVO¶pWDWGHO¶DUWTX¶HQétude numérique. 
 
(a)                                                                           (b) 
Figure I-19 ± Antenne fente sur substrat ferroélectrique a) vue de dessus et b) vue en coupe [91] 
III.4.2. Composant discret à base de matériaux ferroélectriques 
L¶XWLOLVDWLRQGHVmatériaux ferroélectriques dans des circuits antennaires reconfigurables a 
suscité de nombreuses études, mais la bibliographie sur leur intégration reste finalement 
Chapitre I : Généralités sur les matériaux ferroélectriques et les dispositifs antennaires miniatures et 
agiles en fréquence 
31 
limitée de par le développement récent de la technologie "couches minces" des 
ferroélectriques qui doit être compatible avec les standards de la fabrication des circuits RF 
[93].  
La solution la plus utilisée pour O¶LQVHUWLRQ des matériaux ferroélectriques dans des 
antennes reconfigurables est FHOOH GH O¶LQWpJUDWLRQ G¶une capacité locale à base de ces 
matériaux. Cette capacité, bien placée dans le circuit, pourra modifier la longueur électrique 
GH O¶DQWHQQH HW DLQVL changer sa fréquence de résonnance. Cette solution a deux types 
G¶LPSOpPHQWDWLRQOa première est réalisée SDUODFUpDWLRQG¶XQFRPSRVDQWdiscret, la seconde 
est basée sur une implémentation monolithique.  
III.4.2.1. Implémentation de composant discret  
 &HWWHVROXWLRQHVWUpDOLVpHSDUODFUpDWLRQG¶XQFRPSRVDQWdiscret reconfigurable (capacité 
ou varactor) [94], [95]. Un exemple de cette réalisation est cité dans le travail de Cardona [96] 
sur la conception G¶antenne avec une capacité reconfigurable à base de couche mince 
BST (BaxSr1-xTiO3) (Figure I-20). Cette antenne permet de couvrir une large bande de 
fréquence allant de 700 MHz à 960 MHz pour les applications de téléphonie "mobile". 
 
Figure I-20 ± Antenne avec capacité BST reconfigurable pour les applications mobiles [96] 
III.4.2.2. Implémentation monolithique 
/¶Dutre implémentation possible est celle de concevoir DYHF OH FLUFXLW G¶DQWHQQH un 
composant monolithique, souvent une capacité, reconfigurable [97]±[100]. Dans leur travail, 
Li et al. [100] ont utilisé la structure de capacités interdigitées à base de film mince BST de 
200 nm. Ces capacités sont placées à plusieurs endroits dans la IHQWH G¶XQH DQWHQQH ORRS
(Figure I-21). Sous une tension continue de 0 à 39V, soit un champ électrique maximal de 
1950 k9FPODIUpTXHQFHGHUpVRQQDQFHG¶DQWHQQHDpWpGpSODFpHGH*+]j*+] 
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Figure I-21 ± Antenne fente avec les varactors à base de film mince BST [100] 
 
Par ailleurs, Jiang et al. [98] ont utilisé neuf capacités à base de couches minces BST 
intégréeV GDQV XQH VWUXFWXUH G¶DQWHQQH j IHQWH UHFWDQJXODLUH Figure I-22). Ces capacités 
reconfigurables sous une tension continue induisent une agilité en fréquence de l¶DQWHQQH
Cette conception a permis G¶obtenir une variation de fréquence de 5,3 GHz à 5,8 GHz, sous 
O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH WHQVLRQ'& GH  j  V (champ statique équivalent de 0 et 280 kV/cm 
respectivement). Un gain maximal de ± 3dBi a été mesuré (Figure I-23) sur cette antenne. 
/¶LQFRQYpQLHQWGHcette solution reste O¶DOLPHQWDWLRQG¶DQWHQQHHW la polarisation externe 
de la capacité qui doivenWV¶HIIHFWXHUjWUDYHUVXQHPLFURVRQGH Ceci rend difficile la mesure 
du rayonnement de l¶DQWHQQH  
 
(a) 
 
(b) 
Figure I-22 ± Antenne fente rectangulaire avec des capacités intégrées à base de film mince BST [98] ; a) 
empilement des couches et b) zoom sur les capacités 
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(a) (b) 
Figure I-23 ± a) Coefficient de réflexion en fonction de la tension continue et b) rayonnement (V= 0V) de 
l¶DQWHQQHDYHFOHVFDSacités ferroélectriques 
III.5.  Conclusion  
Dans cette partie du chapitre nous avons expliqué brièvement le principe des antennes 
agiles, en citant leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Les différentes techniques 
utilisées dans la littérature pour apporter la reconfigurabilité à une antenne ont été 
PHQWLRQQpHVWHOOHVTXHO¶XWLOLVDWLRQGHGLRGH3,1GHvaractor,  G¶XQH combinaison des deux, 
de MEMS et aussi de matériaux à propriétés spécifiques. Les avantages et les inconvénients 
de ces différentes technologies ont été mentionnés. 
IV. LES MATERIAUX FERROELECTRIQUES 
Nous avons, dans la partie précédente, citée les quelques solutions étudiées et/ou utilisées 
pour la reconfigurabilité des dispositifs antennaires dans le domaine des hyperfréquences. 
Pour cette thèsH QRXV DYRQV FKRLVL O¶XWLOLVDWLRQ GH QRXYHDX[ PDWpULDX[ La-Ti-O-N 
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHIHUURpOHFWULTXHVSRXUODFRQFHSWLRQG¶DQWHQQHVDJLOHVCe paragraphe sera 
dédié, WRXWG¶DERUG, jO¶H[SOLFDWLRQGHVSrincipes et des phénomènes ferroélectriques puis à la 
présentation des nouveaux composés qui seront utilisés dans la suite de ce manuscrit. La 
ELEOLRJUDSKLH VXU O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV QRXYHDX[ PDWpULDX[ La-Ti-O-N dans des dispositifs 
micro-ondes étant inexistante, nous présenterons quelques résultats d¶études précédentes 
UpDOLVpHVjO¶,(75TXLRQWG¶DLOOHXUVPRWLYpOHVWUDYDX[GHFHWWHWKqVH 
IV.1. Définition  
Un matériau ferroélectrique est défini comme étant un matériau diélectrique présentant 
une polarisation électrique permanente HQO¶DEVHQFHG¶XQFKDPSpOHFWULTXe extérieur appliqué. 
&H SKpQRPqQH HVW DSSHOp SRODULVDWLRQ VSRQWDQpH HW UpVXOWH GX IDLW TXH GDQV O¶pWDW
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ferroélectrique, les centres de gravité des charges positives et négatives ne coïncident pas. 
Ceci nécessite que ces matériaux soient cristallins, polaires et non-centrosymétriques.  
La classification cristalline des matériaux est présentée dans la Figure I-24. Nous pouvons 
en déduire TX¶XQPDWpULDXIHUURpOHFWULTXHest nécessairement pyroélectrique (matériau qui se 
polarise en fonction de la température), piézoélectrique PDWpULDXTXLVHSRODULVHVRXVO¶DFWLRQ
G¶XQHFRQWUainte mécanique et inversement) et non centrosymétrique. 
 
 
Figure I-24 - Les différentes structures cristallines 
IV.2. Transition de phase et Température de Curie 
La ferroélectricité Q¶H[LVWe que dans un certain domaine de température : elle disparaît au-
GHVVXVG¶XQHWHPSpUDWXUHGHWUDQVLWLRQappelée Température de Curie (notée TC). Au-dessus 
de TC, le matériau est dans sa phase paraélectrique.  
Il existe principalement deux phénomènes qui engendrent la polarisation spontanée des 
matériaux ferroélectriques. Le premier est relatif à une transition ordre ļGpVRUGUH ; dans ce 
cas de figure et dans la phase paraélectrique, les moments dipolaires sont orientés de façon 
désordonnée, ce qui mènejO¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXHjXQHpolarisation globale nulle. Dans 
la phase ferroélectrique, les moments dipolaires V¶RUJDQLVHQW VSRQWDQpPHQW HW XQH
contribution globale non nulle j O¶pFKHOOH PDFURVFRSLTXH de la polarisation apparaît. Le 
second phénomène responsable de la transition ferro/paraélectrique est celui d¶XQHinstabilité 
structurale, par exemple dans des structures de type ABO3 comme le BaTiO3. Dans ce cas, les 
barycentres des charges positives et négatives des mailles élémentaires du matériau coïncident 
GDQV OD SKDVH SDUDpOHFWULTXH PDLOOH FXELTXH PDLV V¶pFDUWHQW HQ GHVVRXV GH OD 7C (phase 
ferroélectrique, maille tétragonale) pour faire apparaître des moments dipolaires et jO¶pFKHOOH
macroscopique, une polarisation spontanée non nulle du matériau (Figure I-25). 
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(a) (b) 
Figure I-25 - Structure cristalline de type ABO3 (exemple BaTiO3) dans ses phases : (a) paraélectrique 
(maille cubique) et (b) ferroélectrique (maille tétragonale) 
 
La transition entre les phases ferroélectrique et paraélectrique est aussi accompagnée par  
un maximum de permittivité Hr du matériau (Figure I-26). Même si cela est synonyme d¶XQH
forte polarisation, les matériaux ferroélectriques sont souvent utilisés en dehors de cette 
transition de phDVHDILQGHV¶pORLJQHUGH WRXWH DQRPDOLH qui pourrait intervenir lors de cette 
transformation de phase. 
 
Figure I-26 - Représentation de la variation de la permittivité diélectrique des matériaux 
ferroélectriques en fonction de la température. 
IV.3. Domaines ferroélectriques et Hystérésis  
La polarisation des matériaux ferroélectriques peut être modifiée en signe et en amplitude 
SDUDSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSpOHFWULTXHexterne [101]. La variation de polarisation peut avoir 
deux allures différentes, suivant la phase dans laquelle le matériau se trouve (ferro ou para) et 
donc suivant la température (inférieure ou supérieure à TC). 
Initialement, la polarisation G¶XQPDWpULDX IHUURpOHFWULTXH est nulle (Figure I-27a) ; elle 
augmente au fur et mesure que le champ électrique externe appliqué augmente MXVTX¶jXQH
valeur maximale, correspondant à un alignement parfait de tous les moments dipolaires, 
nommée polarisation à saturation (+Ps). Lorsque ce champ continu externe diminue, la 
polarisation du matériau diminue, mais atteint une valeur non nulle (nommée polarisation 
Chapitre I : Généralités sur les matériaux ferroélectriques et les dispositifs antennaires miniatures et 
agiles en fréquence 
36 
rémanente +Pr) lorsque la valeur de champ appliqué est nulle. Pour annuler cette polarisation, 
un champ électrique opposé doit être appliqué (nommé champ coercitif -EC). En augmentant 
ce champ en valeur négative OD SRODULVDWLRQ DXJPHQWH MXVTX¶j OD VDWXUDWLRQ -Ps). Afin de 
compléter le cycle, le champ est augmenté, pour passer par la polarisation rémanente (-Pr), 
puis par la polarisation à saturation (+Ps). Le cycle suivi par le matériau ferroélectrique 
montre ainsi une hystérésis de la polarisation. 
La variation de la polarisation de la phase paraélectrique en fonction dH O¶LQWHQVLWp GX
champ électrique est présentée Figure I-27b. Contrairement à la phase ferroélectrique qui 
possède un effet mémoire de la polarisation (+Pr et ±Pr) en absence du champ électrique, la 
phase paraélectrique montre une augmentation de la polarisation en fonction du champ 
MXVTX¶jODVDWXUDWLRQTXLUHGHYLHQWQXOOHORUVTXHFHFKDPSHVWVXSSULPp 
  
(a) (b) 
Figure I-27 - Polarisation G¶XQPDWpULDXferroélectrique en fonction du champ électrique externe  
a) T < TC et b) T > TC  
 
Afin de comprendre O¶évolution de la polarisation en fonction du champ électrique dans la 
phase ferroélectrique, il faut considérer le matériau à O¶échelle microscopique. Concrètement, 
FHVPDWpULDX[VRQWFRQVWLWXpVG¶XQe multitude de régions (nommés domaines) dans lesquelles 
la polarisation spontanée possède la même orientation. Ces domaines sont séparés par des 
IURQWLqUHV DSSHOpV SDURLV GH GRPDLQHV TXL FRQVWLWXHQW OD WUDQVLWLRQ G¶RULHQWDWLRQ GH
polarisation entre deux domaines. /RUV GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS pOHFWULTXH H[WHUQH OD
polarisation des domaines va au fur-et-à-PHVXUH V¶RULHQWHU VXLYDQW OH FKDPS DSSOLTXp ; les 
GRPDLQHV GRQW O¶RULHQWDWLRQ HVW SDUDOOqOH DX FKDPSYRQW FURLWUH MXVTX¶j QH FRQVWLWXer TX¶XQ
seul domaine parfaitement aligné avec le champ externe (polarisation à saturation) (Figure 
I-28). 
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                     E = 0             ( 
Figure I-28 - Représentation schématique de l¶orientation des domaines en fonction du champ électrique 
externe (la valeur de champ augmentant de gauche à droite) 
IV.4. Variation de la permittivité des matériaux ferroélectriques 
La propriété connexe des matériaux ferroélectriques est la variation non-linéaire de leur 
permittivité en fonction d¶XQ FKDPp électrique externe. Une forme caractéristique de la 
variation de Hr en fonction de la valeur de champ dans la phase ferroélectrique (à T< TC) est 
nommée ailes de papillon (Figure I-29a). Cette forme G¶K\VWpUpVLV disparait dans la phase 
paraélectrique (Figure I-29b). Concrètement, c¶HVW la variation de la permittivité en présence 
G¶XQ FKDPS pOHFWULTXH DSSHOpH DFFRUGDELOLWp TXL HVW PLVH j SURILW SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH
dispositifs reconfigurables. 
  
(a) (b) 
Figure I-29 - 5HSUpVHQWDWLRQGHO¶pYROXWLRQ de la permittivité diélectrique du matériau ferroélectrique a) à 
T<TC et b) à T>TC 
 
IV.5.  Intérêt des couches minces ferroélectriques pour les 
dispositifs reconfigurables 
/HV FRXFKHV PLQFHV VRQW JpQpUDOHPHQW GHV ILOPV G¶pSDLVVHXU VXEPLFURQLTXH (OOHV RQW
connu un développement important ces dernières décennies et sont largement intégrées dans 
GHVSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQGHFRPSRVDQWVpOHFWURQLTXHVDILQG¶DPpOLRUHUOHXUSHUIRUPDQFHV
tout en répondant à des contraintes de plus en plus fortes de miniaturisation [93]/¶DYDQWDJH
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des films minces de matériaux ferroélectriques par rapport à leur forme massive (épaisseur de 
quelques mm), est que leur intégration dans des dispositifs agiles a conduit à la grande 
diminution de la tension de polarisation requise et aussi à des pertes induites plus faibles. De 
plus, les films minces sont moins coûteux que les monocristaux et peuvent être déposés sur 
des substrats de diverses natures, dimensions et géométries. 
/¶RUJDQLVDWLRQ VWUXFWXUDOH G¶XQPDWpULDX HQ FRXFKHPLQFH UpVXOWH de la combinaison de 
nombreux paramètres (méthode et conditions de dépôt, nature du substrat, composition 
FKLPLTXH«1RXV GpILQLVVRQV EULqYHPHQW OHV GLIIpUHQWV W\SHV G¶HPSLOHPHQWV VWUXFWXUDX[
pouvant être obtenus lors du dépôt de films : 
x Couche mince amorphe  HOOH Q¶HVW SDV FULVWDOOLVpH HW QH SUpVHQWH GRQF DXFXQ RUGUH j
longue ou moyenne distance (Figure I-30a). 
x Couche mince cristallisée et il existe trois cas possibles : 
- Polycristalline : la couche est composée de nombreux grains cristallisés dont les axes 
cristallographiques sont aléatoirement orientés entre eux et avec ceux du substrat 
(Figure I-30b). 
- Orientée (ou  texturée) : les grains qui la composent présentent tous une orientation 
SUpIpUHQWLHOOHG¶XQGHOHXUVD[HVFULVWDOORJUDSKLTXHVVHORQODGLrection de croissance, le 
plus souvent selon un des axes du substrat (Figure I-30c). 
- Epitaxiée : les trois axes cristallographiques de la couche coïncident avec les axes du 
substrat (Figure I-30d). 
(a) (b) 
(c) (d) 
Figure I-30 - Structures cristallines des couches minces (a) amorphe, (b) polycristalline, (c) orientée,              
(d) épitaxiée 
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IV.6.  Les matériaux étudiés  
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux matériaux utilisés durant ces travaux de 
thèse. Nous allons présenter brièvement la structure perovskite, puis les composés étudiés : 
ceux de la famille La-Ti-O-N avec les résultats des travaux précédents qui ont motivé cette 
étude, et le composé BST. 
IV.6.1. Les matériaux perovskites 
/HV PLQpUDX[ SHURYVNLWHV RQW G¶DERUG pWp associés au titanate de calcium CaTiO3, en 
O¶KRQQHXU GX PLQpUDORJLVWH UXVVH /HY 3HURZVNL -1856). Ce terme est maintenant 
universellement utilisé pour tous les composés oxydes, et oxynitrures, qui ont la structure 
caractéristique ABX3 décrite en Figure I-31, où A est souvent un lanthanide ou un alcalino-
terreux, B est un métal de transition et X est XQDWRPHG¶R[\JqQH RXG¶D]RWH. Pour chaque 
maille cubique, le cation A occupe les sites de coordinence 12 à chaque sommet du cube, le 
cation B de plus petit rayon est localisé au centre du cube. Cette structure laisse apparaître 
O¶H[LVWHQFHG¶HPSLOHPHQWVG¶RFWDqGUHV%26 (Figure I-31).  
 
Figure I-31 - Maille cristalline perovskite 
 
La plupart des oxydes et oxynitrures perovskites présentent une structure de bandes, avec 
une bande de valence dont le haut est occupé par les orbitales anioniques et une bande de 
conduction dont le bas est occupé par les orbitales du métal de transition. Suivant la largeur 
de la bande interdite (Band-gap Eg), les composés sont électriquement isolants ou semi-
conducteurs/DVXEVWLWXWLRQGH O¶R[\JqQHSDU O¶D]RWHFRQGXLWjXQHGLPLQXWLRQGH ODEDQGH
LQWHUGLWH LQGXLVDQW XQH DEVRUSWLRQ GH WRXW RX G¶XQH SDUWLH GX UD\RQQHPHQW YLVLEOH SDU OHV
oxynitrures ainsi crées. Contrairement aux perovskites oxydes, qui sont généralement 
incolores ou blancs (Eg > 3,1 eV), les oxynitrures présentent des couleurs vives (Figure I-32). 
En jouant sur la composition cationique (taille du cation A et électronégativité du cation B) et 
/ou sur la variation de la teneur en azote dHVFRPSRVpVLOHVWDLQVLSRVVLEOHG¶DMXVWHUOHEDQG-
JDSjODYDOHXUYRXOXHHWG¶REWHQLUWRXWHXQHSDOHWWHGHFRPSRVpVFRORUpV 
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Figure I-32 - Les oxynitrures avec leurs couleurs [102] 
IV.6.1.1. Les matériaux La-Ti-O-N 
Les matériaux de la famille La-Ti-O-N étudiés dans cette thèse possèdent une structure 
perovskite. Cette dernière peut se déduire de celle du titanate de barium (BaTiO3) par une 
double substitution, GX EDULXP SDU OH ODQWKDQH HW G¶XQH SDUWLH GH O¶R[\JqQH SDU GH O¶D]RWH
[103], [104] (Figure I-33). Les compositions perovskites La-Ti-O-N se situent entre les 
FRPSRVpV VW°FKLRPpWULTXHV GH O¶oxyde LaTiO3 et de O¶oxynitrure LaTiO2N. Ces matériaux 
GpSRVpV VRXV IRUPH GH ILOPV PLQFHV j O¶,87 GH 6W %ULHXF (Figure I-34), présentent des 
propriétés électriques et optiques différentes comme nous le verrons dans le chapitre III. 
 
Figure I-33 -  Substitution de la maille BaTiO3 pour la réalisation des composés LaTiO2N [104] et 
La2Ti2O7 [105] 
Outre leur propriété originale de photocatalyse sous lumière visible pour la production 
G¶K\GURJqQHjSDUWLUGHO¶HDX[106], [107]O¶R[\QLWUXUH/D7L21SUpVHQWHGHVFDUDFWpULVWLTXHV
diélectriques intéressantes. Il montre une forte valeur de permittivité (> à 100) et des pertes 
relativement faibles à basses fréquences (~ 2.10-2  à 1 MHz).  Il a été montré durant la thèse 
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de Ahmed Ziani [108] la possibilité de moduler la teneur en azote des couches minces 
LaTiOxNy (Figure I-34) et par la même de varier les propriétés diélectriques des films. 
 
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 
Figure I-34 - Les couches mince La-Ti-O-1HQIRQFWLRQGXSRXUFHQWDJHG¶D]RWHGDQVOHfilm (% de 
O¶D]RWHDXJPHQWDQWGHJDXFKHYHUVODGURLWH [108] 
Il a été montré que les propriétés des films minces LaTiO2N dépendent fortement du taux 
G¶D]RWH GDQV OHV ILOPV PDLV Dussi de leurs cristallisations. La Figure I-35 PRQWUH TX¶XQH
constante diélectrique plus stable en fréquences et des pertes plus faibles sont obtenues sur les 
ILOPVpSLWD[LHVFRQWHQDQWSHXG¶D]RWH(LTON-258). 
 
(a) 
 
(b) 
Figure I-35 ± Constante diélectrique (a) et tangente des pertes (b) de couches minces LaTiO2N déposées 
sur substrat Nb-SrTiO3 HWDYHFGLIIpUHQWVWDX[G¶D]RWHGDQVOHSODVPD : LTON-258 (25 %) et LTON-252  
(71 %) [108] 
Une accordabilité importante (72 %) a été obtenue avec le matériau LaTiO2N sur des 
structures MIM en basses fréquences [109], [110], sous un champ continu de 200 kV/cm 
(Figure I-36). Ces résultats prometteurs ont été le moteur des présents travaux de thèse.  
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Figure I-36 ± Capacité, en fonction de la tension DC appliquée, G¶XQHVtructure MIM à base de couche 
mince LaTiO2N (Substrat Pt/Si) [110] 
1RWUHEXWVHUDG¶pWXGLHUOHVSURSULpWpVGHVFRPSRVpVoxydes et oxynitrures La-Ti-O-N en 
hautes fréquences et de les intégrer dans des structures antennaires reconfigurables. Il faut 
noter iFLTX¶XQHDXWUHWKqVHUpDOLVpHSDUDOOqOHPHQWjFHOOH-ci par M. Yu LU et soutenue le 25 
octobrepWDLWGpGLpHjO¶RSWLPLVDWLRQGXGppôt des films minces La-Ti-O-N pour améliorer la 
cristallisation des différentes phases tout en maitrisant leurs compositions [111].  
Pour cette thèse, une grande partie de nos travaux sera donc dédiée à la réalisation de 
dispositifs à base de ces matériaux (chapitre III), à leur caractérisation diélectrique en basses 
et hautes fréquences (chapitre IV) et aussi à la conception d¶DQWHQQHXWLOLVDQWFHVFRPSRVpV
(Chapitre V). 
IV.6.1.2. Les matériaux Ba1-xSrxTiO3 (BST) 
/¶DXWUHFRPSRVpperovskite XWLOLVpORUVGHFHWWHWKqVHSRXUODUpDOLVDWLRQG¶DQWHQQHDJLOHHQ
fréquence est le titanate de barium et strontium (BST). Ce composé est un ferroélectrique, qui 
a suscité, au cours des dernières années, un vif intérêt tout G¶DERUG, pour les mémoires 
dynamiques à accès aléatoire (DRAM) [112]±[116] et plus tard, pour les applications RF ou 
micro-ondes [117]±[121].  
$ILQG¶REWHQLUles composés BST [122], les ions Ba2+ sont partiellement remplacés dans la 
structure BaTiO3 par des cations de même valence et de rayon ionique légèrement inférieur 
comme Sr2+. Ce type de substitution donne naissance à une solution solide totale (Ba1-
xSrx)TiO3 avec une température de transition TC variable suivant la valeur de x et aussi des 
SURSULpWpVGLpOHFWULTXHVYDULDEOHVHQ IRQFWLRQGH OD WHPSpUDWXUHG¶XWLOLVDWLRQ La Figure I-37 
PRQWUH O¶pYROXWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD WHPSpUDXWH GH OD SDUWLH UpHOOH HW LPDJLQDLUH GH OD
permitivité pour la composition utilisée[123]. 
Les études des films minces de BST sont très nombreuses dans la littérature [124]±[126] 
et montrent une permittivité importante GH O¶RUGUHGHj HWXQH WDQJHQWHGHSHUWHV
entre 0,02 et 0,05. Une agilité impoUWDQWHMXVTX¶jDpWpUHOHYpHVXUFHVFRPSRVpV[126]. 
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(a) (b) 
Figure I-37 ± Evolution de la permittivité réelle et imaginaire du composé (Ba0,90 Sr0,10)TiO3 en fonction 
de la fréquence à différentes températures de mesure [123] 
 
Dans le cadre de cette thèse, les couches minces BST sont déposées par méthode chimique 
par O¶pTXLSH "Matériaux Fonctionnels" de laboratoire IETR de O¶Xniversité de Nantes. Les 
détails de la réalisation du composé BST en couches minces seront donnés en Chapitre V. 
V. CONCLUSION  
Ce chapitre a permis de présenter un état GHO¶DUWdes différentes méthodes de conception 
G¶DQWHQQHVPLQLDWXUHs et reconfigurables. Nous avons décrit dans les deux premières parties 
les différentes techniques, classiquement utilisées, pour la miniaturisation G¶DQWHQQHDJLOe en 
fréquence. /HV UpVXOWDWV GH OD OLWWpUDWXUH RQW PRQWUp TXH O¶LQWpJUDWLRQ G¶XQ pOpPHQW DFWLI
permettait de balayer une plage fréquentielle plus ou moins importante, notamment avec les 
solutions de chargement par éléments discret de type capacité variable. /¶XWLOLVDWLRQGHGLRGH
varactor comme capacité variable est largement décrite dans la littérature. Certains problèmes 
liés aux pertes introduites par les composants variables et un comportement non linéaire en 
fonction de la tension de commande et de la puissance RF restent à solutionner. Cette 
technique, combinée à O¶XWLOLVDWLRQGHVPDWpULDX[IHUURpOHFWULTXHVGHIDLEOHVSHUWHVSHXWêtre 
une solution intéressante susceptible de palier aux problèmes identifiés. Elle permet 
théoriquement G¶obtenir des antennes agiles en fréquence sans dégrader leurs performances. 
&¶HVW FHWWHVROXWLRQTXLDpWpUHWHQXHSRXUODUpDOLVDWLRQG¶DQWHQQHUHFRQILJXUDEOHGXUDQWces 
travaux de thèse.    
Enfin, les matériaux perovskites que nous utiliserons ont été brièvement présentés (La-Ti-
O-N et BST). Le choix des techniques de caractérisation diélectrique des couches minces La-
Ti-O-N et la réalisation des dispositifs seront présentés dans le chapitre II et III. Les résultats 
de ces caractérisations seront présentés dans le chapitre IV. /¶LQFRUSRUDWLRQGHVFRPSRVpVLa-
Ti-O-N et BST dans les dispositifs antennaires sera présentée dans le Chapitre V. 
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I.    INTRODUCTION  
Dans cette thèse, des nouveaux matériaux perovskites de la famille La-Ti-O-N vont être 
étudiés et leurs propriétés physico-chimiques et diélectriques seront présentées. Des premières 
mesures [1] effectuées sur le matériau oxynitrure LaTiO2N, déposé sous forme de films 
PLQFHVRQWPRQWUpTX¶LOSRVVqGHXQHIRUWHFRQVWDQWHGLpOHFWULTXHHWGHVSHUWHVDVVH]IDLEOHV
Le matériau oxyde La2Ti2O7 est lui considéré comme  ferroélectrique [2], [3].  
Dans le but de renforcer la connaissance des propriétés diélectrique des composés La-Ti-
O-N et de les exploiter pour des applications en radiofréquence, des caractérisations 
diélectriques, en basses et hautes fréquences, ont été réalisées durant cette thèse. Dans la 
littérature, plusieurs méthodes de caractérisation sont proposées. Le choix des méthodes les 
plus appropriés à la caractérisation de nos composés, étudiées par simulation et confirmées 
par mesure, sera présenté dans ce chapitre avant de présenter la réalisation des dispositifs de 
caractérisation dans le chapitre III et les résultats de caractérisation dans le chapitre IV.    
II.  LES METHODES DE MESURE DES PROPRIETES 
DIELECTRIQUES 
La connaissance précise des propriétés diélectriques des matériaux est extrêmement 
importante. Elle permet non seulement de compléter les connaissances des propriétés 
spécifiques du matériau, mais aussi de définir ses perspectives G¶DSSOLFDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU
dans le domaine des télécommunications. Dans ce volet du manuscrit, nous allons décrire 
succinctement les méthodes de mesure les plus utilisées pour la caractérisation diélectrique, 
qui sont les cavités résonnantes, les lignes de transmission, les structures capacitives et la 
transmission en espace libre. 
'pILQLVVRQVWRXWG¶DERUGOHVGHX[FDUDFWpULVWLTXHVdiélectriques que nous allons citer par 
la suite : la permittivité relative HWODWDQJHQWHGHSHUWHVG¶XQPDWpULDX 
La permittivité relative G¶XQ PDWpULDX (Hr), grandeur complexe, est une propriété qui 
GpWHUPLQH OD UpSRQVH G¶XQ PDWpULDX GLpOHFWULTXH (déplacement diélectrique D& ) à une 
sollicitation électrique (champ électrique E
&
). Elle est donnée par :  
ED r
&& HH0  (2. 1) 
Avec :                                    Hr = H¶MH¶¶ (2. 2) 
Où : 
H0, permittivité du vide = 8,85.10-12 F.m-1 ;  
H¶, partie réelle de la permittivité relative (appelée aussi constante diélectrique) ; 
H¶¶, partie imaginaire de la permittivité relative. 
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Les pertes diélectriques du matériau, quant à eux, sont quantifiées par la tangente de pertes 
comme suit : 
tanG = H¶¶ / H¶ (2. 3) 
II.1. Les méthodes de cavité résonnante 
Les méthodes de cavité résonante sont largement utilisées pour la mesure de la 
permittivité diélectrique complexe des matériaux à faibles pertes. Elles sont basées sur la 
méthode de perturbation [4], [5], où les caractéristiques électromaJQpWLTXHV G¶XQH FDYLWp
rectangulaire ou cylindrique sont mesurées par méthode différentielle  G¶DERUG j YLGH SXLV
partiellement chargée avec le matériau à tester. 
 
Figure II-1- Schéma de la méthode utilisant une cavité résonnante 
 
Selon la théorie de la méthode des perturbations, la constante diélectrique et les pertes 
G¶XQpFKDQWLOORQjFDUDFWpULVHUVRQWGpWHUPLQpHVjSDUWLUGHVIRUPXOHVVXLYDQWHV[4] : 
0
11'
f
f
V
V
A
s
c ' H            et          )11(tan
01
1
QQV
V
B
s
c  G                       (2.4) 
où f0 et Q0 sont la fréquence de résonnance et le facteur de qualité de la cavité à vide, f1 et 
Q1 VRQW FHOOHV GH OD FDYLWp UHPSOLH DYHF O¶pFKDQWLOORQ 10 fff  ' , Vc est le volume de la 
cavité, Vs est le volume de O¶pFKDQWLOORQ $ HW % VRQW GHV FRQVWDQWHV TXL SHXYHQW rWUH VRLW
calculées analytiquement pour un matériau à faibles pertes placé dans une cavité 
rectangulaire, soit déterminées avec le calibrage du dispositif expérimental.  
Notons que O¶pTXDWLRQ 2.4) est valide si les trois hypothèses principales suivantes sont 
satisfaites : 
x /¶pFKDQWLOORQ GLpOHFWULTXH Q¶DIIHFWH SDV OD GLVWULEXWLRQ JpQpUDOH GX FKDPS
électromagnétique (EM) dans la cavité ; 
x /HVSHUWHVPpWDOOLTXHVGHVSDURLVQ¶LQIOXHQFHQWSDV OHVSHUWHV UpVXOWDQWHV GDQV OD
cavité ; 
x Q0 et Q1 sont mesurés à la même fréquence. 
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La méthode des perturbations est particulièrement appropriée aux matériaux à faibles 
SHUWHV/¶LQFRQYpQLHQWPDMHXUGHFHWWHWHFKQLTXHHVWTXHODPHVXUHHVWHIIHFWXpHjXQHVHXOH
fréquence.  
II.2. Les méthodes de ligne de transmission  
Les méthodes de ligne de transmission (ou réflexion/transmission) sont des techniques de 
caractérisation couramment utilisées dans la gamme de fréquences micro-ondes. Elles 
appartiennent au groupe de méthodes non-résonantes de mesure de la permittivité complexe. 
Les lignes de transmission les plus souvent utilisées comme cellules de mesure sont les lignes 
coaxiales [6]±[8], les lignes microrubans [9], [10] et les lignes coplanaires [11]±[15]. Ces 
techniques fournissent les caractéristiques diélectriques du matériau dans une large bande de 
fréquence et sont appropriées aux mesures par microsonde.     
II.2.1. Ligne coaxiale 
La mesure de la permittivité relative et des pertes des matériaux en large bande peut être 
réalisée en utilisant des lignes de transmission coaxiale en mode TEM [6], [16] . Pour cette 
PpWKRGH O¶pFKDQWLOORQest usiné en forme torique (Figure II-2) et placé dans une section de 
OLJQH FRD[LDOH /¶pSDLVVHXU GH O¶pFKDQWLOORQ GRLW rWUH G¶XQ TXDUW G¶RQGH /HV SDUDPqWUHV GH
dispersion sont mesurés et reliés à la permittivité et à la perméabilité relatives par des 
équations analytiques [16], [17]. 
 
(a) (b) 
Figure II-2 - 6WUXFWXUHFRD[LDOHDYHFO¶LQVHUWLRQGHO¶pFKDQWLOORQDHWYXHVXUODWUDQFKHE[16] 
 
Cette méthode donne des résultats assez précis et elle est plutôt appropriée aux matériaux 
à pertes. Par contrHF¶HVWXQHPpWKRGHGHVWUXFWLYHHWHOOHH[LJHGHVGLPHQVLRQVELHQSUpFLVHV
GHO¶pFKDQWLOORQTXLGRLWUHPSOLUSDUIDLWHPHQWODVHFWLRQWUDQVYHUVDOHGHODOLJQHFRD[LDOH 
II.2.2. Ligne microruban 
      Les lignes microrubans ont été largement utilisées dans les circuits micro-ondes en 
raison de leur facilité de fabrication et de leur utilisation en large bande. Le principe de la 
méthode est basé sur la mesure de la permittivité effective de la ligne de transmission qui 
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dépend fortement de la permittivité relative de la région en-dessous de la ligne, donc du 
substrat diélectrique [18] (Figure II-3). 
 
(a)  
 
(b)  
Figure II-3 - Configuration (a) et lignes de champ (b) de la ligne microruban [18]  
 
'DQV OH FDV G¶pFKDQWLOORQV GLpOHFWULTXHV HQ FRXFKHVPLQFHV OD VWUXFWXUe caractérisée est 
multicouches : ligne de transmission sur couche minces diélectrique (à caractériser) sur 
substrat diélectrique (connu), (Figure II-4).  
 
Figure II-4 - Méthode de ligne microruban destructive 
 
La constante de propagation de la structure est déterminée en utilisant la méthode de 
calibrage multi-lignes [19] $ SDUWLU GH OD FRQVWDQWH GH SURSDJDWLRQ HW GH O¶LPSpGDQFH
caractéristique, la capacité et la conductance équivalente de la structure peuvent être 
déterminées. Elles permettent par la suite de calculer la constante diélectrique effective de la 
structure, puis la constante diélectrique intrinsèque de la couche mince diélectrique. Cette 
méthode est dite destructive car elle nécessite le dépôt de la ligne de transmission directement 
sur la couche diélectrique à caractériser [10].  
La méthode de mesure par ligne microruban peut être non-destructive, comme présenté 
dans [9]. Pour cette méthode, la ligne microruban repose sur un autre substrat, qui vient en 
contact de la couche mince diélectrique pour la caractérisation. Pour cette méthode, deux 
PHVXUHVVRQWQpFHVVDLUHVWRXWG¶DERUGXQHPHVXUHjYLGH : ou la ligne vient en contact direct 
avec le substrat, puis une mesure chargée : ou la ligne vient en contact avec la couche mince 
qui repose sur un même substrat que celui utilisé pour la mesure à vide (Figure II-5). 
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Figure II-5 - /LJQHPLFURUXEDQFKDUJpDYHFO¶pFKDQWLOORQ 
 
Cette méthode peut permettre une mesure large bande de la permittivité et de la 
perméabilité complexes de matériaux massifs et isotropes. Les échantillons sont 
rectangulaires et leurs dimensions précisément connues. Les paramètres S de cette ligne sont 
mesurés en utilisant un analyseur de réseau vectoriel, et analysés en associant un programme 
G¶RSWLPLVDWLRQ SUREOqPH LQYHUVH détaillé dans [9]. Ce problème inverse est résolu en 
utilisant un processus numérique basé sur la méthode de Raphson-Newton.  
II.2.3. Ligne coplanaire 
Les lignes coplanaires (CPW, Coplanar WaveGuide) ont été très utilisées ces dernières 
années grâce à leur facilité de connexion aux circuits externes ou aux sondes de mesure sous 
SRLQWHV 'H SOXV OHXU XWLOLVDWLRQ GDQV OHV FLUFXLWV PRQROLWKLTXHV MXVTX¶DX[ IUpTXHQFHV
millimétriques, offre une dispersion du signal relativement basse. Plusieurs utilisations de ce 
type de ligne de transmission pour la caractérisation diélectrique sont publiées dans la 
littérature, ces méthodes peuvent être destructives [7], [11], [12], ou non-destructives [13]±
[15] . 
 
(a)  (b) 
Figure II-6 -(a) Lignes des champs G¶XQHOLJQHFRSODQDLUe sur un matériau diélectrique et (b) ligne 
coplanaire sur structure multicouche [18] 
 
Comme pour les méthodes utilisant des lignes microruban, les méthodes basées sur les 
lignes coplanaires peuvent utiliser un échantillon du matériau à caractériser placé sur la ligne 
pour des mesures non-destructives. Le matériau ici peut être sous forme massive ou sous 
forme de couche mince déposée sur un substrat. Sinon, et dans le cas des mesure destructives, 
O¶pFKDQWLOORQ HVW XQH VWUXFWXUH HQ PXOWLFRXFKH TXL VH FRPSRVH du substrat, sur lequel est 
déposée la couche mince à caractériser, et sur laquelle est déposée la ligne coplanaire (Figure 
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II-6). Ces méthodes sont basées sur un traitement facile et rapide des mesures des paramètres 
S de la ligne coplanaire, en tenant en compte du fait que la propagation est en mode quasi-
TEM. Des relations analytiques permettent de calculer la constante de propagation et 
O¶LPSpGDQFHFDUDFWpULVWLTXHGHODOLJQH 
Des méthodes de ligne coplanaires destructives seront étudiées et utilisées dans cette 
thèse, elles seront détaillées dans la section suivante.  
II.3. Les méthodes capacitives  
Les méthodes capacitives permettent de mesurer les propriétés électromagnétiques en 
plaçant le matériau à caractériser dans une cellule de mesure d¶XQH structure condensateur. A 
partir de cette structure, QRXV SRXYRQVPHVXUHU O¶LPSpGDQFH=RX O¶DGPLWWDQFH< HW SDU OD
suite en déduire la constante diélectrique du matériau en utilisant un circuit équivalent 
G¶pOpPHQWV ORFDOLVpV représentatif de la cellule de mesure. Ces méthodes sont utilisables à 
basse fréquence (du kilohertz au mégahertz [20], [21]), et aussi à haute fréquence (du 
gigahertz [22], [23] à la dizaine du gigahertz [24], [25]). Ces méthodes sont adaptées à la 
caractérisation de couches minces en structure MIM (Figure II-7a) ou en structure coplanaire 
(Figure II-8, sur substrat isolant). 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-7 - Structure capacitive (a) MIM (b) Patch coplanaire 
 
Un autre exemple de ces méthodes est celui de la capacité interdigitée coplanaire (IDC) 
[26]±[28], où le conducteur central de la ligne se présente sous forme de doigts interdigités 
pour la caractérisation (Figure II-8). 
 
         (a)                                                                         (b) 
Figure II-8 - Capacité interdigitée (a) et son circuit équivalent (b) 
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/DPpWKRGH ,'&HVW DSSURSULpHSRXU ODEDQGH GH IUpTXHQFH MXVTX¶jTXHOTXHs gigahertz. 
/¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHPpWKRGHHQKDXWHVIUpTXHQFHVHVWOLPLWpHSDUODIUpTXHQFHGHrésonance 
propre du dispositif qui est associée à O¶LQGXFWDQFHSDUDVLWHGHVGRLJWV 
Des méthodes capacitives seront étudiées et utilisées dans ces travaux de thèse. Elles 
seront détaillées dans la partie suivante. 
III. METHODES UTILISEES POUR LA CARACTERISATION 
DIELECTRIQUE DES COMPOSES La-Ti-O-N 
Le choix de la méthode de caractérisation diélectrique à utiliser dépend de plusieurs 
paramètres tels que la mise en forme du matériau à tester, de la gamme de fréquence à étudier, 
GHO¶pTXLSHPHQWGLVSRQLEOH, de la nature physique et électrique du matériau et aussi du niveau 
de précision exigé. Dans le cadre de cette thèse, nous étudierons des couches minces 
diélectriques, qui possèdent des fortes permittivités et de pertes assez faibles. Ces couches 
PLQFHVRQWGHVpSDLVVHXUVGHO¶RUGUHGHODFHQWDLQHGHQDQRPqWUHjPicromètre, déposées sur 
XQVXEVWUDWGLpOHFWULTXH/DFDUDFWpULVDWLRQV¶HIIHFWXHUDVRXVSRLQWHVSRXUXQHODUJHJDPPHGH
fréquence. Après avoir tenu compte de tous ces paramètres, les méthodes de lignes 
coplanaires et la structure condensateur apparaissent les plus appropriées pour la 
caractérisation des couches minces La-Ti-O-N.    
III.1. Méthodes de lignes coplanaires 
Une ligne CPW (Coplanar Wave Guide) est déposée sur un échantillon diélectrique, puis 
caractérisée. Nous détaillerons dans la suite deux méthodes possibles pour extraire la 
permittivité relative et les pertes du matériau, qui sont la méthode Nicholson ± Ross ± Weir et 
la méthode multi-lignes. Nous détaillerons ensuite la méthode de transformation conforme 
³Conformal Mapping Method´ (CMM) qui permet de calculer les caractéristiques 
intrinsèques de la couche mince diélectrique à partir de la permittivité effective de la structure 
multicouche (ligne + couche + substrat) utilisée. 
III.1.1. La procédure Nicholson ± Ross ± Weir et la technique CMM 
La méthode Nicolson-Ross-Weir 15: HVW EDVpH VXU O¶LQYHUVLRQ GHV IRUPXOHV GH
Fresnel-Airy [29], qui expriment les coefficients normaux de réflexion S11 et de transmission 
S21 j SDUWLU GH O¶LPSpGDQFH G¶RQGH G¶XQH FRXFKH G¶XQPDWpULDX GRQQp HW de son indice de 
réfraction. Nicolson et Ross [17] et Weir [30] ont combiné les équations de S11 et S21 et ont 
GpYHORSSpGHVIRUPXOHVSRXUO¶H[WUDFWLRQGHODSHUPLWWLYLWpHWGHODSHUPpDELOLWp relatives. 
III.1.1.1. Les principes et la théorie analytique   
1) Principe des guides G¶ondes 
Nicolson et Ross [17] RQW XWLOLVp XQ GLVTXH DQQXODLUH G¶XQ PDWpULDX GH
perméabilité 0 rP P P , de permittivité 0 rH H H  HWG¶pSDLVVHXUl, placé dans une ligne coaxiale 
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avec une impédance caractéristique Z0. La ligne possède donc trois tronçons Z0 ± Z ± Z0  
(Figure II-9) avec    Z = 0Z
r
r
H
P
       (2.5) 
 
Figure II-9 - a) une ligne coaxiale avec un disque de matériau. b) Graphe de flot de signal pour a) 
 
La procédure de Nicolson-Ross-Weir est expliquée dans la Figure II-10. 
 
Figure II-10 -  La procédure de Nicholson-Ross-Weir 
 
Le coefficient de UpIOH[LRQ GH O¶RQGH LQFLGHQWH j O¶LQWHUIDFH GHV GHX[ WURQoRQV
G¶LPSpGDQFHVGLIIpUHQWHVHVWGRQQpSDU : 
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Le coefficient de transmission T entre A et B est donné par :   
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Où :   
c, vitesse de la lumière dans le vide ; 
 F, fréquence opérationnelle ; 
 Fc , fréquence de coupure dans le mode TE ; 
Ȝ0 , longueur G¶RQGHGDQVO¶HVSDFHOLEUH ; 
Ȝc , longueur G¶RQGHGHFRXSXUHG¶XQHVHFWLRQGHODOLJne de transmission  
      (Ȝc  SRXUXQHOLJQHHQ mode TEM) ; 
 J0 et J , constantes GHSURSDJDWLRQGXJXLGHG¶RQGHYLGHHWUHPSOLSDUOHPDWpULDX ; 
 Ȝog et Ȝg , longueur G¶RQGHGDQVXQJXLGHG¶RQGHYLGHHWUHPSOLSDUOHPDWpULDX 
 
Les paramètres S21 et S11 peuvent être obtenus à partir du diagramme de la Figure II-9. Un 
VLJQDOLQFLGHQWG¶DPSOLWXGHQRUPDOLVpHDUULYHDXSODQ%DYHFO¶DPSOLWXGHīT. Une partie 
de ce signal est transmise (amplitude = īT(1-ī)O¶DXWUHSDUWLHHVWUpIOpFKLHYHUVOHSODQ
A, avec le coefficient (-ī7HWHVWUpIOpFKLe encore une fois sur le plan A. Cette onde, au plan 
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B, est transmise partiellement vers la 3e section et partiellement réfléchie vers le plan A et 
ainsi de suite. 
Donc : 
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Si on appelle : 
V1 = S21 + S11 
V2 = S21 - S11 
(2.14) 
Donc :                                     *
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Le coefficient de réfle[LRQī pour une ligne de transmission de longueur l peut être calculé 
comme : 
12 &r& *     avec la condition     1*   (2.17) 
Le coefficient de transmission T est calculé à partir des paramètres S11 et S21 : 
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La permittivité et la perméabilité relatives peuYHQWrWUHGpWHUPLQpHVjSDUWLUGHīHW7. 
Comme S
J
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Et on définit à partir de  (2.6) : 
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Cette méthode convient parfaitement à la gamme de fréquences éloignée de la résonance 
GXPRGH7(0RXTXDQG OD ORQJXHXUGH O¶pFKDQWLOORQQ¶HVW SDVXQPXOWLSOHGH ODPRLWLpGH
ORQJXHXU G¶RQGH HIIHFWLYH GDQV OH PDWpULDX $Xtour de ces fréquences, le paramètre S11 
devient très faible, ce conduit à une divergence de X, et donc de ī. Pour résoudre cette 
ambiguïté, plusieurs solutions ont été proposées dans [8], [30], [31].    
 
Solution 1 : Dans la procédure NRW, (2.23) et (2.24) ont un nombre infini de solutions 
car la partie imaginaire de ln (1/T) est égale à )2( nj ST  où n correspond à 
g
l
O (0« 
Pour résoudre ce problème, Weir [30] D SURSRVp XQHPpWKRGH SRXU FDOFXOHU OH µGroup 
delay¶ Ce WHPSVµGroup delay¶ peut être obtenu par deux façons. 
Il est calculé par la formule : 
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Ou bien, à partir de la mesure sous VNA, nous pouvons obtenir : 
df
d
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I
SW 2
1  (2.26) 
Où I est la phase du coefficient de transmission T [30].  
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Donc, la solution est correcte quand n = k, avec lequel : 
Wcal-k  ± W mesure § (2.27) 
  
Solution 2 : Pour des matériaux diélectriques ou des matériaux pour lesquels la valeur de 
la permittivité et de la perméabilité relatives peuvent être estimées, les valeurs de n peuvent 
aussi être calculées en estimant Ȝg à partir des valeurs devinées (exposant*) de İr* et ȝr* : 
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Lorsque la valeur de n est déterminée, nous pouvons en conséquence obtenir les valeurs de 
İr et ȝr.     
 
Solution 3 : Broughriet et al. [31] ont proposé une méthode non-itérative pour des 
matériaux purement diélectriques où ȝr est égale à 1.  
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En plus pour la ligne de transmission en mode TEM, Ȝc   : 
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Chapitre II : Conception des dispositifs pour la caractérisation diélectrique des matériaux La-Ti-O-N 
71 
2) Application de la technique CMM  
(Q SUDWLTXH O¶pFKDQWLOORQ GLpOHFWULTXH pWDQW IRUPp G¶XQH FRXFKHPLQFH GpSRVpH VXU XQ
VXEVWUDWFHTX¶RQGpWHUPLQHSDUODSURFpGXUHNRW sont la constante diélectrique effective et 
les pertes effectives de la structure multicouche µOLJQH  FRXFKH PLQFH  VXEVWUDW¶ /es 
propriétés diélectriques intrinsèques de la couche mince peuvent être calculées en utilisant la 
méthode de transformation conforme ³Conformal Mapping Method´(CMM) proposée par E. 
Carlsson et S. Gevorgian [32]. 
 
Figure II-11 - Une ligne CPW sur un substrat multicouche 
 
6HORQOHWUDYDLOGH(&DUOVVRQODSHUPLWWLYLWpHIIHFWLYHG¶XQHOLJQHCPW est déterminée 
par : 
1 1 2 21 ( 1) ( )eff q qH H H H      (2.36) 
Où : 
 1H , permittivité relative du substrat ; 
2H , permittivité relative de la couche mince ; 
q1 et q2, facteurs de forme associés respectivement au substrat et au film diélectrique. 
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Avec :                                     ' 21i ik k   (2.40) 
La valeur de K(k)/K(k¶) peut être obtenue approximativement par : 
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A partir de la valeur de la permittivité effective, et en utilisant la procédure NRW ainsi 
que des méthodes complémentaires, la valeur de la constante diélectrique de la couche mince 
peut être obtenue : 
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3) Tangente de pertes 
À partir de la procédure NRW, la tangente de pertes effective GHO¶pFKDQWLOORQ multicouche 
est obtenue. En utilisant la technique CMM, la valeur de la constante diélectrique de la 
couche mince peut être extraite. La tangente de pertes, quant à elle, est déterminée par la 
formule suivante [33] : 
2211 tantantan GGG tte   (2.43) 
Où t1 et t2 sont les taux d'inclusions (inclusion rates), qui sont reliés aux facteurs de forme 
associées qi par :  
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III.1.1.2. Validation de la méthode par simulation et par mesure 
Dans cette partie du chapitre nous allons essayer GH YDOLGHU O¶H[WUDFWLRQ GHV SURSULpWpV
diélectrique par la méthode Nicholson ± Ross ± Weir couplée à la méthode de transformation 
conforme. La simulation DLQVLTXHODPHVXUHG¶XQVXEVWUDWFRQQXVRQWWRXWG¶DERUGFRQIURQWHU
3DUODVXLWHODVLPXODWLRQG¶XQpFKDQWLOORQPXOWLFRXFKHFRXFKHPLQFHVXEVWUDWFRQQXest 
UpDOLVpH/¶H[WUDFWLRQGHVSURSULpWpVLQWULQVqTXHVGHODFRXFKHPLQFHSDUODPpWKRGH15:± 
CMM sera comparée aux propriétés de cette couche utilisées lors de la simulation.  
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1) Ligne CPW sur substrat nu 
Dans la suite de ce chapitre, nous noterons les constantes diélectriques (H¶), extraites par 
simulation ou par mesure, par la notation générique Hr. 
a) Simulation  
Le but de ces simulations est de valider et aussi évaluer la précision de la méthode NRW 
pour la caractérisation diélectrique. Une ligne CPW de 50 Ohm reposant sur un substrat de 
propriétés diélectriques connues (alumine) a été simulée. Ses propriétés diélectriques seront 
retrouvées en appliquant la méthode NRW sur les résultats de la simulation.  
 
 
 
Modèle de la ligne : 
Ligne CPW 
Largeur de ligne w = 0,36 mm 
Gap g = 0,14 mm 
Longueur de la ligne : 1,65 mm 
6XEVWUDWG¶DOXPLQH 
Permittivité relative du substrat : Hr = 9,8 
Pertes du substrat : tanG = 0,02 
Epaisseur du substrat = 0,7 mm 
Epaisseur du métal = ȝP 
(a) (b) 
Figure II-12 ± a) Modèle de ligne CPW simple sur substrat G¶alumine et  b) ses paramètres 
 
/DOLJQHHVWVLPXOpHjO¶DLGHGHVORJLFLHOVFRPPHUFLDX[&670LFURZDYHVWXGLRHW$QVRIW
HFSS. 
 
b) Mesure 
Une ligne identique à celle utilisée pour la simulation a été réalisée expérimentalement 
sur un suEVWUDWG¶DOXPLQHGHHr = 9,8,  tDQį  et G¶pSDLVVHXUPP 
Détail de la ligne CPW réalisé VXUOHVXEVWUDWG¶DOXPLQH: 
x Largeur de la ligne centrale w a 0,35 à 0,36 mm 
x Distance entre la ligne centrale et la masse (gap)  g a 0,14 ± 0,16 mm 
x Epaisseur de la ligne a 5 µm 
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Figure II-13 -  Image de la ligne CPW réalisée 
 
/DFRQVWDQWHGLpOHFWULTXHGXVXEVWUDWG¶DOXPLQHDpWpUHFDOFXOpHjSDUWLUGHVSDUDPqWUHV6
mesurés sur la ligne CPW et de la formule permettant le calcul de Heff de cette ligne : 
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c) Résultats 
 
Figure II-14 - Résultat de l'application de la méthode NRW sur une ligne CPW sur un substrat nu 
 
Le résultat de mesure de la ligne CPW (Figure II-14) coïncide parfaitement avec le résultat 
obtenu par simulation. Une constante diélectrique du substrat de Hr ~ 9,8, avec une erreur 
G¶HQYLURQ % a été trouvée. La courbe de la tangente des pertes (Figure II-15) obtenue par la 
mesure est assez bruitée, et montre des valeurs plus élevées vers les basses fréquences. Mais 
ces pertes restent relativement du même ordre de grandeur que celles simulées. 
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Figure II-15 - Tangente des pertes simulée et mesurée obtenues sur VXEVWUDWG¶DOXPLQH nu 
 
2) Ligne CPW sur un échantillon en multicouche La-Ti-O-N/MgO 
Dans cette partie, nous allons simuler une ligne CPW sur un échantillon multicouche 
(couche mince + substrat connu). Les propriétés de la couche mince extraites à partir de la 
simulation en utilisant les méthodes NRW-CMM seront comparées aux propriétés utilisées 
SRXUODUpDOLVDWLRQGHODVLPXODWLRQ8QHHVWLPDWLRQGHO¶LQFHUWLWXGHGHVYDOHXUVde Hr et de tanG 
sera faite. 
 
a) Simulation  
 
/D FDUDFWpULVDWLRQ GDQV OH FDV G¶XQ pFKDQWLOORQ HQPXOWLFRXFKHs, doit se faire en deux 
étapes, comme expliqué dans la Figure II-16. 
 
Figure II-16 - Procédure de calcul des propriétés diélectriques en utilisant des lignes CPW  
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7RXWG¶DERUGODSURFpGXUHHVWIDLWHSRXUXQHOLJQHCPW sur un substrat nu (Figure II-17) 
DILQG¶DYRLU ODYDOHXUGH UpIpUHQFHGH OD WDQJHQWHGHSHUWHV HIIHFWLYHSRXU OD VWUXFWXUHGH OD
ligne CPW, qui comprend les pertes métalliques. Les propriétés diélectriques du MgO sont 
données dans [34] et [35]. 
 
Ligne CPW 
Largeur de ligne w = 0,055 mm 
Gap g = 0,05 mm 
Longueur de la ligne = 5 mm 
Epaisseur du métal = ȝP 
Substrat MgO : 
İr = 9,8 et tanG = 9.10-3 
h = 0,25 mm 
(a) (b) 
Figure II-17 ± (a) Modèle de ligne CPW simple sur un substrat de MgO et (b) ses paramètres 
 
A partir des paramètres de transmission et de réflexion (S21 et S11) de la simulation, nous 
retURXYRQV ODYDOHXUGH ODSHUPLWWLYLWpGXVXEVWUDW DYHFXQHHUUHXUG¶HQYLURQ % (Figure 
II-18). Notons que la courbe de la Figure II-18b représente la tangente des pertes effective de 
toute la structure utilisant la ligne CPW. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-18 - Les valeurs retrouvées (a) de la permittivité et (b) de la tangente de pertes effectives de la 
ligne CPW sur substrat MgO nu 
 
Ensuite, la procédure NRW- CMM est appliquée sur une ligne CPW déposée sur un 
échantillon en multicouche, comme illustré dans la Figure II-19. Dans cette nouvelle 
configuration, la ligne CPW repose sur une couche de La-Ti-O-N déposée sur un substrat de 
MgO. Une valeur de permittivité relative de la couche La-Ti-O-N de 150 a été utilisée pour 
O¶pWXGH QXPpULTXH &HWWH YDOHXU HVW EDVpH sur des études antérieures [36]. Les propriétés 
diélectriques des couches minces La-Ti-O-N étudiées durant cette thèse seront présentées 
ultérieurement dans les chapitres III et IV. 
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Ligne CPW 
Largeur de ligne w = 0,055 mm 
Gap g = 0,05 mm 
Epaisseur du métal = ȝP 
Substrat MgO : 
İr = 9,8 et tanG = 9.10-3 
h1 = 0,25 mm 
Couche La-Ti-O-N : 
İr = 150 et tanG = 0,025 
h2 = 500 nm 
a) b) 
Figure II-19 - 6FKpPDGHSULQFLSHDHWSDUDPqWUHVGHVLPXODWLRQEG¶XQHligne CPW sur un 
échantillon en multicouche  
 
A partir des résultats de simulation des paramètres S et des valeurs de références de la 
ligne CPW sur substrat nu, les valeurs de la constante diélectrique et de la tangente de pertes 
sont recalculées (Figure II-20). 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-20 - Résultat pour la simulation de la ligne CPW sur La-Ti-O-N (Hr = 150)/MgO a) de la 
permittivité et b) tangente de pertes 
 
A 10 GHz, les valeurs de la constante diélectrique et de la tangente des pertes recalculées 
sont respectivement de 177 et 0,031. Ces valeurs ne correspondent pas parfaitement aux 
YDOHXUV LQMHFWpHV SRXU OD VLPXODWLRQ /¶HUUHXU LFL HVW GH  % et 24 % pour la constante 
diélectrique et les pertes respectivement.  
 
b) (VWLPDWLRQGHO¶LQFHUWLWXGHet correction apportée 
Nous avons montré dans la section précédenWHTXH O¶LQFHUWLWXGHVXU OHVYDOHXUVREWHQXHV
pour la caractérisation diélectrique de la couche mince est non négligeable. Afin de connaitre 
O¶RULJLQH GH FHWWH HUUHXU HW pYDOXHU OD SUpFLVLRQ GH OD SURFpGXUH SOXVLHXUV VLPXODWLRQV GHV
lignes CPW sur un échantillon en  multicouches RQW pWp IDLWHV HQ YDULDQW O¶pSDLVVHXU GH OD
couche mince. Les valeurs de constante diélectrique et de tangente des pertes recalculées sont 
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présentées dans les Figure II-21et Figure II-22. Ces valeurs sont prises à la fréquence de 10 
GHz. Les simulations ont été réalisées sous Ansoft HFSS et aussi CST Microwave Studio.     
  
(a) (b) 
Figure II-21 - Calcul de a) la permittivité et de b) la tangente des pertes, en fonction de l'épaisseur de la 
couche mince (entre 200 nm et 10 µm) 
 
  
(a) (b) 
Figure II-22 - Calcul de a) la permittivité et b) la tangente des pertes, en fonction de l'épaisseur de la 
couche mince (entre 200 nm et 2 µm) 
 
NRXV UHPDUTXRQV TXH O¶HUUHXU REWHQXH VXU OD constante diélectrique augmente quand 
O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH PLQFH GLPLQXH HW GHYLHQW LQIpULHXUH j ȝP $X-GHOj GH  ȝP
G¶pSDLVVHXU O¶HUUHXU obtenue avec les deux logiciels HVWG¶HQYLURQ %. Cette erreur est par 
contre de 15 et 12 % pour une épaisseur de 1 µm, par CST Microwave Studio et Ansoft HFSS 
respectivement, et devient de 52 et 2SRXUO¶pSDLVVHXU de 0,3 µm.  
De mrPHO¶HUUHXUREWHQXHVXUODWDQJHQWHGHVSHUWHVVXUXQHFRXFKHPLQFHGHPHVWGH
32 et 28 %, elle augmente à 68 et 24 % pour une épaisseur de 0,3 µm (calculées par CST 
Microwave Studio et Ansoft HFSS respectivement).  
Nous pouvons constater que quelle TXH VRLW G¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH PLQFH O¶HUUHXU
HIIHFWXpH ORUVGH O¶XWLOLVDWLRQGH ORJLFLHO&67 Microwave Studio est SOXVpOHYpH&¶HVWSRXU
FHWWHUDLVRQTXHQRXVFKRLVLVVRQVG¶HIIHFWXHUO¶H[WUDFWLRQGDQVOHUHVWHGXPDQXVFULWDYHFOH
logiciel Ansoft HFSS. 
/HV IRUWHV YDOHXUV G¶erreur obtenues sur la constante diélectrique et sur la tangente des 
pertes viennent GX IDLW TXH O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKHPLQFH GHYLHQW WUqV ILQH SDU UDSSRUW j 
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O¶pSDLVVHXU GHV OLJQHVPpWDOOLTXHV &RPPH H[SOLTXp GDQV [18], une correction de cet écart 
peut être réalisée par la prise en compte des dimensions effectives de la ligne CPW : 
       ' gge  et ' wwe  (2.46) 
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k1 et la constante diélectrique effective doivent aussi être substituées : 
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Figure II-23 - La constante diélectrique retrouvée pour une épaisseur de couche mince de 200 nm 
 
Comparé avec la Figure II-20, le résultat montré dans la Figure II-23 est plus correct. 
Particulièrement à 10 GHz, une valeur de la constante diélectrique très proche de la valeur 
donnée (150) est retrouvée. Par contre, la correction n'affecte pas le résultat des pertes. 
III.1.2. Méthode de caractérisation multi-lignes 
III.1.2.1. Principe 
La méthode multi-lignes est proposée par R. Mark [19] et complétée par M. D. Janezic 
[7]. Elle est très utilisée pour la mesure de la constante diélectrique des couches minces [37]. 
Cette méthode permet de déterminer la constante de propagation à partir des paramètres de 
transmission et de réflexion de deux 2 lignes de transmission, qui peuvent être non  calibrées. 
Pour une ligne i (i = 1, 2) de longueur li, la matrice mesurée en cascade est : 
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La constante de propagation de la ligne est alors calculée par : 
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1)](
2
1
ln[
ll 

  
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J  (2.51) 
Où O  et O  sont les deux valeurs propres de la matrice M1[M2]-1. 
La constante diélectrique effective de la ligne est reliée à la constante de propagation par : 
                        2
0
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k
eff
JH    Où :         
c
k
Z 0  (2.52) 
De même que pour la méthode NRW, nous utilisons la technique CMM [32] pour calculer 
la permittivité relative de la couche mince en utilisant la procédure expliquée dans la Figure 
II-16 (où la méthode NRW est remplacée par la méthode de 2 lignes).  
III.1.2.2. 9DOLGDWLRQHWHVWLPDWLRQGHO¶LQFertitude de la méthode multi-lignes  
      La procédure est identique à celle utilisée pour la méthode NRW. Une ligne CPW 
reposant sur un échantillon en multicouche (couche mince déposée sur substrat MgO) a été 
simulée sous HFSS (Figure II-24)/¶pSDLVVHXU de la couche mince varie entre 200 nm et 10 
ȝP 
(a) 
Ligne CPW 
Largeur de ligne w = 0,055 mm 
g = 0,05 mm 
Epaisseur du métal = ȝP 
Substrat MgO : 
İr = 9,8 et tanG = 9.10-3 
h1 = 0,25 mm 
Couche La-Ti-O-N : 
İr = 150 et tanG = 0,025 
h2 = 500 nm 
(b) 
Figure II-24 - Schéma de princiSHDHWSDUDPqWUHVHWGLPHQVLRQVEG¶XQHOLJQHCPW sur un 
échantillon en multicouche 
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Les résultats de simulation nous ont permis de retrouver les valeurs de la constante 
diélectrique et de la tangente des pertes utilisées et sont présentés dans la figure qui suit 
(Figure II-25). 
  
(a) (b) 
Figure II-25 - Calcul de la permittivité(a) et de la tangente des pertes(b) en fonction de l'épaisseur de la 
couche mince  
 
Cette figure montre TXH O¶LQFHUWLWXGH REWHQXH VXU OHV YDOHXUV GH OD permittivité est très 
faible (entre 1 et 7 %). Cette dernière est relativement plus faible que O¶LQFHUWLWXGHREWHQXHSDU 
la méthode NRW (Figure II-21). &RQFHUQDQWOHVWDQJHQWHVGHSHUWHVO¶LQFHUWLWXGHHVWHVWLPpH
à 28 % et 24 % avec les épaisseurs respectives de 1 et 0,3 µm. Cette incertitude reste assez 
proche de celle obtenue par la méthode NRW, mais O¶LQWpUrWde la méthode 2 lignes est que les 
résultats sont indépendants de la calibration. En utilisant cette méthode nous pourrons espérer 
réduire les effets parasites dus aux équipements et aux dispositifs de mesure.   
III.2. Méthode de capacité MIM  
III.2.1. Modèles analytiques 
Plusieurs structures capacitives sont utilisées en bibliographie pour la caractérisation en 
hautes fréquences des couches minces diélectriques telles que dans [24]. Ici nous avons choisi 
deux structures qui seront présentées dans les paragraphes suivants. 
III.2.1.1. Modèle 1 - Disques imbriqués 
 
a) 
 
b) 
Figure II-26 - Modèle 1 de la capacité MIM utilisée a) vue de dessus b) vue de coupe 
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La méthode de capacité MIM (Métal-Isolant-Métal) utilisant les capacités en plaques 
métalliques coplanaires est largement employée pour la caractérisation diélectrique des 
couches minces en microondes. Comme illustré dans la Figure II-26, la couche mince du 
matériau à mesurer est déposée sur une électrode inférieure (couche métallique, ici platine Pt). 
/¶pOHFWURGHVXSpULHXUHHVWUpDOLVpHSDUGHX[GLVTXHVPpWDOOLTXHVLPEULTXpVDYHFGHVUD\RQV R 
et r. Cette structure, originalement proposée par Ma et al. [24]Q¶H[LJHSDVGHODJUDYXUHVXUOD
couche PLQFHSRXU ODFRQQH[LRQj O¶pOHFWURGH LQIpULHXUH [38], mais plutôt de la gravure des 
électrodes métalliques, ce qui est relativement plus facile. Une microsonde G-S-G  (Ground±
signal±Ground) coplanaire HVWXWLOLVpHSRXUODPHVXUHGHO¶LPSpGDQFHHQWUHODSDstille centrale 
et le disque extérieur (Figure II-27).  
 
Figure II-27 - Configuration de mesure pour le modèle 1 de la structure MIM 
 
La capacité est modélisée par le circuit équivalent présenté en Figure II-28. 
 
 
Figure II-28 - Circuit équivalent du modèle 1 de la structure MIM utilisée 
 
C1 et R1 représentent respectivement la capacité et la résistance de la couche mince entre 
OHGLVTXHLQWHUQHVXSpULHXUHWO¶pOHFWURGHLQIpULHXUH&2 et R2 représentent celles entre le disque 
H[WHUQHVXSpULHXUHWO¶pOHFWUode inférieure. Rs représente la résistance de la partie d'électrode 
LQIpULHXUHTXLQ¶HVWSDVFRXYHUWHSDUO¶pOHFWURGHVXSpULHXUH 
/¶LPSpGDQFHGHODVWUXFWXUHZDUT est donnée par la relation qui suit [24] : 
1 2
1 2
1 1 1
DUT sZ R jX R R R
j C CZ
§ ·      ¨ ¸© ¹
 (2.53) 
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'¶DXWUHSDUWO¶LPSpGDQFHHVWDXVVLHxtraite de la mesure du paramètre S11 : 
jXR
S
S
Z
Z  ¸¸¹
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 
11
11
0 1
11
 (2.54) 
Du coup, en variant la dimension du disque central (mesure sur deux disques de rayons r1 
et r2), nous pouvons déduire la valeur de la constante diélectrique de la couche isolante (ici 
nous accéderons directement à la constante diélectrique intrinsèque de la couche mince à 
caractériser) : 
1 2 2 2
0 1 2
1 1 1
Im( )DUT DUT
r
d
Z Z
r rZ SH H
§ ·   ¨ ¸© ¹
      sachant que      
d
r
C r
2
0
SHH  (2.55) 
La tangente de pertes est donnée par :  
Re( )
tan
Im( )
DUT s
DUT
Z R
Z
G    (2.56) 
Où :                                  eq
s
s R
r
R
R  ))(ln(
2S
U
 (2.57) 
Dans cette formule, sU est la résistance de surface du métal. On peut O¶estimer : 
- Pour une tension DC : s
t
UU   où U est la résistivité du métal et t est O¶épaisseur 
de la métallisation 
- Pour une tension AC (dans la bande RF) : s
s
UU G  
Où sG HVWO¶pSDLVVHXUGHSHDX : 
0
s
rf
UG S P P                                            (2.58) 
Dans le calcul des pertes, nous devons ajouter un paramètre Req, qui est la résistance 
équivalente pour la résistance parasite de l'électrode extérieure, les pertes métalliques des 
électrodes et aussi les résistances de contact entre les électrodes et les pointes de mesure. La 
valeur de Req peut être considérée comme une valeur de correction pour la mesure de la 
tangente de pertes et estimée expérimentalement comme expliqué dans [24], [39].  
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III.2.1.2. Modèle 2 - Patchs rectangulaires 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-29 - Modèle 2 de la capacité MIM utilisée a) vue de dessus b) vue en coupe 
 
Le premier modèle en disques imbriqués peut montrer des effets parasites assez 
LPSRUWDQWVGXVjO¶pOHFWURGHH[WpULHXUH[24]'DQVOHEXWGHPLQLPLVHUFHVHIIHWVHWG¶XWLOLVHU
une structure exploitable pour les applications Radio Fréquence, nous proposons dans cette 
thèse une nouvelle structure de capacité qui est illustrée dans la Figure II-29. Cette capacité, 
similaire à la structure précédente, HVWFRPSRVpHG¶un plan métallique reposant sur le substrat 
qui FRQVWLWXHUDO¶pOHFWURGHLQIpULHXUHPDVVe flottante) ; l¶pOHFWURGHVXSpULHXUHHVWUpDOLVpHSDU
3 patchs métalliques de forme carrée avec des dimensions a et b. Le circuit équivalent de cette 
structure est présenté en Figure II-30. 
 
Figure II-30 - Circuit équivalent du modèle 2 de la capacité MIM utilisée 
 
La capacité totale est égale à : 
1
1
2
2
2*
2
1
1
21
21 C
C
C
C
CC
CC
CT 

   (2.59) 
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Pour cette structure, la valeur de la capacité totale est limitée par la valeur de la capacité 
centrale (plus petite) quelles que soient les dimensions des deux plus grands patchs (capacités 
élevées).  
 
/¶LPSpGDQFHpTXLYDOHQWH du dispositif  est donnée par : 
)
11
(
1
//21
//21
CCj
RRRjXRZ sDUT   Z  (2.60) 
  Avec :                                 ܴݏ =  U ݏ  ܾ െܽܦ  ൬ln൬ܾܽ൰ +ܴ݁ݍ൰ (2.61) 
  Où, R2// et C2// sont la résistance et la capacité équivalentes en parallèle crées par des 
patchs rectangulaires extérieurs  
Rs est la résistance de ODSDUWLHG
pOHFWURGHLQIpULHXUHTXLQ¶HVWSDVFRXYHUWHSDUO¶pOHFWURGH
supérieure. Req est la résistance équivalente pour les pertes parasites des électrodes. 
La valeur de la permittivité relative de la couche mince est calculée à partir de la mesure 
GHO¶LPSpGDQFHGXGLVSRVLWLIHQYDULDQWODGLPHQVLRQGHODSDVWLOOHFHQWUDOH : 
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III.2.2. Validation de la méthode par simulation 
III.2.2.1. Modèle 1  
Une simulation de la structure de la capacité du modèle 1 est réalisée par HFSS avec les 
dimensions et propriétés suivantes : 
x La couche mince diélectrique :  
Hr = 80, 100 ou 150, tangente de pertes  = 0,02 et épaisseur de la couche mince  d = 
500 nm.   
x Les électrodes supérieures en argent (V = 6,1.107 S/m) :  
r = 30 ȝm et R = 80 ȝm. 
La capacité totale (Figure II-31) est calculée par : 
f
Y
CT S2
)11Im(  
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Figure II-31 - La capacité de structure 1 simulée en fonction de la fréquence pour trois valeurs de 
permittivité : 80, 100 et 150 U ȝP 
 
Par la suite, la constante diélectrique de la couche mince est recalculée en utilisant deux 
capacités MIM avec différents rayons du disque central (Figure II-32). 
 
Figure II-32 -  Modèle 1 de la capacité MIM avec un rayon central différent (r1 et r2) 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-33 - Résultat de permittivité(a) et de tangente des pertes(b) pour  r1 = 30 µm, r2 = 50 µm, Hr = 
150 
 
La permittivité utilisée pour la couche mince diélectrique est retrouvée avec une erreur 
G¶HQYLURQj/DFigure II-33 montre que la tangente des pertes effectives du dispositif 
augmente très vite avec la fréquence. Selon Z. Ma [24], la valeur de Req est choisie de telle 
sorte que l'effet parasite de l'électrode extérieure soit compensé ou bien que les valeurs des 
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pertes soient les plus possibles indépendantes de la fréquence. En appliquant une valeur de 
correction Req = 0,5 Ohm, la tangente de pertes intrinsèques du matériau est retrouvée. 
III.2.2.2. Modèle 2 
La simulation de cette capacité (Figure II-34) est réalisée par HFSS avec les dimensions et 
les caractéristiques suivantes : 
x La couche mince diélectrique :  
Hr = 80, 100 et 150 ; tangente de pertes  = 0,02 et épaisseur de la couche mince = 500 
nm.   
x Les électrodes (patchs) supérieures :  
a = 30 ȝm et b = 200 ȝm. 
 
Figure II-34 - La capacité MIM simulée avec le modèle 2 pour une permittivité de la couche mince de 80, 
100 et 150 (a = 30 µm et b = 200 µm) 
 
Par la suite, et comme précédemment, la permittivité de la couche diélectrique est 
recalculée en utilisant deux capacités MIM avec différentes dimensions de la pastille centrale. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-35 - Résultat de la permittivité (a) et de la tangente des pertes(b) pour  a1 = 30, a2 = 50, Hr = 100 
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Les valeurs de la permittivité extraites (Figure II-35a) sont plus stables que dans le modèle 
1HWSUpVHQWHQWXQHHUUHXUG¶HQYLURQ7 % par rapport à la valeur utilisée initialement pour la 
simulation. La Figure II-35b montre que la tangente des pertes effective du dispositif dépend 
de la fréquence. Mais par rapport au modèle 1, la variation de la courbe en fonction de la 
fréquence est beaucoup plus faible. Une valeur de résistance de correction Req de 0,03 Ohm a 
été utilisée pour cette simulation, soit seize fois plus faible que celle utilisée pour le modèle 1.  
III.2.2.3. (VWLPDWLRQGHO¶LQFHUWLWXGe  
Pour évaluer la précision de la méthode, plusieurs simulations des structures MIM sur un 
pFKDQWLOORQHQ PXOWLFRXFKHRQWpWp IDLWHVHQYDULDQW O¶pSDLVVHXUGH ODFRXFKHPLQFHGHd = 
200 QP j  ȝP /HV YDOHXUV GH SHUPLWWLYLWp HW GH WDQJHQWH GHV SHUWHV VRQW UHFDOFXOpHV HW
présentées dans les Figure II-36 et Figure II-37 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-36 - Calcul de la permittivité dans la bande 0,1-20 GHz (a) et à 10 GHz (b) en fonction de 
l'épaisseur de la couche mince pour le modèle 1 ± Disques imbriqués 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-37 - Calcul de la permittivité dans la bande 0,1-20 GHz (a) et à 10 GHz (b) en fonction de 
l'épaisseur de la couche mince pour le modèle 2 ± Patchs rectangulaires 
 
La permittivité initiale est retrouvée avec une erreur de 4 à 8 % pour le modèle 1 et de 3 à 
12 % pour le modèle 2 quand l'épaisseur de la couche mince augmente de 0,2 à 1 µm. Nous 
pouvons remarquer que l'erreur augmente linéairement avec l'augmentation de l'épaisseur de 
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la couche, elle devient de 52 % pour le modèle 1 et 104 % pour le modèle 2, à 10 µm 
G¶pSDLVVHXU. Ce phénomène peut être expliqué comme suivant : quand la couche est fine, les 
lignes du champ électrique traversent la couche et arrivent au plan de masse flottant, donc 
forment l'effet des capacités en séries comme illustré dans les Figure II-26 et Figure II-29. 
Lorsque la couche devient plus épaisse, les lignes du champ se dispersent et une partie passe 
directement à l'électrode extérieure, qui forme un effet de capacité en parallèle (Figure II-38). 
Les circuits équivalents des Figure II-28 et Figure II-30 ne sont plus précis, d'où les erreurs 
estimées. 
 
Figure II-38 ± Les lignes de champs électriques avec différentes épaisseurs de la couche mince 
 
 Au contraire du calcul de la permittivité, le calcul de la tangente de pertes est plus précis 
quand l'épaisseur de la couche mince augmente/¶LQFHUWLWXGHGHFHWWHvaleur, pour le modèle 
1 et à la fréquence de 10 GHz, est de O¶RUGUHGH2 %  pour une couche mince de 10 µm mais 
devient de 300 ORUVTXHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHdiminue à 0,2 µm. 
La même observation est faite sur les incertitudes observées sur le modèle 2. A 10 GHz, 
HOOHVVRQWGHO¶RUGUHGH1 % SRXUPG¶pSDLVVHXUHWGH  140 % pour 0,2 µm. Ces valeurs 
sont non négligeables. 
 Ceci est expliqué par l'effet des lignes de champ électrique (Figure II-38). Quand la 
couche est plus épaisse, la partie des lignes de champ qui arrive à la masse flottante est de 
moins en moins importante. Du coup l'effet inductif, dû à la section métallique de la masse 
flottante (en argent et titane) située entre les deux électrodes, est réduit. Comme la tangente 
des pertes est calculée directement à partir de l'impédance, elle est donc calculée de façon plus 
précise (Figure II-39 et Figure II-40). 
8QH FRUUHFWLRQ SDU O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQH UpVLVWDQFHReq (paragraphe III.2.1), a permis de 
réduire cette incertitude (Figure II-39 et Figure II-40). Elle devient de 20 % et 40 % pour une 
FRXFKHGHPG¶pSDLVVHXUSRXUOHPRGqOHHWPRGqOHUHVSHFWLYHPHQWMais la valeur 
de cette correction, reste expérimentalement difficile à définir, et OD YDOHXU GH O¶LQFHUWLWXGH
reste donc inconnue, si les pertes du matériau ne sont pas connues (ce qui est le cas dans la 
caractérisation de nos couches minces dans le chapitre IV). 
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(a) 
 
(b) 
Figure II-39 ±Calcul de la tangente des pertes selon la variation d'épaisseur de la couche mince, a) sans 
correction et b) avec correction, Req = 0,3:, du modèle 1 ± Disques imbriqués 
 
 
(a) 
 
(b) 
Figure II-40 - Calcul de la tangente des pertes selon la variation d'épaisseur de la couche mince, a) sans 
correction et b) avec correction, Req = 0,1:, du modèle 2 ± Patchs rectangulaires  
 
III.3. Mesure diélectrique en basse fréquence 
La technique de caractérisation diélectrique utilisant une structure Métal/Isolant/Métal 
(MIM) est la méthode la plus utilisée pour les mesures en basses fréquences/DFDSDFLWpG¶XQ
condensateur formé par cette structure est utilisée pour déduire la valeur de la constante 
diélectrique de la couche mince située entre les deux électrodes, ainsi que les valeurs des 
pertes diélectriques [40]. 
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(a) 
 
(b) 
Figure II-41 - Schéma du principe de la mesure par structure MIM en basse fréquence a) et 
représentation de la tangente de pertes suivant Fresnel b) 
 
La valeur de Hr est déduite des mesures de la capacité C. Les pertes diélectriques pour 
cette structure FRUUHVSRQGHQWjO¶pQHUJLHTXLHVWGLVVLSpHGDQVOHPDWpULDXORUVTXHFHOXL-ci est 
soumis à un champ électrique. La notion de pertes diélectriques peut être introduite en 
utilisant le diagramme de Fresnel et le schéma équivalent (Figure II-41). Ce diagramme met 
HQUHODWLRQO¶LQWHQVLWpHWODWHQVLRQDSSOLTXpHVDX[ERUQHVG¶XQFRQGHQVDWHXUDILQGHPHWWUHHQ
évidence le déphasage existant entre ces deux grandeurs.  
'¶DSUqVOHGLDJUDPPHGH)UHVQHORQD : 
C
R
I
I
&
&
 Gtan  (2.63) 
Sur le schéma équivalent, on peut voir que : 
cR III
&&&   
Donc :     ZjC
I
RIU
C
R
&
&    (2.64) 
'¶R :             
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11
tan         et      
0.
.
HH S
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r   (2.65) 
Où S et t sont, respectivement, la surface de l'électrode et l'épaisseur de la couche 
diélectrique ; 1120 10.85,8
 FmH est la permittivité de l'air. 
Les pertes diélectriques du condensateur sont donc caUDFWpULVpHVSDUODWDQJHQWHGHO¶DQJOH
GHVSHUWHVį'DQVOHFDVROHVSHUWHVGXPDWpULDXVRQWWUqVIDLEOHV5WHQGYHUVO¶LQILQLHWOH
VFKpPD pTXLYDOHQW Q¶HVW SOXV UHSUpVHQWp TXH SDU XQH FDSDFLWp Il est à noter que les pertes 
diélectriques peuvent être H[SULPpHVjO¶DLGHG¶XQHDXWUHJUDQGHXUDSSHOpHIDFWHXUGHTXDOLWp
Ce paramètre, noté Q, est lié aux pertes diélectriques par la relation : 
Gtan
1 Q  (2.66) 
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IV. CONCLUSION 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les structures utilisées pour la caractérisation 
diélectrique des nouveaux matériaux perovskites La-Ti-O-N. Un descriptif succinct des 
méthodes de caractérisation diélectrique en hautes fréquences les plus couramment utilisées 
dans la bibliographie a été fait dans cette partie du manuscrit. Quelques méthodes ont été 
étudiées plus en détail afin de choisir celles qui répondent le mieux à nos besoins et aux 
caractéristiques des composés La-Ti-O-N étudiés. A partir des résultats de cette étude, deux 
types de structure ont été choisis et présentés en détail. Les formules théoriques proposées 
SRXUO¶H[WUDFWLRQGHODSHUPLWWLYLWpHWGHVSHUWHVGLpOHFWULTXHVRQWpWpGpFULWHV/¶XWLOLVDWLRQGH
ces méthodes, adaptées à la mesure de couches minces, nous permettra, comme présenté dans 
la suite de ce manuscrit, d'accéder aux propriétés du matériau sur une large bande de 
fréquence. 
/¶HVWLPDWLRQGHO¶LQFHUWLWXGHGHFHVPpWKRGHVDpWpUpDOLVpHSDUVLPXODWLRQHWSDUPHVXUH
G¶XQPDWpULDX FRQQX /HV SUHPLqUHV VRXUFHV G¶HUUHXU WHOOHV TXH O¶HIIHW GH O¶pSDLVVHXU GH la 
couche mince, dH O¶pSDLVVHXU GH la ligne de transmission et GH O¶LQGXFWDQFH HW UpVLVWDQFH
parasite de la structure MIM, ont été discutées. Des corrections proposées dans la littérature 
ont été introduites afin de réduire cette incertitude.  
Les méthodes utilisant des ligQHVGHWUDQVPLVVLRQPRQWUHQWXQHLQFHUWLWXGHG¶HQYLURQ % 
pour la mesure de la permittivité et 28 % pour la tangente de pertes. La précision pour la 
PHVXUHGHODSHUPLWWLYLWpDXJPHQWHDYHFO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHPLQFHTXLHVWGDQVQRWUHFDV
limitée à quelques centaines de nanomètres, comme nous le verrons dans le chapitre des 
résultats diélectriques (Chapitre IV). Les méthodes utilisant des structures de capacité MIM, 
TXDQWjHOOHVPRQWUHQWXQHHUUHXUG¶HQYLURQ % pour la mesure de la constante diélectrique et 
20 % sur la tangente des pertes dans le modèle 1 le plus favorable, qui sera donc utilisé dans 
les résultat du chapitre IV. 
A partir de cette étude, différents dispositifs pour la caractérisation des couches minces 
La-Ti-O-N ont été réalisés (Chapitre III). Les résultats obtenus avec ces dispositifs seront 
présentés et analysés dans le chapitre suivant (Chapitre IV).       
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I. INTRODUCTION 
Dans ce chapitre, nRXVSUpVHQWHURQVWRXWG¶DERUGHWEULqYHPHQWOHVGLIIpUHQWHVPpWKRGHV
généralement utilisées pour le dép{WGHVFRXFKHVPLQFHV/HSURFpGpGHGpS{WPLVHQ°XYUH
pour la croissance des couches minces La-Ti-O-N sera ensuite détaillé ainsi que les 
différentes méthodes de caractérisations physico-chimiques utilisées. Les différentes phases 
oxydes et oxynitrures du système La-Ti-O-N seront ensuite présentées. La réalisation des 
dispositifs pour la caractérisation diélectrique en basses et hautes fréquences sera finalement 
développée.  
II.  METHODES DE DEPOT DES COUCHES MINCES 
FERROELECTRIQUES 
Diverses techniques sont employées pour déposer des couches minces de haute qualité, 
parmi lesquelles le dépôt par ablation laser pulsé (PLD)[1], le dépôt en solution 
organométallique (MOD) [2], le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) [3], le sol-gel [4], [5] 
et la pulvérisation cathodique [6], [7].  
Les méthodes de dépôt de couches minces peuvent être classifiées selon le moyen utilisé 
pour la production du composé qui formera la couche (Figure III-1) : 
- Processus chimique : la synthèse du composé UpVXOWH G¶XQH UpDFWLRQ FKLPLTXH HQWre 
différentes molécules ; 
- Processus physique : une vapeur ionisée (contenant les atomes à déposer) est produite 
par XQHLQWHUDFWLRQSXUHPHQWSK\VLTXHSXOYpULVDWLRQpYDSRUDWLRQ« 
 
Figure III-1 - Méthodes de dépôt de couches minces 
 
Le principe de quelques techniques de dépôt de couches minces, les plus fréquemment 
utilisées, est expliqué dans ce qui suit. 
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II.1. Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 
Cette PpWKRGHSHUPHWOHGpS{WG¶XQILOPVROLGHjODVXUIDFHG¶XQVXEVWUDWFKDXIIpYLDXQH
ou plusieurs réactions chimiques en phase gazeuse. Les précurseurs vaporisés (qui au départ, 
peuvent être en phase solide, liquide, ou gazeuse) sont injectés dans un réacteur où le 
transport de matière est toujours effectué en phase vapeur. Pour le dépôt de couches minces 
ferroélectriques, la technique de CVD la plus courante est la MOCVD (Metal-Organic CVD) 
[8], où les précurseurs sont des composés organométalliques sous forme liquide ou solide 
(mis en solution dans un solvant approprié). La CVD peut également être assistée par un 
plasma (PECVD ± Plasma Enhanced CVD), qui, HQ IRXUQLVVDQW GH O¶pQHUJLH DX[ HVSqFHV
incidentes, SHUPHWG¶DEDLVVHUODWHPSpUDWXUHGXVXEVWUDW[9], [10]. Cette méthode est largement 
utilisée pour le dépôt des couches minces isolantes, diélectriques ou semi-conductrices car 
elle permet le dépôt sur des substrats de grande taille avec des surfaces irrégulières et 
pJDOHPHQW G¶DYRLU GHV YLWHVVHV DVVH] pOHYpHV /¶LQFRQYpQLHQW GH FHWWH WHFKQLTXH UHVWH OHV
hautes températures nécessaires à la réaction chimique produisant le film mince. 
II.2. Dépôt par solution chimique (CSD) 
/HGpS{WSDUVROXWLRQFKLPLTXHGpVLJQHXQW\SHG¶pODERUDWLRQGHPDWpULDX[HQVROXWLRQj
partir de précurseurs moléculaires, la méthode la plus courante étant la voie sol-gel. Celle-ci a 
été utilisée pour déposer des films minces ferroélectriques tels que le KTa1-xNbxO3 [11]. Cette 
technique représente une approche relativement récente qui consiste à obtenir une phase 
solide par hydrolyse et polymérisation à température ambiante de précurseurs moléculaires en 
solution, suivi par un recuit thermique pour éliminer la phase organique mais aussi cristalliser 
la couche mince. Cette technique reste assez simple à mettre en place, mais présente un 
LQFRQYpQLHQW TXL HVW O¶pSDLVVHXU OLPLWpH SDU "run" (typiquement quelques dizaine de 
nanomètres), qui nécessite donc un dépôt en plusieurs "runs" pour des couches plus épaisses.   
II.3. Dépôt physique en phase vapeur (PVD) 
Le dépôt physique en phase vapeur regroupe les techniques de dépôt de couches minces 
suivantes O¶pYDSRUDWLRQWKHUPLTXHO¶DEODWLRQODVHUSXOVp et la pulvérisation cathodique. 
- /¶pYDSRUDWLRQ WKHUPLTXHHVW ODUJHPHQWHPSOR\pHSRXU OHGpS{WGHFRXFKHVPLQFHV/H
matériau à déposer est évaporé ou sublimé dans un creuset sous vide par chauffage à haute 
température. La phase gazeuse obtenue est déposée par condensation sur le substrat et une 
couche mince croît alors sur celui-FL&¶HVW ODPpWKRGHSK\VLTXH ODSOXV VLPSOHjPHWWUHHQ
°XYUH FDU LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH G¶LQMHFWHU GH JD] SRXU FUpHU XQ SODVPD 3DU Fontre, il est 
difficile de déposer des matériaux réfractaires ou à faible tension de vapeur. Elle ne permet 
pas une maîtrise facile de la composition chimique, elle est donc souvent utilisée pour des 
dépôts métalliques simples. 
- /¶DEODWLRQODVHUSXOVp3/D ± Pulsed Laser Deposition), consiste à irradier le matériau-
cible par un faisceau laser focalisé (laser excimère le plus souvent). Lors de cette interaction, 
OHPDWpULDXFLEOHHVWYDSRULVpVRXVIRUPHGHSODVPDTXLVHFRQGHQVHjODVXUIDFHG¶XQVXEVWUDW
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souvent chauffé [12], [13]&HWWHPpWKRGHSUpVHQWHO¶DYDQWDJHGHQHQpFHVVLWHUDXFXQHVRXUFH
WKHUPLTXHSROOXDQWHjO¶LQWpULHXUGHO¶HQFHLQWHFHTXLHVWXQDYDQWDJHWUqVVLJQLILFDWLISRXUOHV
dépôts effectués dans un environnement ultravide. Par contre, elle est souvent limitée par la 
faible taille des échantillons et par le problème de formation de gouttelettes à leurs surfaces 
[14]. 
- La pulvérisation cathodique est la technique utilisée pour le dépôt des matériaux La-Ti-
O-N, elle est détaillée dans le paragraphe suivant.  
III. DEPOT DE COUCHES MINCES PAR PULVERISATION 
CATHODIQUE 
III.1. Principe de la pulvérisation cathodique 
La pulvérisation cathodique continue est un procédé de dépôt sous vide ou dans un gaz 
maintenu à pression réduite. Cette technique permet le dépôt de matériaux conducteurs, 
simples ou composés, sur tous types de substrats. Elle consiste à bombarder le matériau à 
GpSRVHUSDUGHVSDUWLFXOHVLRQLVpHVHWpQHUJpWLTXHVG¶XQJD]UDUHgénéralement O¶DUJRQ) afin 
G¶pMHFWHUOHVSDUWLFXOHVGHODFLEOH&HVGHrnières viennent se déposer sur un substrat afin de 
former la couche mince.  
 
Figure III-2 - Schéma du principe de croissance de couches minces par pulvérisation cathodique 
 
Le mécanisme de la pulvérisation cathodique est illustré dans la Figure III-2 et peut être 
expliqué, en distinguant plusieurs étapes :  
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- Génération du plasma du gaz de pulvérisation :  
Le plasma de pulvérisation est créé en appliquant une différence de potentiel entre deux 
électrodes maintenues sous pression réduite du gaz de pulvérisation /¶XQH GHV pOHFWURGHV
O¶DQRGH HVW FRQVWLWXpH GHV PXUV GH OD FKDPEUH HW GX VXEVWUDW TXL VRQW UHOLpV j OD PDVVH
/¶DXWUHpOHFWURGHODFDWKRGHHVWFRQVWLWXpHGHODFLEOHjSXOYpULVHU 
'DQVO¶pWDWLQLWLDOVWDWLVWLTXHPHQWLO\DWRXMRXUVTXHOTXHVplectrons libres présents dans le 
gaz de la chambre. A cause de la différence de potentiel appliquée, ils subissent des collisions 
avec les espèces neutres du gaz, et créent des ions et des électrons, et par la suite un plasma 
SDU HIIHW G¶DYDODQFKH 8QH IUDction des ions arrivant à la cathode provoque une émission 
G¶pOHFWURQVVHFRQGDLUHVTXLjOHXUWRXUprovoquent une ionisation des espèces neutres. Lorsque 
la tension entre les électrodes permet au QRPEUHG¶pOHFWURQVVHFRQGDLUHVpPLVG¶rWUHégal au 
QRPEUHG¶LRQVSURGXLWVOHSODVPDV¶DXWR-entretient.  
- Le bombardement et la pulvérisation de la cible :  
Les ions gazeux (Ar+) sont attirés par la cathode polarisée négativement. Ils provoquent, 
SDU FROOLVLRQ PpFDQLTXH O¶pPLVVLRQ GHV pOHFWURQV VHFRQGDLUHV HW VXUWRXW O¶pMHFWLRQ GH OD
matière de la cible (Figure III-3). Ces espèces vont alors se SURSDJHU GDQV O¶HQFHLQWH
notamment vers le substrat placé en regard de la cible. Sur leur trajet, ils vont subir à leur 
tour, des multitudes de collisions. 
 
Avant la collision 
 
Après la collision 
Figure III-3 - Schéma du mécanisme de collision lors de la pulvérisation cathodique 
 
- Formation de la couche mince : 
Les espèces pulvérisées se déposent sur le substrat, et leur condensation permet la 
formation de la couche mince. La cristallisation de celle-ci dépend de plusieurs paramètres de 
GpS{WSUHVVLRQSXLVVDQFH«DLQVLTXHGXVXEVWUDWXWLOLVpHWGHVDWHPSpUDWXUH 
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III.2. Les techniques complémentaires à la pulvérisation 
cathodique  
Pour améliorer la vitesse de dépôt et la qualité des couches minces déposées et ainsi 
perfectionner la technologie de dépôt par pulvérisation, plusieurs techniques complémentaires 
sont utilisées : 
a. Pulvérisation Radio-Fréquence : La pulvérisation cathodique en mode continu de cibles 
isolantes ou faiblement conductrices provoque, contrairement à la pulvérisation de 
cibles conductrices, une polarisation positive sur la cible. En effet, les ions Ar+ 
V¶DFFXPXOHQWVXUODVXUIDFHGHODFLEOHHWFRPPHODFLEOHHVWLVRODQWHLOVQHVRQWGRQF
pas écoulés dans le circuit électrique du bâti. Ce phénomène perturbe le processus 
G¶DXWR-HQWUHWLHQ GX SODVPD TXL ILQLW SDU V¶pWHLQGUH 3RXU pYLWHU FH SKpQRPqQH XQ
courant alternatif est appliqué, qui va alterner la polarité de la cible du négatif au positif, 
DILQG¶évacuer les charges positives accumulées. La fréquence RF utilisée est de 13,56 
MHz. 
b. Effet magnétron  /¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH FDWKRGH PDJQpWURQ SHUIHFWLRQQH OD FDWKRGH
FRQYHQWLRQQHOOH HQ SHUPHWWDQW G¶DXJPHQWHU OD YLWHVVH GH GpS{W JUkFH j XQ FKDPS
magnétique intense perpendiculaire au champ électrique.  
/RUVGHODSXOYpULVDWLRQODSUpVHQFHG¶XQFKDPSPDJQpWLTXHJpQpUpSDUOHVDLPDQWVGX
magnétron installés sous la cible et parallèlement à sDVXUIDFHSHUPHWG¶DXJPHQWHU OD
durée de présence des électrons près de lDFLEOH&HFRQILQHPHQWG¶pOHFWURQVDXJPHQWH
ODTXDQWLWpG¶HVSqFHVLRQLVpHVUHVSRQVDEOHGLUHFWHGHODSXOYpULVDWLRQ(QFRQVpTXHQFH
ceci engendre une augmentation du taux de pulvérisation et donc une augmentation de 
la vitesse de dépôt [15]. De nombreuses géométries du magnétron sont possibles, dans 
QRWUHFDVQRXVGLVSRVRQVG¶XQPDJQpWURQSODQFLUFXODLUH 
c. Pulvérisation en mode réactif &RPPHLOHVWLQHUWHO¶DUJRQLQWURGXLWGDQVOHSODVPDQH
participe pas à la composition chimique de la couche mince obtHQXH /¶LQWURGXFWLRQ
G¶XQ DXWUH pOpPHQW FKLPLTXH GDQV OH SODVPD SHXW rWUH UpDOLVpH HQ LQMHFWDQW GDQV
O¶HQFHLQWH UpDFWLRQQHOOH XQ PpODQJH JD]HX[ UpDFWLI $U  12 ou Ar + O2, « &H
SDUDPqWUHVXSSOpPHQWDLUHSHUPHWG¶DMXVWHURXGHPRGLILHUODFRPSRVLWLRQDQLonique de 
OD FRXFKH GpSRVpH /¶XWLOLVDWLRQ GH FH SURFpGp LPSRVH XQ FRQWU{OH WUqV ULJRXUHX[ GX
débit des gaz introduits car les conditions de la pulvérisation dépendent très fortement 
de la pression partielle du gaz réactif [15]. 
III.3. Dispositif de pulvérisation cathodique réactive RF 
magnétron utilisé 
Le système de pulvérisation cathodique RF magnétron utilisé pour le dépôt des couches 
minces La-Ti-O-1 VH FRPSRVH G¶XQH FKDPEUH GH FURLVVDQFH VRXV YLGH G¶XQ V\VWqPH GH
pompage (primaire et secondaire), de plusieurV FLEOHV j SXOYpULVHU G¶XQ JpQpUDWHXU GH
puissance RF et de différentes sources de gaz (Ar, N2 et O2) comme illustré en Figure III-4. 
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/DFKDPEUHGHGpS{WGLVSRVHG¶XQVDVTXLSHUPHWG¶LQWURGXLUHOHVVXEVWUDWVVDQVUHPLVHj
O¶DLUGHODFKDPEUH8QV\VWqPHde pompage constitué de deux pompes (une pompe primaire 
et une pompe turbomoléculaire), SHUPHWGH FRQWU{OHU ODSUHVVLRQGDQV O¶HQFHLQWH8QHDXWUH
pompe primaire permet de contrôler la pression nécessaire dans le sas (10-1 mbar = 10 Pa) 
avant le transfert du substrat vers la chambre de dépôt. Le vide limite, avant introduction des 
gaz dans la chambre, est inférieur à 5.10-7 mbar (5.10-5 3D/HVSUHVVLRQVGDQVO¶HQFHLQWHGH
dépôt et dans le sas de transfert sont mesurées grâce à un ensemble de jauges.  
 
Figure III-4 - 6FKpPDGXGLVSRVLWLIGHSXOYpULVDWLRQFDWKRGLTXH5)PDJQpWURQGHO¶,(75LQVWDOOpDX
GpSDUWHPHQW6*0GHO¶,87GH6DLQW%ULHXF 
 
/¶HQFHLQWH XWLOLVpH SRXU OH GpS{W GHV FRXFKHV PLQFHV SDU SXOYpULVDWLRQ UDGLRIUpTXHQFH
magnétron est de marque Plassys (MP 450S) (Figure III-5).  
 
 
(a) 
 
(b) 
Figure III-5 ± 'LVSRVLWLIGHGpS{WSDUSXOYpULVDWLRQFDWKRGLTXH5)UpDFWLYHGHO¶,(75LQVWDOOpjO¶,87GH
Saint Brieuc (a) enceinte de dépôt, (b) interface de contrôle 
Chapitre III : Couches minces La-Ti-O-N et dispositifs pour la caractérisation diélectrique basses et hautes 
fréquences 
107 
III.4. Les paramètres importants pour le dépôt de couches 
minces par pulvérisation cathodique RF réactive 
Les différents paramètres de dépôt par pulvérisation interviennent sur la qualité des films 
et donc sur leurs propriétés et caractéristiques. Les principaux paramètres ajustables et leur 
impact sur les couches minces sont présentés brièvement dans ce qui suit. 
/H SUHPLHU SDUDPqWUH LPSRUWDQW HVW OD SUHVVLRQ WRWDOH GDQV O¶HQFHLQWH &H SDUDPqWUH
FRQWU{OHOHSODVPDHWGRQFOHVFROOLVLRQVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSDUWLFXOHVO¶pQHUJLHGHVHVSqFHV
incidentes sur lD FLEOH DLQVL TXH O¶pQHUJLH GHV HVSqFHV DX QLYHDX GX VXEVWUDW&HV GLIIpUHQWV
pOpPHQWV MRXHQW XQ U{OH LPSRUWDQW VXU OD YLWHVVH GX GpS{W VXU O¶DGKpUHQFH HW DXVVL VXU OD
cristallisation des films [15]. 
Si le gaz utilisé est réactif, la pression partielle de ce gaz réactif introduit va également 
contrôler la composition finale du film déposé [15]. 
Le second paramètre important de la pulvérisation cathodique radiofréquence est la 
SXLVVDQFH5)XWLOLVpH&HWWHGHUQLqUHPDLWULVHO¶LRQLVDWLRQDLQVLTXHO¶pQHUJLHGes espèces du 
plasma et va donc avoir une incidence directe sur la vitesse de dépôt ainsi que sur la 
cristallisation de ce dernier [15]. 
Un autre paramètre à prendre en considération est la température du substrat. Cette 
température a une influence importante sur la cristallisation de la couche mince. La 
cristallisation est également dépendante du substrat utilisé. En effet, quelle que soit la 
procédure employée pour le dépôt, les propriétés de la couche mince sont fortement 
influencées par les paramètres de dépôt mais aussi par la nature du substrat. Ainsi une couche 
PLQFHG¶XQPrPHPDWpULDXG¶XQHPrPHpSDLVVHXUHWGpSRVpHGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVGH
travail, peut DYRLU XQH FULVWDOOLVDWLRQ GLIIpUHQWH VHORQ TX¶HOOH Dit été déposée sur un substrat 
amorphe ou sur un substrat monocristallin (par exemple SrTiO30J2«[16].  
/¶pSDLVVHXUGXILOPTXDQWjHOOHHVW généralement maitrisée par la variation de la durée de 
dépôt. Mais il faut noter ici que la vitesse de dépôt est fonction du matériau déposé et varie en 
fonction des autres paramètres de dépôt cités plus haut. Ainsi, pour chaque dépôt sous 
FRQGLWLRQVGLIIpUHQWHVXQHHVWLPDWLRQGH O¶pSDLVVHXUHVW HIIHFWXpHHW HVWYpULILpHSDU OD VXLWH
SDUXQHPHVXUHDXPLFURVFRSHpOHFWURQLTXHjEDOD\DJHVXUO¶pFKDQWLOORn (Paragraphe III.5.2). 
Durant cette thèse, les films La-Ti-O-N ont été déposés par pulvérisation cathodique à 
partir de deux cibles de compositions différentes : une cible oxyde et une cible oxynitrure. 
Ces cibles ont été réalisées par simple compactage de poudres en utilisant une pastilleuse 
uniaxiale (de marque Graseby / Specac)/HVSRXGUHVRQWpWpV\QWKpWLVpHVjO¶,65&,QVWLWXWGH
6FLHQFHV &KLPLTXHV GH 5HQQHV GH O¶8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  SDU O¶pTXLSH GX 'U )UDQFN
Tessier. 
Les deux cibles utilisées poVVqGHQWOHVFRPSRVLWLRQVVW°FKLRPpWULTXHVVXLYDQWHV : 
- Oxyde : La2Ti2O7 (de couleur blanche) 
- Oxynitrure : LaTiO2N (de couleur orange) 
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La Figure III-6 montre les photos des cibles placées sur leurs supports avant leur 
introduction dans le bâti de pulvérisation.  
 
  (a) 
 
(b) 
Figure III-6 - Photos des cibles utilisées pour le dépôt des couches minces La-Ti-O-N (a) oxyde La2Ti2O7 
(b) oxynitrure LaTiO2N 
 
Dans le tableau qui suit, sont regroupés les différents paramètres de dépôt utilisés pour la 
réalisation des couches minces La-Ti-O-N utilisées pour cette étude. 
Vide limite du bâti < 5.10-7 mbar (5.10-5 Pa) 
Pression totale (PT) 0,01 à 0,035 mbar (1 à 3,5 Pa) 
Température du substrat (Ts) 25 à 900 °C 
Diamètre des cibles 75 mm 
Puissance RF (PRF) 30 à 100 W 
Nature du gaz réactif O2, N2 et H2O 
Pourcentage du gaz réactif 0 à 50 % 
Temps de pré-pulvérisation de la cible 40 min 
Temps de dépôt Variable suivant épaisseur 
Tableau III-1 ± Les différents paramètres utilisés pour le dépôt des couches minces La-Ti-O-N 
IV. METHODES DE CARACTERISATION PHYSICO-
CHIMIQUE DES COUCHES MINCES La-Ti-O-N 
Nous présenterons ici très rapidement les techniques utilisées pour analyser les 
caractéristiques physico-chimiques des films minces La-Ti-O-N. Le détail de ces techniques 
pourra être examiné en détail dans de nombreux ouvrages, en particulier [17]±[20]. 
IV.1. Diffraction des rayons X (XRD)   
/D GLIIUDFWLRQ GHV UD\RQV ; SHUPHW GH FDUDFWpULVHU O¶pWDW FULVWDOOLQ GHV FRXFKHVPLQFHV
&HFLSHUPHWG¶LGHQWLILHUOHVSKDVHVSUpVHQWHVGDQVOHVFRXFhes, de déterminer O¶RULHQWDWLRQGHV
cristaux ainsi que les paramètres de maille [20]. Le dispositif utilisé lors de cette étude est un 
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diffractomètre Seifert XRD 3003. 
 
Figure III-7 ±  Photo du Diffractomètre de Rayons X  (DRX), Seifert XRD 3003,  installé au département 
6*0GHO¶,87GH6DLQW%ULHXF 
IV.2.  Microscopie électronique à balayage (MEB)   
Le phénomène physique à la base de la microscopie électronique à balayage est 
O¶LQWHUDFWLRQHQWUHXQIDLVFHDXG¶pOHFWURQVLQFLGHQWs et les électrons et les noyaux des atomes 
FRQVWLWXWLIV GH O¶pFKDQWLOORQ j DQDO\VHU [20] &HWWH WHFKQLTXH QRXV SHUPHW G¶REVHUYHU OD
morphologie de surface des films et de mesurer les épaisseurs de ces derniers.  
Le MEB utilisé lors de cette étude est un microscope JEOL JSM 5600. Cette station MEB 
permet également GH UpDOLVHU OD VSHFWURPpWULH j GLVSHUVLRQ G¶pQHUJLH ('6 SRXU OD
microanalyse de composition chimique des échantillons. 
 
Figure III-8 -  Photo du Microscope électronique à balayage (MEB) JEOL JSM 5600 installé au 
département SG0GHO¶,87GH6DLQW%ULHXF 
IV.3.  Spectroscopie UV-Visible  
Cette méthode permet la mesure de la transmittance optique du matériau et la 
détermination de O¶pQHUJLH GX EDQG-gap (Eg) de la couche mince. Cette mesure est réalisée 
grâce à un spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 20. La mesure est effectuée dans la 
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JDPPHGHORQJXHXUG¶RQGe comprise entre 200 et 1100 nm, c'est-à-dire dans le proche UV, 
dans le visible et dans le proche infrarouge.  
 
Figure III-9 ± Photo du spectromètre UV-Visible Perkin-Elmer Lambda 20 installé au département SGM 
GHO¶,87GH6DLQW%ULHXF 
V.  DEPOT DE COUCHES MINCES La-Ti-O-N  
Le dépôt des couches minces La-Ti-O-N a été UpDOLVp GDQV O¶pTXLSH © Matériaux 
Fonctionnels » du département « Antennes et Dispositifs Hyperfréquences » GH O¶IETR 
installée au département Science et Génie des Matériaux à O¶,87de Saint Brieuc. Ces dépôts 
ont été réalisés par M. Yu LU dans le cadre de sa thèse intitulée "Nouveau matériaux pour 
antennes miniatures agiles en fréquence : synthèse et caractérisation diélectrique de films 
minces oxynitrures" soutenue le 25 octobre 2012 [21]. 
Le but de nos travaux étant la caractérisation diélectrique des films La-Ti-O-1HWO¶pWXGH
de leur intégration dans des dispositifs antennaires, les détails concernant les conditions 
utilisées pour les dépôts par pulvérisation, ainsi que les différentes compositions et 
cristallisations des films minces obtenus, seront trouvées GDQVO¶DQQH[HHWdans le manuscrit 
de thèse de M. Yu LU [21]. Néanmoins, nous présenterons dans le paragraphe suivant les 
différentes phases qui ont pu être obtenues et qui seront caractérisées dans le chapitre suivant.  
Les différents films utilisés dans ce travail ont été déposés par pulvérisation cathodique à 
partir de deux cibles différentes (oxyde La2Ti2O7 et oxynitrure LaTiO2N) en présence de 
différents gaz réactifs (O2, N2 et H22 GDQV OH EXW G¶REWHQLU GHV FRXFKHV PLQFHV GH
composition et de cristallisation GLIIpUHQWHVDOODQWGHO¶R[\GHjO¶R[\QLWUXUHLes films déposés 
à partir de la cible oxynitrure sont notés LTON-n°, les films déposés à partir de la cible oxyde 
sont notés LTO-n°. 
V.1. Dépôt de films minces à partir d¶XQH cible oxynitrure 
LaTiO2N  
Selon la proportion et la nature du gaz réactif utilisé, trois types de films sont obtenus, que 
nous présenterons maintenant. 
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V.1.1.  Films oxydes conducteurs LaTiO3 : lorsque aucun gaz réactif 
Q¶HVWXWLOLVp 
/RUVTXHOHGpS{WV¶HIIHFWXHVRXVDUJRQSXUJD]SXOYpULVDWHXUODSKDVHGpSRVpHHVWFHOOH
GH O¶R[\GH /D7L23. Cette phase conductrice est caractérisée par sa couleur noire (Figure 
III-10a). Elle a été identifiée, en plus de sa couleur, grâce à sa faible résistance électrique (de 
quelques k:) et grâce à son diagramme de rayons X, qui montre des pics clairement indexés 
avec la fiche JCPDS du composé LaTiO3 (fiche JCPDS n° 84-1089).  
Ces films LaTiO3 Q¶RQW SDV pWp XWLOLVpV SRXU FHWWH WKqVH j FDXVH GH OHXU FDUDFWqUH
conducteur. 
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Figure III-10 - 3KRWRG¶XQHFRXFKHPLQFH LaTiO3 (a) et diagramme de diffraction des rayons X de la 
couche (b) du LTON-555 (Ì substrat MgO) 
V.1.2. Films oxynitrures LaTiO2N : lorsque le gaz réactif utilisé est le 
Ar + N2 
/H GpS{W GHV FRXFKHV PLQFHV SDU SXOYpULVDWLRQ FDWKRGLTXH G¶XQH FLEOH R[\QLWUXUH VRXV
atmosphère Ar + N2 conduit, et cela quelle que soit la proportion du gaz N2 utilisée, à la 
croissance de la phase LaTiO2N. Cette phase est caractérisée par sa couleur orange (Figure 
III-11a). Elle a été identifiée grâce au diagramme de diffraction des rayons X (un exemple est 
montré Figure III-11b), où les pics de diffraction sont tous indexés selon la fiche JCPDS de 
LaTiO2N (fiche JCPDS n° 48-1230). Il faut noter ici, TX¶un écart à la composition 
VW°FKLRPpWULTXH (20 %) DVRXYHQWpWpGpWHFWpORUVGHO¶DQDO\VH('6SDUDJUDSKHIV.2) de ces 
films [21]PDLVFHWWHFDUDFWpULVDWLRQQ¶DSDVSHUPLVGHquantifier précisément cet écart. 
Il faut noter aussi que les films LaTiOxNy (phase très peu azotée) Q¶RQWSDVSXrWUHREWHQXV
durant la thèse de Yu LU [21](QHIIHWTXHOTXHVRLWOHSRXUFHQWDJHG¶D]RWHGDQVOHSODVPD
de pulvérisation utilisé (% N2), le SRXUFHQWDJHG¶D]RWHGDQVOHILOPGpSRVp1VHUHWURXYDLW
aux alentours de 20 % correspondant à OD FRPSRVLWLRQ VW°FKLRPpWULTXH GX FRPSRVp
LaTiO2N. 
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Eg = 2,4 eV 
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Figure III-11 - 3KRWRG¶XQHFRXFKHPLQFH/D7L22N et band de gap associé (a) et diagramme de 
diffraction des rayons X de la couche (b) du LTON-567 (Ì substrat MgO, ¤ porte-échantillon) 
V.1.3. Films oxydes La2Ti2O7 : lorsque le gaz réactif utilisé est Ar + 
H2O 
(Q SUpVHQFH GH YDSHXU G¶HDX GDQV OD FKDPEUH GH GpS{W OD SXOYpULVDWLRQ GH Oa cible 
oxynitrure induit la croissance de la phase oxyde La2Ti2O7. Cette phase oxyde est isolante, 
avec une résistance électrique de plusieurs M: &RQWUDLUHPHQW j O¶R[\QLWUXUH HW j O¶R[\GH
LaTiO3, La2Ti2O7 est transparent (Figure III-12a). La caractérisation par diffraction des 
UD\RQV ; D SHUPLV G¶LGHQWLILHU FODLUHPHQW FHWWH SKDVH selon la fiche JCPDS de La2Ti2O7  
(fiche JCPDS n° 81-1066). 
 
 
 
Eg = 4,1 eV 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
Figure III-12 - 3KRWRG¶XQHFRXFKHPLQFH/D2Ti2O7 et band de gap associé (a) et diagramme de 
diffraction des rayons X de la couche (b) du LTON-552 (Ì substrat MgO) 
V.2. Dépôt des films à partir d¶XQH cible oxyde La2Ti2O7 
Les travaux de Yu LU [21] ont montré que le dépôt à partir de cette cible conduit à deux 
phases différentes suivant le gaz réactif utilisé. 
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V.2.1. Films oxynitrures LaTiO2N : lorsque le gaz réactif utilisé est le 
Ar + N2 
Lorsque le pourcentage du gaz N2 dans le plasma est suffisant (supérieur à 5 %), la phase 
REWHQXHjSDUWLUGHODSXOYpULVDWLRQG¶XQHFLEOH/D2Ti2O7 HVWFHOOHGHO¶R[\nitrure LaTiO2N.  
La Figure III-13 montre un exemple de résultat de film LaTiO2N obtenu à partir de la 
cible oxyde. Cette phase est identique à celle obtenue précédemment avec une cible 
R[\QLWUXUH FRPPH O¶DWWHVWH OHV GLIIUDFWRJUDPPHV GHV UD\RQV ; (Figure III-11b et Figure 
III-13b) 
 
Eg = 2,3 eV 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
Figure III-13 - 3KRWRG¶XQHFRXFKHPLQFH/D7L22N et band de gap associé (a) et diagramme de 
diffraction des rayons X de la couche (b) du LTO-102 (Ì substrat MgO) 
V.2.2. Films oxydes LaTiO : avec les autres gaz réactifs 
Lors du dépôt jSDUWLUG¶XQHFLEOHR[\GHsous argon pur ou en présence de O2, la phase 
obtenue est un oxyde transparent (Figure III-14a) et isolant. Il ne correspond pas au composé 
identifié précédemment, notamment ses pics de diffraction expérimentaux ne correspondent 
pas à ceux de la fiche JCPDS de La2Ti2O7. Plusieurs hypothèses ont été émises afin 
G¶LGHQWLILHU FHWWH QRXYHOOH SKDVH voir thèse de Y. LU pour plus de détails : [21]). Nous 
noterons cette phase LaTiO HW O¶LGHQWLILHURns à une maille cristalline de symétrie 
RUWKRUKRPELTXHSRXUO¶LQGH[DWLRQGHVSLFVGHGLIIUDFWLRQ)LJXUHIII-14b). 
 
Eg = 3,9 eV 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
Figure III-14 - 3KRWRG¶XQHFRXFKHPLQFH/D7L2et band de gap associé (a) et diagramme de diffraction 
des rayons X de la couche (b) du LTO-119 (Ì substrat MgO) 
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VI. REALISATION DES DISPOSITIFS POUR LA 
CARACTERISATION DIELECTRIQUE DES COUCHES 
MINCES La-Ti-O-N  
Pour les différentes caractérisations diélectriques réalisées lors de cette thèse, plusieurs 
dispositifs ont été nécessaires. La caractérisation en basses fréquences a nécessité des 
dispositifs MIM (Métal-Isolant-Métal) standard, alors que pour la caractérisation en hautes 
IUpTXHQFHVGHVGLVSRVLWLIVFRSODQDLUHVDLQVLTXHG¶DXWUHVstructures MIM ont été réalisés. 
VI.1. Réalisation de circuits pour la caractérisation en basses 
fréquences (BF) 
Pour cette caractérisation UpDOLVpHVXUXQHJDPPHGHIUpTXHQFHV¶pWDODQWGH10 kHz à 100 
kHz, des films minces La-Ti-O-N déposés sur des substrats conducteurs (Nb:STO, Pt/MgO, 
Pt/STO et Pt/Si) ont été utilisés pour la réalisation de la capacité MIM. Le substrat conducteur 
FRQVWLWXH O¶pOHFWURGH LQIpULHXUH GX FRQGHQVDWHXU OD FRXFKH /D-Ti-O-N est le matériau 
GLpOHFWULTXHLVRODQWHWO¶pOHFWURGHVXSpULHXUHHVWIRUPpHSDUGHVSORWVPpWDOOiques de différents 
diamètres (Figure III-15). 
Les plots métalliques supérieurs sont déposés, à travers un masque rigide, par 
pulvérisation cathodique RF (Paragraphe III.3). &HWWHPpWDOOLVDWLRQHVW IRUPpHG¶XQHFRXFKH
G¶DUJHQW GH  QP G¶pSDLVVHXU /D PpWallisation par argent a été choisie pour la forte 
conductivité électrique de ce métal (V ~ 6.107 S/m). Le masque rigide en laiton utilisé pour le 
dépôt comporte plusieurs ouvertures de diamètres allant de 230 à 430 µm ce qui permet 
G¶REWHQLUGHVSORWVG¶DUgent de diamètre allant de 250 à 450 µm. Une pré-pulvérisation, qui 
consiste à pulvériser la cible en absence du substrat, est réalisée avant chaque dépôt de film 
afin de décontaminer la cible. 
 
Figure III-15 - Masque utilisé pour la réalisation des plots pour la caractérisation MIM en basses 
fréquences  
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/HVFRQGLWLRQVGHGpS{WXWLOLVpHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHVSORWVG¶DUJHQWVRQWUpVXPpHVGDQV
le tableau III-3 :  
Vide limite du bâti < 5.10-7 mbar (5.10-5 Pa) 
Pression de travail (Ar) 0,010 mbar (1 Pa) 
'pELWG¶$U 115 cm3/s 
Puissance RF 150 W 
Température de dépôt Température ambiante (~ 20°C) 
Temps de pré-pulvérisation de la cible Ag 5 min 
9LWHVVHVGHGpS{WGHO¶DUJHQW 146 nm / min 
Temps de dépôt 1 min 22 s 
(SDLVVHXUG¶DUJHQWGpSRVpH 200 nm 
Tableau III-2 - &RQGLWLRQVGHGpS{WGHVSORWVG¶DUJHQWSDUSXOYpULVDWLRQFDWKRGLTXH5)SRXUOD
réalisation de la structure MIM (BF) 
 
Les Figure III-16 et Figure III-17 montrent le schéma de principe de la caractérisation 
diélectrique en basses fréquences par pont RLC [22]. 
/HFRQWDFWDYHF O¶pOHFWURGH LQIpULHXUHSHXW VH IDLUHGHGHX[ IDoRQVGLIIpUHQWHV VXLYDQW OH
substrat conducteur utilisé : 
- GrâFHjXQFRQWDFWDYHFXQHSODTXHGHFXLYUHVXUODTXHOOHHVWFROOpjODODTXHG¶DUJHQW
le substrat conducteur Nb : SrTiO3 (Figure III-16). 
- GrâFH jXQSORWGH ODTXHG¶DUJHQWGpSRVpSUpDODEOHPHQW VXU OH VXEVWUDW SODWLQp : Pt / 
SrTiO3, Pt/MgO, Pt/Si (Figure III-17). 
 
 (a) 
  
(b) 
Figure III-16 ± (a) PKRWRG¶XQpFKDQWLOORQFRPSRUWDQWGLIIpUHQWHVFDSDFLWpV0,0 (BF) et (b) Schéma de 
capacité MIM (BF), avec un substrat Nb:SrTiO3  
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(a) (b) 
Figure III-17 - (a) Schéma du principe de la mesure de capacité MIM (BF) et (b) Schéma de capacité 
MIM (BF), avec un substrat platiné (Pt /Si-MgO-STO) 
VI.2. Réalisation de circuits pour la caractérisation en hautes 
fréquences (HF)  
Pour la caractérisation en hautes fréquences (de 0,1 GHz à 20 GHz), deux types de 
dispositifs ont été réalisés : des dispositifs coplanaires (lignes CPW et résonateurs à stub) et 
des condensateurs MIM. Il faut rappeler ici que les dispositifs coplanaires sont réalisés sur un 
substrat isolant (MgO dans notre cas) et que les dispositifs MIM (pour la caractérisation en 
hautes ou basses fréquences) sont réalisés sur des substrats conducteurs (Nb : SrTiO3, 
Pt/MgO, Pt/SrTiO3 et Pt/Si). 
Pour la réalisation de ces différents dispositifs, nous avons utilisé un procédé de 
fabrication de circuits par photo-lithogravure mis au point jO¶,87GH6DLQW%ULHXFpar le Dr 
;DYLHU&DVWHOGHO¶pTXLSH³Matériaux Fonctionnels (MF)´ GHO¶,(75Ce procédé se déroule 
en deux étapes principales : la photolithographie qui consiste à transférer le motif 
JpRPpWULTXH G¶XQPDVTXH VXU XQH FRXFKH GH UpVLQH SKRWRVHQVLEOH GpSRVpH j OD VXUIDFH GH
O¶pFKDQWLOORQ HW OD JUDYXUH FKLPLTXH TXL SHUPHW GH UpDOLVHU Oe motif de la résine sur 
O¶pFKDQWLOORQ 
VI.2.1.  Métallisation des échantillons  
La métallisation des échantillons est réalisée par pulvérisation cathodique RF, directement 
sur les couches minces La-Ti-O-N déposées sur différents substrats isolants ou conducteurs. 
&HWWHPpWDOOLVDWLRQHVWFRQVWLWXpHG¶XQHFRXFKHG¶DFFURFKHGH nm de titane pour garantir une 
meilleure adhérence de OD FRXFKHPpWDOOLTXH SXLV G¶XQH FRXFKH G¶DUJHQW GH  µm (Figure 
III-18). Cette épaisseur métallique a été choisie pour éviter les pertes par effet de peau. Elle 
correspond ici à 3 fois O¶pSDLVVHXUGHSHDXà la fréquence de 10 GHz (épaisseur de peau pour 
O¶DUJHQWHVWGHį Pj*+]Equation 3.1). 
0
1
s
rf
G VS P P  
 
(3.1) 
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Où : 
Gs,  épaisseur de peau ; 
V,  FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHGHO¶DUJHQW ; 
µ0, perméabilité du vide ; 
µrHVWODSHUPpDELOLWpUHODWLYHGHO¶DUJHQW 
 
 
 
Figure III-18 ± Empilement des différentes couches avant la procédure de photo-lithogravure 
 
Les conditions du dépôt métallique sont résumées dans le tableau qui suit : 
Vide limite du bâti < 5.10-7 mbar (5.10-5 Pa) 
Pression de travail (Ar) 0,010 mbar (1 Pa) 
'pELWG¶$U 115 cm3/s 
Puissance RF 150 W 
Température de dépôt Température ambiante (~ 20°C) 
Temps de pré-pulvérisation 
Ti : 2 min 
Ag : 5 min 
Vitesses de dépôt 
Ti : 19 nm / min 
Ag : 146 nm / min 
Temps de dépôt 
Ti : 16 s 
Ag : 13 min 40 s 
Epaisseurs déposées 
Ti : 5 nm 
Ag : 2 µm 
Tableau III-3 - Conditions de dépôt de la métallisation par pulvérisation cathodique RF pour la 
réalisation de la structure MIM (HF) et de la structure coplanaire 
VI.2.2. Photomasque 
Les masques souples ont été utilisés pour la photolithographie. Ils ont été conçus avec le 
logiciel Ansoft Designer version 6.1 et réalisés par la société LITHOS de Chateaubourg (35). 
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Les Figure III-19 et Figure III-20 présentent les masques ainsi que les dimensions des 
différents circuits réalisés durant cette thèse pour la caractérisation diélectrique en hautes 
fréquences.  
Le premier masque est destiné à la réalisation des dispositifs coplanaires (Figure III-19a et 
b). Il comprend 2 lignes CPW (Figure III-19b et c) de longueurs différentes (2 et 5 mm) et un 
résonateur à double stubs (Figure III-19G DYHF VD OLJQH G¶DFFqV /HV OLJQHV &3: VRQW
conçues pour avoir une impédance caractéristique de 50 :. Ces lignes seront utilisées pour la 
détermination des propriétés diélectriques (H¶HWtan G) des matériaux La-Ti-O-N , alors que le 
résonateur à double stubs est un moyen de caractérisation de leur agilité (variation de la 
IUpTXHQFHGH UpVRQQDQFHVRXV O¶DSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSpOHFWULTXHFRQWLQX. Les résonateurs 
XWLOLVpVSRXUFHWWHpWXGHVRQWFRQoXVDILQG¶DYRLUXQHIUpTXHQFHGHUpsonance aux alentours de 
10 GHz.  
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 
Figure III-19 ± Photo du masque pour les dispositifs coplanaires (a), schéma du masque pour les  
dispositifs coplanaires (b), détails de la ligne CPW (c) et détails du résonateur à double stubs (d) 
Le deuxième masque (Figure III-20a et b) est dédié aux dispositifs MIM. Il comprend 
plusieurs structures en "disques" et en "carrés" avec des dimensions qui varient entre 30 et 50 
ȝPSRXU OH UD\RQ UGXGLVTXHFHQWUDO Figure III-20FHWGHjȝPde côté a pour le 
"carré" central (Figure III-20d). Les autres dimensions des dispositifs sont fixées et présentées 
sur les Figure III-20c et d. 
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(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 
Figure III-20 - Photo du masque pour les dispositifs MIM (HF) (a), schéma du masque pour les dispositifs 
MIM (b), détails de la structure MIM en disque (c) et détails de la structure MIM en carré (d) 
 
VI.2.3. 7UDQVIHUWGHODJpRPpWULHGXFLUFXLWVXUO¶pFKDQWLOORQSDUSKRWR-
lithogravure 
Le principe de la photo-lithogravure, qui peut être scindé en deux grandes étapes 
(photolithographie et gravure chimique), est représenté sur la Figure III-21. Le détail des 
différentes étapes est expliqué dans les paragraphes suivants. 
Photolithographie 
Insolation de la 
résine 
photosensible à 
travers le masque 
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Résine photosensible 
positive 
Résine photosensible 
négative 
Développement de 
la résine 
  
Gravure chimique 
de la métallisation  
Gravure chimique 
du métal 
  
Résultat final 
  
Figure III-21 - Principe de la photo-lithogravure G¶XQHFRXFKHPpWDOOLque sur son substrat 
VI.2.3.1. Photolithographie 
Cette procédure consiste à transférer la géométrie du circuit sur une couche de résine 
SKRWRVHQVLEOH SUpDODEOHPHQW GpSRVpH VXU O¶KpWpURVWUXFWXUH $J7L/D-Ti-O-N/Substrat. Son 
principe est schématisé Figure III-21 et expliqué en 6 étapes : 
- Etape 1 /DUpVLQHSKRWRVHQVLEOHSRVLWLYH6KLSOH\6FRQVWLWXpHG¶XQHUpVLQHGHEDVHHW
G¶XQFRPSRVpSKRWRVHQVLEOHGLVVRXWGDQVXQVROYDQWRUJDQLTXHDpWpHQGXLWHSDUFHQWULIXJDWLRQj
la tournette (de marque CHEMAT Technology) VXU O¶pFKDQWLOORQ PpWDOOLVp SHQGDQW  s à la 
vitesse de 500 tours / min puis 20 s à la vitesse de 5500 tours / PLQ/¶pSDLVVHXUGHODcouche de 
résine GpSRVpHVXUO¶pFKDQWLOORQest G¶HQYLURQjȝP 
- Etape 2 : Cuisson de la résine pendant 10 min dans un four à 90°C. Cette étape provoque 
O¶pYDSRUDWLRQGXVROYDQWRUJDQLTXHHWODVROLGLILFDWLRQGHODUpVLQH 
- Etape 3 : Insolation de la résine au travers du masque pendant 14 secondes en utilisant la 
PDFKLQHG¶LQVRODWLRQHWG¶DOLJQHPHQWGHPDVTXHV : Karl Süss 0-%3HQGDQW O¶LQVRODWLRQ OH
rayonnement UV casse les liaisons diazoïques du composé photosensible, formant ainsi des 
groupements carboxyliques. 
- Etape 4 : La résine exposée est alors soluble dans la solution de développement (solution 
basique Shipley MF319), par dissolution des groupements carboxyliques, pendant 1 min. 
- Etape 5 5LQoDJHGHO¶pFKDQWLOORQjO¶HDXGXURELQHWHWjO¶HDXGLVWLOOpHHWVpFKDJHVRXV
IOX[G¶D]RWH 
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- Etape 6 /¶pFKDQWLOORQHVWPLVGDQVXQIRXUj&SHQGDQWPLQ ³traitement post-bake´ 
SRXU DPpOLRUHU O¶DGKpUHQFH GH OD UpVLQH j OD FRXFKHPpWDOOLTXH DYDQW O¶pWDSH GH OD JUDYXUH
chimique du métal (Figure III-22). 
 
Figure III-22 - %XWGX³WUDLWHPHQWSRVW-EDNH´ 
 
/¶pFKDQWLOORQHVWHQVXLWHH[DPLQpDXPLFURVFRSHRSWLTXHSour une vérification des côtes, 
de la qualité des bords et des défauts locaux avant la gravure chimique dHO¶argent et du titane. 
 
                          (a) 
 
                             (b) 
Figure III-23 - ,PDJHGHO¶pFKDQWLOORQDSUqVOHSRVW-bake par microscopie optique, a) zoom 5X et b) zoom 
20X 
VI.2.3.2. Gravure chimique de la métallisation  
Cette partie du procédé permet de transférer le motif réalisé par photolithographie sur la  
résine vers O¶pFKDQWLOORQ (étapes 7 et 8).  
- Etape 7 /¶pFKDQWLOORQREWHQu après la photolithographie est plongé dans la solution de 
gravure. Les métaux sont gravés localement, là où la résine a été développée. 
3RXU OD JUDYXUH G¶DUJHQW, l¶pFKDQWLOORQ HVW SORQJp IRLV SHQGDQW  s dans un composé 
G¶DFLGH QLWULTXH +123 à 60 %), acide phosphorique (H3PO4 à 85 %), acide acétique 
(CH3&22+JODFLDOHWGH O¶HDXGp-ionisée avec la proportion 1 : 4 : 4 : 1 et ensuite rincé à 
O¶HDXGLVWLOOpe HWVpFKpVRXVIOX[G¶D]RWH 
La gravure de titane est réalisée par la suite avec une solution composée d¶DFLGH+) à 3 %. 
Le temps de gravure est de 10 s.  
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Figure III-24 ± Image de l'échantillon après gravure chimique de la couche métallique (image par 
transmission en microscopie optique) 
 
- Etape 8  /D UpVLQH HVW SDU OD VXLWH GLVVRXWH j O¶DFpWRQH HW O¶pFKDQWLOORQ HVW ULQFp j
O¶LVRSURSDQROSXLVj O¶HDXGLVWLOOpHHWVpFKpVRXVXQIOX[G¶D]RWH La Figure III-25 montre le 
détail de dispositifs réalisés par photo-lithogravure. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure III-25 - Images par Microscopie Electronique à Balayage (M(%GHVpFKDQWLOORQVDSUqVO¶pWDSHGH
photo-lithogravure (a) structure MIM en disque (b) résonateur à double stubs en structure coplanaire 
VI.2.3.3. Manipulations complémentaires 
$ILQGHV¶DVVXUHUDYDQW WRXWHJUDYXUHTXH OHVVROXWLRQVGHJUDYXUHG¶DUJHQWHWGH WLWane 
Q¶DOWqUHQWSDVODTXDOLWpGHODFRXFKH/D-Ti-O-N, un échantillon ³test´, avec une moitié de la 
surface recouverte par la résine, est plongé dans les solutions de gravure pendant un temps 
G¶HQYLURQ  IRLV FHOXL XWLOLVp ORUV GH OD JUDYXUH  PLQ GDQV Oa solution de gravure de 
O¶DUJHQW HW  PLQ GDQV FHOOH GH WLWDQH (QVXLWH OD UpVLQH est dissoute. Une observation au 
PLFURVFRSH D FRQILUPp TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV GH GLIIpUHQFH G¶DVSHFW HQWUH OHV  SDUWLHV GH OD
VXUIDFHGH O¶pFKDQWLOORQ La-Ti-O-N utilisé, ce qui signifie que ce dernier est stable dans les 
solutions de gravure.  
Par ailleurs, et aILQG¶pYLWHUWRXWSUREOqPHGHQRQ-adhérence entre la couche métallique et 
la couche La-Ti-O-N lors de la gravure, un traitement thermique des échantillons dans un four 
à 90°C pendant une nuit (12 h) est réalisé avant la métallisation G¶DUJHQW HW GH WLWDQH. Ce 
WUDLWHPHQWSHUPHWO¶pYDFXDWLRQGHO¶KXPLGLWpPDLVDXVVLGHVFRQWUDLQWHVGHODFRXFKH/D-Ti-O-
N. 
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VI.2.3.4. Le problème de surgravure 
 
Figure III-26 ± Schématisation du problème de surgravure 
 
Lors de la gravure du métal, une érosion latérale induit un élargissement des gaps. En 
réalité, les bords de la couche métallique non gravée ne sont pas droits mais courbés Figure 
III-26, ce qui induit une ouverture du gap égale à G + 2t, avec G, le gap prévu sur le masque 
et donc imprimé sur la résine et t, OD VXUJUDYXUH FDXVpH G¶XQ F{Wp GX JDS /D ODUJHXU GH OD
VXUJUDYXUHHVWHVWLPpHjGHX[IRLV O¶pSDLVVHXUPpWDOOLTXHjJUDYHr (donc environ 4 µm dans 
notre cas). Cette surgravure est prise en compte lors de la conception des masques mais reste 
assez aléatoire car elle dépend aussi de la qualité de surface de la couche La-Ti-O-N et des 
pYHQWXHOVGpIDXWVHWLPSXUHWpVSUpVHQWVVXUODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ 
VI.3. Les stations de caractérisation diélectrique utilisées 
Plusieurs stations de mesures ont été utilisées pour la caractérisation diélectrique des 
couches minces La-Ti-O-N. Ces différents outils sont évoqués dans ce qui suit. 
VI.3.1. Banc de mesure pour la caractérisation diélectrique en basses 
fréquences (BF) 
/D PHVXUH HQ EDVVHV IUpTXHQFH D pWp UpDOLVpH GDQV O¶pTXLSH ³Matériaux Fonctionnels 
(MF)´ GHO¶,(75au GpSDUWHPHQW6FLHQFHHW*pQLHGHV0DWpULDX[6*0GHO¶,87GH6DLQW
%ULHXF &HWWH SUHPLqUH PHVXUH HVW UpDOLVpH j O¶DLGH G¶XQ DQDO\VHXU G¶LPSpGance Instek 
/&5TXLIDLWRIILFHG¶XQSRQW5/&Figure III-27). Une calibration simple, Open et Short, 
HVW UpDOLVpH DYDQW G¶HIIHFWXHU XQH VpULH GH PHVXUH (OOH FRQVLVWH HQ OD PHVXUH G¶XQ FLUFXLW
fermé (setoff close) en ramenant en contact les pointes et la plaque de cuivre (support), et 
DXVVLSDUODPHVXUHG¶XQFLUFXLWRXYHUWVHWRIIRSHQRXODPHVXUHHVWFHWWHIRLVHIIHFWXpHHQ
Q¶D\DQW DXFXQ FRQWDFW 3RXU OH SULQFLSH GH FHWWH PHVXUH FRQVXOWHU OH SDUDJUDSKH IV.3 du 
chapitre précédent. 
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Figure III-27 ± %DQFGHPHVXUHXWLOLVpSRXUODFDUDFWpULVDWLRQHQEDVVHVIUpTXHQFHVLQVWDOOpjO¶,(75±
'pSDUWHPHQW6*0GHO¶,87GH6DLQW%ULHXF 
 
Cette caractérisation donne accès à la valeur de la capacité du condensateur MIM et aux 
pertes diélectriques du matériau La-Ti-O-N. La connaissance du diamètre du plot métallique 
pOHFWURGHVXSpULHXUHHWGHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHPLQFHSHUPHWSDUXQFDOFXOVLPSOH [23], 
de remonter à la valeur de la constante diélectrique du matériau par la relation suivante :  
0
.
'
.
C e
S
H H  (3.2) 
Où : 
C, capacité du condensateur MIM ; 
e, épaisseur de la couche mince La-Ti-O-N ; 
S, VXUIDFHGHO¶pOHFWURGHVXSpULHXUH ; 
H0, permittivité du vide. 
 
5DSSHORQVLFLTXHODSHUPLWWLYLWpUHODWLYHG¶XQPDWpULDXHVWGRQQpHSDU :  
Hr = H¶MH¶¶ 
Où : 
H¶, partie réelle de la permittivité (appelée aussi constante diélectrique) ; 
H¶¶, partie imaginaire de la permittivité. 
 
Les pertes diélectriques du matériau sont quantifiées par la tangente de pertes comme 
suit : 
tanG = H¶¶H¶ 
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Dans la suite de ce travail, nous présenterons les propriétés diélectriques des couches 
minces par leur constante diélectrique H¶ et leur tangente de pertes tanG. 
Par ailleurs, lD PHVXUH G¶DFFRUGDELOLWp HQ EDVVHV IUpTXHQFHV HVW UpDOLVpH VXU OD PrPH
station de caractérisation cité plus haut, en appliquant une tension continue entre les pointes 
SRXYDQW DOOHU MXVTX¶j  V, créant ainsi un champ électrique entre les deux électrodes 
VXSpULHXUHHWLQIpULHXUH/¶DFFRUGDELOLWpHVWQRWpH : 
Accordabilité (%) = 
)0('
)(')0(' max
 
 
bias
biasbias
E
EE
H
HH
X 100 (3.3) 
Avec :  
 
H¶(Bias = 0), constante diélectrique sous champ appliqué nul (EBias = 0 kV/cm) ; 
H¶(Bias max), constante diélectrique sous champ appliqué maximal (EBias max). 
 
Il faut rappeler ici que la variation relative de la capacité sous champ de la structure 
MIM (BF) est directement liée à la variation relative de la permittivité du matériau 
diélectrique. 
VI.3.2. Bancs de mesure pour la caractérisation diélectrique en hautes 
fréquences (HF) 
Deux bancs de mesure ont été utilisés pour la caractérisation des dispositifs en hautes 
fréquences. Le premier est installé au CEA-LETI j*UHQREOHHWVHFRPSRVHG¶XQDQDO\VHXU
de réseaux Rohde & Schwarz ZVA 4 ports. La fréquence maximale de travail est de 24 GHz. 
Une station de mesure sous pointes (de marque Signatone S-96 MW Micropositioner), avec 
une microsonde coplanaire (G-S-G : Ground ± Signal ± *URXQG HVW DVVRFLpH j O¶DQDO\VHXU
(Figure III-28). Les pointes de mesure (de marque Picroprobe) VRQW G¶HQYLURQ  ȝP GH
ODUJHXUHWO¶HVSDFHHQWUHODSRLQWHFHQWUDOH6HWOHVSRLQWHVH[WpULHXUHV*HVWGHȝP/D
polarisation du circuit se fait via le VNA et la tension maximale pouvant être appliquée est 
limitée à 25 V. Cette dernière est appliquée grâce à une alimentation en tension de type TTi 
QL355.  
 
Figure III-28 - Station de mesure sous pointes, utilisée pour la caractérisation en hautes fréquences, 
installée au CEA-LETI à Grenoble 
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/¶DXWUHVWDWLRQGHPHVXUHXWLOLVpHSRXUODFDUDFWpULVDWLon en hautes fréquences est installée 
GDQV OH GpSDUWHPHQW 6*0 GH O¶,87 GH 6DLQW %ULHXF ,O V¶DJLW G¶XQ DQDO\VHXU GH UpVHDX[
Agilent 8510C associée à une station de mesure sous pointes "Signatone H100" (Figure 
III-29). La fréquence maximale de travail est de 26,5 GHz (801 points par acquisition). Deux 
tés de polarisation de chez SHF Communication Technology sont utilisés SRXU O¶DSSOLFDWLRQ
G¶XQH WHQVLRQ'& MXVTX¶j 180 V. Cette dernière est générée par un générateur de marque 
Keithley 2400 (Figure III-29). Les pointes de mesures utilisées G¶XQ SDV GH P sont 
fournies par Picoprobe.  
 
 
(a) 
 
 
 
 
 
(b) 
Figure III-29 ± Analyseur de réseau (a) et station de mesure sous pointes (b), utilisés pour la 
caractérisation en hautes fréquences, installés jO¶,(75GpSDUWHPHQW6*0GHO¶,87GH6DLQW-Brieuc 
 
Un calibrage ³SOLT´6KRUW-Open-Load-Thru) est effectué, avant de réaliser les mesures, 
HQXWLOLVDQWGHVNLWVFRPPHUFLDX[DILQG¶pOLPLQHUOHVHUUHXUVV\VWpPDWLTXHVGHO¶DQDO\VHXUHW
de placer les plans de référence au niveau des extrémités des pointes.  
La caractérisation en hautes fréquences est réalisée sur des lignes de transmission de 
différentes longueurs (2 et 5 mm) conçues pour être adaptées à 50 :. Les paramètres Sij 
permettent, par extraction (voir paragraphe II.1), de remonter aux valeurs de la permittivité et 
des pertes diélectriques de la couche mince.  
/HV PHVXUHV G¶DJLOLWp variation relative de la fréquence de résonance T (%)) et 
G¶DFFRUGDELOLWp variation relative de la permittivité du matériau Accordabilité (%)) sont 
réalisées, sur les résonateurs à double stubs ou sur les capacités, en appliquant des tensions 
continues maximales de 25 V (banc de mesure du CEA LETI) ou de 180 V (banc de mesure 
GHO¶,(75/¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHWHQVLRQLQGXLWO¶DSSDULWLRQG¶XQFKDPSFRQWLQX6XLYDQWOD
structure utilisée, la valeur du champ continu dépend de la largeur des gaps des échantillons 
réalisés (résonateur, Figure III-30a) RX GH O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH PLQFH /D-Ti-O-N 
(capacité, Figure III-30b).  
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(a) 
 
(b) 
Figure III-30 - Lignes de champ Bias (a) pour un résonateur (b) pour une capacité MIM 
 
/HFDOFXOG¶DJLOLWpVXUOHVUpVRQDWHXUVHVWHIIHFWXpjSDUWLUGHODIRUPXOHVXLYDQWH : 
Agilité   T (%) = max
( 0) ( )
( )
r bias r bias
r bias
F E F E
F E
 
 x 100 (3.4) 
Où :  
 
Fr (EBias = 0),  fréquence de résonance sous champ appliqué nul ; 
Fr (EBias max),  fréquence de résonance sous champ appliqué maximal. 
 
Le calcul de O¶DFFRUGDELOLWpdes structures MIM en hautes fréquences est effectué à partir 
de la variation relative de la constante diélectrique du matériau La-Ti-O-N. Pour ce calcul, la 
formule utilisée est identique à celle utilisée aux basses fréquences (Equation 3.3, Paragraphe 
VI.3.1). 
VII. CONCLUSION 
Dans ce chapitre, nous avons présenté rapidement les différentes techniques utilisées pour 
le dépôt des couches minces ferroélectriques. Nous avons expliqué plus en détail la technique 
de dépôt par pulvérisation cathodique magnétron réactive qui a été utilisée pour le dépôt de 
couches minces La-Ti-O-N [21] et aussi pour la réalisation des dispositifs de caractérisation 
diélectrique. Nous avons cité les caractéristiques des différentes phases des composés La-Ti-
O-N déposées et qui seront étudiées tout au long de ce manuscrit (la phase oxynitrure 
LaTiO2N et les phases oxydes La2Ti2O7 et LaTiO). Nous avons détaillé par la suite la 
réalisation des dispositifs, à base des couches minces La-Ti-O-N, pour la caractérisation 
diélectrique. Plusieurs échantillons avec différentes compositions et substrats ont été réalisés 
dans le cadre de cette thèse. Les résultats de cette caractérisation seront présentés en détail 
dans le chapitre suivant. 
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I. INTRODUCTION 
Dans le chapitre précédent, nous avons présenté brièvement la technique de dépôt par 
pulvérisation cathodique réactive des couches minces La-Ti-O-N. Nous avons également 
SUpVHQWp OHVGLIIpUHQWHV SKDVHVR[\GHV HW R[\QLWUXUHREWHQXHV jSDUWLU G¶XQHFLEOHR[\GH ou  
oxynitrure par variation du gaz réactif lors du dépôt. La réalisation des dispositifs pour la 
caractérisation diélectrique de ces composés, en basses et hautes fréquences, a été présentée. 
Nous allons maintenant présenter les différents résultats obtenus lors de la caractérisation 
diélectrique des films La-Ti-O-N. Les propriétés diélectriques que nous allons définir sont H¶
et tanG qui représentent, respectivement, la constante diélectrique (partie réelle de la 
permittivité) et la tangente des pertes du matériau (Chapitre II, Paragraphe II). Les propriétés 
diélectriques, en basses et hautes fréquences des films seront présentées par type de 
composition. Les paramètres de dépôt des différents films caractérisés dans ce chapitre sont 
UpVXPpVGDQVO¶$nnexe 1. 
II. PROPRIETES DIELECTRIQUES DES FILMS MINCES 
OXYNITRURES LaTiO2N  
La phase LaTiO2N a été obtenue lors du dépôt des couches minces, à partir des deux 
cibles utilisées, en présence de gaz réactif N2 1RXV SUpVHQWHURQV WRXW G¶DERUG GDQV FHWWH
partie du chapitre les résultats de la caractérisation diélectrique de cette phase en basses 
fréquences, puis les résultats obtenus en hautes fréquences.  
II.1. Mesures en basses fréquences 
II.1.1. Détermination de H¶HWde tanG 
Pour la caractérisation en basses fréquences, une capacité MIM a été utilisée, elle est 
réalisée avec un film LaTiO2N (LTO-180) déposé sur un substrat conducteur (Nb : SrTiO3). 
Un exemple de cette structure a été présenté en Figure III-16. 
La Figure IV-1 montre la variation de la constante diélectrique ainsi que celle de le la 
tangente des pertes du film LTO-180 dans la gamme de fréquence comprise entre 1 et 100 
kHz. Nous observons des valeurs de constante diélectrique élevées dans cette gamme de 
fréquence allant de H¶ a  j H¶ a  SRXU XQH IUpTXHQFH GH  N+] HW  N+]
respectivement. Ces valeurs élevées sont accompagnées de valeurs de tangente de pertes très 
élevées allant de tanG ~ 16,70 à tanG ~ 1,03 pour les mêmes fréquences.  
La grande dispersion des propriétés diélectriques en fonction de la fréquence observée 
aussi en littérature [1] DVRXYHQWpWpDVVRFLpHjXQHFRQGXFWLRQSDUVDXWG¶LRQVSHXPRELOHVTXL
peut aussi être envisagée dans nos composés. Par aLOOHXUVDXFXQH UHOD[DWLRQQ¶HVWREVHUYpH
sur ce film dans cette gamme de fréquence. 
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(a)  
(b) 
Figure IV-1 - Variation, en fonction de la fréquence, de la constante diélectrique (a) et de la tangente des 
pertes (b) du film LaTiO2N déposé sur substrat Nb : SrTiO3 (LTO-180) 
 
II.1.2. 0HVXUHG¶DJLOLWp 
La Figure IV-2 présente, à la fréquence de 100 kHz, la variation de la constante 
diélectrique et de la tangente des pertes en fonction du champ  statique appliqué. Cette figure 
montre une évolution de la valeur de H¶ de 327 à 300 VRXVO¶DSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSFRQWLQX
UHSUpVHQWDWLYHG¶XQHDFFRUGDELOLWp du matériau LaTiO2N&HWWHGHUQLqUHHVWGHO¶RUGUHGH
sous un champ statique maximum appliqué de 16,7 kV/cm. Cette accordabilité est assez 
importante comparée à la faible valeur de champ continu appliqué, mais reste limitée car, au-
delà de cette valeur de champ, la capacité MIM est en court-circuit et la mesure devient 
impossible. Les valeurs de tanG (Figure IV-2b) évoluent de ~ 1 à ~ 1,5 sous champ statique de 
0 kV/cm et 16,7 kV/cm respectivement. Ces valeurs de pertes sont le VLJQHG¶XQHFRQGXFWLYLWp
électrique dans le matériau LaTiO2N TXL Q¶HVW GRQF SDV XQ ERQ GLpOHFWULTXH (Q IDLW
LaTiO2N doit être considéré comme un semi-conducteur vu la faible valeur de son band-gap 
(2,4 eV), dans lequel le passage facile des électrons de la bande de valence à la bande de 
conduction du matériau, engendre une conduction de type électronique. De plus, une présence 
de défauts et/ou de charges mobiles dans la couche, apportée par une sous ou sur-
VW°FKLRPpWULH (écart à la composition théorique) en azote et oxygène pourrait aussi induire 
des pertes par conduction dans ce film [1]±[3]. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-2 - Variation, en fonction du champ statique et à 100 kHz, de la constante diélectrique (a) et de 
la tangente des pertes (b) du film LaTiO2N déposé sur substrat Nb:SrTiO3 (LTO 180) 
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3DUDLOOHXUVG¶DXWUHVPHVXUHVHIIHFWXpHVVXUGes couches LaTiO2N montrent une instabilité 
sous champ de ces films (champ maximum applicable très faible) et surtout une non-
reproductibilité des résultats. En effet, différentes valeurs de constante diélectrique et de 
tangente de pertes ont été mesurées sur ce composé. La Figure IV-3 montre, par exemple, 
O¶pYROXWLRQ GH OD FRQVWDQWH GLpOHFWULTXH HW GH OD WDQJHQWH GHV SHUWHV j N+] G¶XQ DXWUH
film LaTiO2N (LTO-176) en fonction du champ statique appliqué. Nous pouvons observer 
une valeur de constante diélectrique allant de H¶ajaHWXQHWDQJHQWHGHSHUWHVGH
1,36 à 1,65 pour un champ statique allant de 0 à 7,5 kV/cm respectivement. Les valeurs de la 
constante diélectrique sont plus élevéHVTXHFHOOHVREWHQXHVSUpFpGHPPHQWHW O¶DFFRUGDELOLWp
associée à ces mesures est de ~ 10 %, donc plus élevée, pour un champ statique max plus 
faible (7,5 kV/cm).  
Ces valeurs différentes peuvent avoir comme origine une cristallisation différente mais 
aussi une déviation de la composition chimique des films. En effet, Les couches LTO-180 et 
LTO-176 ne cristallisent pas de la même façon : LTO-180 est polycristalline alors que LTO-
176 est texturée. En ce qui concerne la composition, ces films ont été déposés sous des 
SRXUFHQWDJHVG¶D]RWHGDQVOHSODVPDGHSXOYpULVDWLRQGLIIpUHQWVGH12 pour le LTO-176 
et 50 % de N2 pour le LTO-180). Cette différence dans les conditions de dépôt est jO¶RULJLQH
de la différence de composition et de cristallisation des deux films. De plus, la présence de 
défauts structurels dans la couche RX j O¶LQWHUIDFH FRXFKH  VXEVWUDW SRXUUDLHQW DYRLU XQH
incidence directe sur les valeurs des constantes diélectriques mais aussi sur les pertes 
intrinsèques du matériau [4]±[6]. Une étude plus approfondie des couches au niveau 
microscopique serait nécessaire afin de comprendre le comportement des films oxynitrures. 
Dans la littérature, des valeurs de constante diélectrique élevées ont été obtenues sur les 
matériaux oxynitrures perovskites [7], [8]. Ces valeurs élevées, généralement associées à des 
PDWpULDX[IHUURpOHFWULTXHVRQWPRWLYpSOXVLHXUVpWXGHVSRXUGpWHUPLQHUOHU{OHGHO¶D]RWHVXU
les propripWpVGLpOHFWULTXHVHWO¶H[LVWHQFHG¶XQHIHUURpOHFWULFLWpGDQVFHVR[\QLWUXUHV  
 
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-3 - Variation, en fonction du champ statique et à 100 kHz, de la constante diélectrique (a) et de 
la tangente des pertes (b) du film LaTiO2N déposé sur substrat Nb:SrTiO3 (LTO-176) 
II.2. Mesures en hautes fréquences 
La caractérisation diélectrique en hautes fréquences des films LaTiO2N a été réalisée sur 
deux dispositifs distincts, MIM et coplanaire. Ces dispositifs nécessitent des substrats 
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différents, dans le premier cas, le substrat est conducteur alors que pour le second cas, le 
substrat est isolant (voir Chapitre 2, Partie III). 
Il faut noter que dans la suite de ce chapitre, les courbes présentées seront des courbes 
lissées obtenues à partir des points expérimentaux. Un exemple de courbe lissée est présenté 
Figure IV-4. 
 
Figure IV-4 - Exemple de résultat de courbe bruitée et de sa courbe lissée 
II.2.1. Mesure en structure MIM (HF) 
Un exemple de dispositif MIM, pour la caractérisation en hautes fréquences de films 
minces La-Ti-O-N a été montré en Figure III-25.  
II.2.1.1. Détermination de H¶HWde tanG 
La Figure IV-5 montre la variation de la constante diélectrique et de la tangente des pertes 
en fonction de la fréquence pour le film LaTiO2N (LTO-104) déposé sur substrat conducteur 
Pt/Si. Une évolution similaire à celle observée en basses fréquences est obtenue, à savoir une 
forte variation de la constante diélectrique. La valeur de H¶YDULHde 108 à 56 dans la gamme 
de fréquence allant de 0,1 à 20 GHz. Les pertes diminuent aussi en fonction de la fréquence et 
sont de 0,30 et 0,16 pour les fréquences de 0,1 et 20 GHz respectivement. Comme dans le cas 
GHVEDVVHV IUpTXHQFHVDXFXQH UHOD[DWLRQQ¶HVWREVHUYpHVXU FHWWHJDPPHGH IUpTXHQFH Les 
valeurs de H¶ et de tanG à 10 GHz sont respectivement de 59 et 0,18.  
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-5 - Variation, en fonction de la fréquence, de la constante diélectrique (a) et de la tangente des 
pertes (b) du film LaTiO2N déposé sur substrat Pt/Si (LTO-104) 
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II.2.1.2. Retro-simulation de la structure MIM (HF) 
La simulation numérique de la capacité MIM avec le logiciel commercial Ansys HFSS [9] 
a été effectuée, en utilisant les dimensions réelles mesurées des électrodes et les valeurs H¶HW
tanG mesurées précédemment, en tenant compte de leur variation en fréquence. Les 
caractéristiques diélectriques sont obtenues après XWLOLVDWLRQ G¶XQH UpVLVWDQFH 5eq pour la 
correction (voir Chapitre 2, paragraphe III.2.1). La Figure IV-6 montre les résultats 
expérimentaux ainsi que les résultats de la simulation numérique de la partie réelle et 
imaginaire du coefficient de réflexion S11. 
Nous pouvons constater que les résultats sont similaires pour la gamme de fréquence 
inférieure à 10 GHz. Un écart apparaît au-delà de cette fréquence pour la partie imaginaire. 
Cet écart est dû au fait que les effets parasites (inductif) sont plus importants en hautes 
fréquences et que la correction apportée par Req devient insuffisante [10], [11].  
 
Figure IV-6 - Résultats de simulation et de mesure de la partie réelle et imaginaire du paramètre S11 de la 
capacité MIM (LTO-104) 
II.2.1.3. 0HVXUHG¶DJLOLWp  
/DPHVXUHG¶DJLOLWpen hautes fréquences sur les structures MIM à base de film LaTiO2N 
Q¶D SDV pu être réalisée. Ces films montraient un caractère semi-conducteur qui mettait la 
structure en court-circuit dès O¶DSSOLFDWLRQG¶XQe tension continue. 
II.2.2. Mesures en structure coplanaire 
Parallèlement aux dispositifs MIM, la caractérisation diélectrique en hautes fréquences a 
été réalisée sur des dispositifs coplanaires : une ligne de transmission, qui a permis 
O¶H[WUDFWLRQGHVcaractéristiques diélectriques des couches minces, et un résonateur à double 
stubs DILQ GH FDUDFWpULVHU O¶DJLOLWp GHV FRXFKHV. Un exemple de réalisation est présenté en 
Figure IV-7.  
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Figure IV-7 ± Photo des dispositifs réalisés 
II.2.2.1. Extraction de H¶et de tanG 
'HX[ PpWKRGHV G¶H[WUDFWLRQ GHV SURSULpWpV diélectriques ont été utilisées (Chapitre 2, 
paragraphe III.1). La Figure IV-8 montre la variation de la constante diélectrique et de la 
tangente des pertes, en fonction de la fréquence, obtenue par les deux PpWKRGHVG¶H[WUDFWLRQ
pour un film de composition LaTiO2N (LTON-155) déposé sur un substrat de MgO.  
Les valeurs de H¶REWHQXHVSDUOHVGHX[PpWKRGHVVRQWDVVH]SURFKHV, par exemple H¶ 94 
et 96 à 10 GHz, par la méthode NRW et Multi-lignes respectivement. Une fluctuation plus 
grande est observée sur le résultat de la méthode NRW, due aux effets parasites de la mesure 
TXLQ¶RQWSDVSXrWUHpOLPLQpVSDUODFDOLEUDWLRQCes perturbations sont moins visibles sur le 
résultat obtenu avec la méthode Multi-lignes. Ceci est dû au fait que la méthode multi-lignes 
XWLOLVHOHVUpVXOWDWVGHPHVXUHGHOLJQHVGHGLIIpUHQWHVORQJXHXUVSRXUV¶DIIUDQFKLUGHVHIIHWV
parasites et aussi de l'imperfection de la calibration [12].   
La variation des tangentes des pertes avec la méthode multi-lignes montre une assez forte 
décroissance en fonction de la fréquence. Cet effet peut être dû aux pertes métalliques plus 
élevées en basses fréquences. Rappelons, en effet, TXHO¶pSDLVVHXUGHPpWDOOLVDWLRQFKRLVLH
PHVW O¶pSDLVVHXURSWLPDOHSRXUXQHIréquence de travail de 10 GHz. A 10 GHz, pour les 
deux méthodes, on obtient une valeur de tangente de pertes faible, aux alentours de tanG = 
0,014. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-8 - Evolution de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b), en fonction de la 
fréquence, des films minces oxynitrures LaTiO2N (extraction par méthode multi-linges et méthode NRW) 
(LTON-155) 
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Pour les mesures hautes fréquences, nous pouvons estimer que la caractérisation par une 
structure MIM ou par un dispositif coplanaire permet de retrouver des valeurs de H¶ très 
similaires dans la gamme de fréquence inférieure à 2 GHz. Au-delà de cette fréquence, la 
constante diélectrique obtenue par la structure MIM est plus faible que celle obtenue par la 
méthode coplanaire : à 10 GHz, les valeurs de H¶ extraites sont de 96 et 94 pour les méthodes 
NRW et multi-lignes respectivement et de 59 sur la structure MIM. Cette différence peut être 
due à l'incertitude de mesure de chaque méthode et à la différence de qualité des films utilisés 
car ceux-ci sont déposés sur des substrats différents (métallisés en structure MIM et MgO en 
structure coplanaire). Ce dernier point induit une différence des films déposés, notamment de 
leur cristallisation.  
Le même constat est à faire sur les valeurs de tanG obtenues à partir des structures MIM et 
coplanaire. En effet, les pertes obtenues sur le dispositif coplanaire (tanG ~ 0,015 à 10 GHz 
pour les deux méthodes NRW et multi-lignes) sont plus faibles que celles obtenues sur la 
structure MIM (tanG ~ 0,18 à 10 GHz). On pourrait expliquer cela par une meilleure qualité 
cristalline et surtout une meilleure interface film / substrat dans le cas de film déposé sur 
MgO. Une interdiffusion entre la couche et le substrat platiné est souvent observée lorsque les 
dépôts sont effectués à hautes températures, ce qui est notre cas pour cette étude, ce qui 
augmenterait les pertes des couches déposées sur substrats platinés utilisés pour la 
caractérisation en structure MIM.  
II.2.2.2. Rétro-simulation de la structure coplanaire  
Les rétro-simulations sont réalisées sur HFSS en utilisant les valeurs extraites à partir des 
mesures des paramètres S11 et S21. La couche mince est représentée, lors de la simulation, par 
ces caractéristiques diélectriques (constante diélectrique et tangente des pertes) en fonction de 
la fréquence. La Figure IV-9 montre le résultat de rétro-simulation obtenu avec les 
caractéristiques diélectriques du film LTON-155.  
 
 
a) 
 
b) 
Figure IV-9 - Rétro-VLPXODWLRQG¶XQHOLJQH&3:DYHFİ¶HWWanįH[WUDLWHVGHVPHVXUHVHQ fonction de la 
fréquence (LTON-155), a) le module et b) la phase 
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Un bon accord entre simulation et mesure est obtenu. Les courbes de S21 sont similaires, 
ce qui signifie que les valeurs de la constante diélectriques et de la tangente de pertes 
obtenues pour cet échantillon sont celles du matériau LaTiO2N. 
A partir des courbes S11 et S21 de la rétro-simulation, les valeurs de la constante 
diélectrique et de la tangente des pertes ont été recalculées (re-extraction) et comparées avec 
les résultats expérimentaux (Figure IV-10). Compte tenu des incertitudes relatives aux 
différentes étapes de mesures, extraction, simulation et réextraction, nous pouvons considérer 
que les courbes obtenues sont assez similaires. Dans le cas de la méthode multi-lignes, 
comme énoncé précédemment, on observe un écart plus important pour la tangente de pertes 
dans la bande des fréquences inférieure à 10 GHz.  
 
(a) 
 
 
(b) 
 
     Méthode NRW  Méthode multi-lignes 
Figure IV-10 - Réextraction de H¶DHWGHtanG (b) par les méthodes NRW et multi-lignes (LTON-155) 
II.2.2.3. 0HVXUHG¶DJLOLWp  
/DPHVXUHG¶DJLOLWpDpWp UpDOLVpH VXU le film LTON-155 grâce à un résonateur à double 
stubs. La Figure IV-11 montre le paramètre de transmission S21 de ce dispositif en présence et 
VDQVODSUpVHQFHG¶XQFKDPSpOHFWULTXHFRQWLQX/DFRXUEHQHPRQWUHDXFXQHYDULDWLRQVRXV
O¶DSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSstatique de 86 kV/cm, ce qui est synonyme G¶XQHDEVHQFHG¶DJLOLWp
Rappelons ici que ce film a montré une agilité en basses fréquences. Ceci signifierait que cette 
DJLOLWp Q¶HVW SDV due à un comportement ferroélectrique (existant à basses et hautes 
fréquences)PDLVSOXW{WjXQDXWUHSKpQRPqQHTXLQ¶LQWHUYLHQGUDLWTX¶HQEasses fréquences. 
Selon la littérature, ce phénomène pourrait correspondre j O¶H[LVWHQFH GH QDQR-régions 
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polaires dans les composés oxynitrures perovkites, induite par O¶H[LVWHQFH G¶XQ ordre 
azote/oxygène dans ces composés [13], ou à une polarisation induite par GHVFKDUJHVG¶HVSDFH 
ou G¶interface dans les grains constituant la couche mince [14]. Dans ce dernier cas, nous 
pouvons envisager une accumulation de charges mobiles positives et/ou négatives aux joints 
de grains nanométriques des couches cristallisées, qui induirait une agilité en basses 
fréquences. Les différentes charges mobiles possibles dans ce matériau sont les anions de 
O¶R[\JqQHHWGH O¶azote, les cations du lanthane et du titane, mais aussi des électrons et des 
trous. Une étude plus approfondie sur la répartition anionique et la conductivité à basse 
fréquence est nécessaire afin de valider ces modèles. 
 
Figure IV-11 - Variation du paramètre S21, en fonction de la fréquence, G¶XQUpVRQDWHXUjVWXEavec et 
sans champ statique appliqué, pour un film de composition LaTiO2N (LTON-155) 
 
III.  PROPRIETES DIELECTRIQUES DES FILMS MINCES 
OXYDES LaTiO 
Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats de la caractérisation diélectrique 
effectuée sur le matériau oxyde LaTiO. Rappelons que cette appellation a été donnée pour la 
SKDVHR[\GHTXLQ¶DSDVHQFRUHpWpFODLUHPHQWLGHQWLILpH [15]. Ces films ont été caractérisés, 
comme pour le reste des compositions, en basses et hautes fréquences. 
III.1. Mesures en basses fréquences 
III.1.1. Détermination de H¶HWGHWDQG 
La Figure IV-12 PRQWUHO¶pYROXWLRQGHVSURSULpWpVGLpOHFWULTXHVH¶HW tanG) de différents 
films LaTiO de même épaisseur (500 nm) déposés sur différents substrats conducteurs. Nous 
SRXYRQV FRQVWDWHU TXH O¶DOOXUH GH OD YDULDWLRQ GHV GHX[ SDUDPqWUHV HVW LGHQWLTXH SRXU
l¶HQVHPEOHGHVVXEVWUDWVXWLOLVpVHWTXHOHVYDOHXUVGHH¶VRQWDVVH]SURFKHVVXUWRXWOHGRPDLQH
de fréquence caractérisé, entre 60 et 75 de 1 à 100 kHz.  
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Concernant les tangentes de pertes, on observe, comme pour les films LaTiO2N, une forte 
décroissance quand la fréquence augmente. Au-delà de 10 kHz, les tangentes de pertes sont 
proches, les valeurs atteintes sont très faibles, aux alentours de 0,01. Cependant, des 
différences sont observées G¶XQ pFKDQWLOORQ j O¶DXWUH en basses fréquences. Elles peuvent 
provenir du type de substrat utilisé. En effet, on observe des pertes plus importantes pour les 
films déposés sur substrats platinés Pt/MgO et Pt/SrTiO3, qui ne sont pas des substrats 
commerciaux (au contraire du Pt/Si). Cette différence peut avoir comme origine la diffusion 
et/ou la qualité de la couche de platine déposée par pulvérisation cathodique RF. La 
dispersion des valeurs de tanG peut également provenir GH O¶LQFHUWLWXGH GH OD PHVXUH qui 
devient élevée pour ces fréquences de mesures faibles.  
 
 
 
(a) 
 
 
 
(b) 
Figure IV-12 - Variation de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b) en fonction de la 
fréquence de films minces oxydes LaTiO déposés sur différents substrats conducteurs : Nb : SrTiO3 (LTO-
125), Pt / MgO (LTO-126), Pt / SrTiO3 (LTO-127) et Pt / Si (LTO-129) 
III.1.2. 0HVXUHG¶DJLOLWp 
 
8QHPHVXUHG¶DJLOLWpDpWpHIIHFWXpHVXUOHVGLIIpUHQWes structures MIM, à base des films 
LaTiO, à la fréquence de 100 kHz. Contrairement au composé oxynitrure, des caractérisations 
HQSUpVHQFH G¶XQ FKDmp statique assez élevé ont pu être réalisées sur ces films oxydes qui 
sont considérés comme meilleurs isolants que leurs homologues oxynitrures [16]±[18]. La 
Figure IV-13 SUpVHQWHO¶pYROXWLRQde la constante diélectrique et de la tangente des pertes de 
ceV ILOPV VRXV O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS statique. Aucune agilité Q¶est observée, bien au 
contraire, ces films montrent des valeurs de H¶HWGH tanG très stables quel que soit le champ 
appliqué (champ maximum de ~210 kV/cm). Cependant, des comportements différents sont 
observés selon le substrat utilisé. Le film déposé sur un substrat Nb:SrTiO3 montre les pertes 
OHVSOXVIDLEOHVDLQVLTX¶XQHSRVVLELOLWpGHSRODULVDWLRQpOHYpH&HFLHVWVXUHPHQWGDXIDLWTXH
cet échantillon présente une meilleure qualité cristalline et sans doute une interface 
film/substrat avec moins de défauts que les substrats platinés. Ces derniers peuvent en effet 
avoir un effet de diffusion entre la couche platinée et le film, ce qui augmenterait les pertes et 
donc diminuerait la valeur du champ statique maximum que peuvent supporter les 
échantillons.  
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(a) 
 
(b) 
Figure IV-13 - Variation de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b) en fonction d'un 
champ continu appliqué à 100 kHz de films minces oxydes LaTiO déposés sur différents substrats 
conducteurs : Nb : SrTiO3 (LTO-125), Pt / MgO (LTO-126), Pt / SrTiO3 (LTO-127) et Pt / Si (LTO-129) 
III.2.   Mesures en hautes fréquences 
La caractérisation diélectrique en hautes fréquences des films LaTiO a été réalisée sur les 
dispositifs MIM et ligne coplanaire. Dans ce qui va suivre, nous présentons WRXWG¶DERUGles 
résultats obtenus par le dispositif MIM et sa retro-simulation, puis O¶H[WUDFWLRQ des 
caractéristiques diélectriques à partir des dispositifs coplanaires par les deux méthodes NRW 
et multi-ligne, ainsi que leurs rétro-simulations. 
III.2.1.  Mesures en structure MIM (HF) 
III.2.1.1. Détermination de H¶HWde tanG 
La mesure en hautes fréquences des films LaTiO en structure MIM est présentée Figure 
IV-14. Celle-ci montre la variation, en fonctioQGHODIUpTXHQFHHWDXVVLGHO¶pSDLVVHXUGXILOm, 
de la constante diélectrique HWGH OD WDQJHQWHGHVSHUWHV1RXVSRXYRQVFRQVWDWHUTX¶DXFXQH 
YDULDWLRQ Q¶HVW j QRWHU HQ IRQFWLRQ GHV pSDLVVHXUV VXU OHV caractéristiques diélectriques des 
films LaTiO. La valeur de H¶j*+]HVWFRPSULVHHQWUHHWHWUHVWHquasiment stable 
sur toute la gamme de fréquence étudiée. La tangente de pertes quant à elle augmente en 
fonction de la fréquence. Ce comportement est sûrement dû j O¶HIIHW LQGXFWLI GH OD
métallisation de la structure MIM, qui augmente en fonction de la fréquence [10], [19]. La 
valeur des pertes, à 10 GHz, reste néanmoins inférieure à 0,025. Rappelons ici, que la rétro-
simulations nous avait montré que la limite de cette technique de caractérisation se situe à 
cette fréquence (Paragraphe I.2.1.2). 
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(a) 
 
 
(b) 
Figure IV-14 - Variation de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b), en fonction de la 
fréquence, de films minces oxydes LaTiO de différentes épaisseurs, déposés sur substrat Pt/Si : LTO-85 (300 
nm), LTO-123(500 nm), LTO-118(800 nm) et LTO-114(1200 nm) 
La Figure IV-15 PRQWUHO¶pYROXWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVGLpOHFWULTXHV des films LaTiO en 
fonction de la fréquence, cette fois ci pour différents substrats. Ces résultats montrent des 
valeurV GLIIpUHQWHV VXLYDQW OH VXEVWUDW XWLOLVp 7RXW G¶DERUG, la constante diélectrique de la 
couche mince déposée sur Pt/MgO est plus élevée que celles des films déposés sur Pt/Si ou 
sur Nb:SrTiO3&HWWHGLIIpUHQFHQ¶HVWSDVH[SOLTXpH jO¶KHXUe actuelle. Les pertes diélectriques 
de ces couches minces montrent elles aussi des valeurs différentes. Les pertes sont plus 
pOHYpHVGDQVOHFDVG¶XQVXEVWUDW1ESrTiO3. Des valeurs similaires de pertes ont été extraites 
des différentes capacités mesurées sur ce même substrat (Figure IV-16). Ceci pourrait 
V¶H[SOLTXHU SDU OD faible conductivité du VXEVWUDW TXL FRQVWLWXH O¶pOHFWURGH inférieure du 
condensateur MIM, comparée à la conductivité des couches de platine des autres substrats. 
Les pertes mesurées incluraient donc les SHUWHVGHO¶pOHFWURGHLQIpULHXUHFHVGHUQLqUHVQ¶D\DQW 
pu être éliminées par la correction apportée par O¶LQWURGXFWLRQGHODUpVLVWDQFH5eq (Chapitre II, 
Paragraphe III.2.1). 
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-15 - Evolution de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b) en fonction de la 
fréquence, des films minces oxydes LaTiO déposés sur différents substrats : LTO-120(Nb:SrTiO3), LTO-
121(Pt/MgO) et LTO-123(Pt/Si) 
Chapitre IV : Caractérisation diélectrique des films minces La-Ti-O-N 
147 
 
Figure IV-16 - Evolution de la tangente des pertes en fonction de la fréquence, des films minces oxydes 
LaTiO déposés sur différents substrats : LTO-120(Nb:SrTiO3), LTO-121(Pt/MgO) et LTO-123(Pt/Si) 
III.2.1.2. Retro-simulation de la structure MIM (HF) 
La simulation numérique de la capacité MIM avec Ansys HFSS [9] a été effectuée en 
utilisant les caractéristiques diélectriques mesurées en fréquence de la couche LTO-85 et les 
dimensions réelles des électrodes réalisées. La Figure IV-17 présente les résultats 
expérimentaux ainsi que les résultats de la simulation. La distribution du champ hyper 
fréquence sur la structure est aussi représentée.  
Les résultats sont assez proches entre mesure et simulation pour la gamme de fréquence 
inférieure à 10 GHz, un écart apparait au-delà de cette fréquence pour la partie imaginaire. Ce 
résultat a été déjà observé précédemment (paragraphe I.2.1.2). Cet écart est dû au fait que les 
effets parasites (inductifs) sont plus importants en hautes fréquences et que la correction 
apportée par Req devient insuffisante [10], [11]. La Figure IV-17 montre aussi que le champ 
électrique est confiné au bord de la pastille centrale et au bord intérieur de l'électrode 
circulaire extérieure. Ce résultat confirme que la largeur de l'électrode extérieure a très peu 
G¶LPSRUWDQFHHWTXH la valeur de la capacité totale est proche de celle formée par l'électrode 
centrale. 
 
Figure IV-17 - Résultats de simulation et de mesure de la partie réelle et imaginaire du paramètre S11 de 
la capacité MIM et distribution du champ hyperfréquence dans la structure (LTO-85) 
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III.2.1.3. 0HVXUHG¶DJLOLté  
8QHPHVXUH G¶DJLOLWp D pWp UpDOLVpH VXU XQH VWUXFWXUH0,0 HQ KDXWHV IUpTXHQFHV VXU OH
composé LaTiO. La Figure IV-18 PRQWUH O¶pYROXWLRQ GH OD FDSDFLWp GX film LTO-138 en 
fonction de la fréquence sous champ statique de 0 et 340 kV/cm. Aucune variation de la 
FDSDFLWpQ¶HVWREVHUYpHFHTXL témoigne G¶XQHDEVHQFHG¶DJLOLWpGHFHFRPSRVp&HUpVXOWDW
était DWWHQGXFDUHQEDVVHVIUpTXHQFHVDXFXQHDJLOLWpQ¶Dvait été notée sur les films LaTiO.  
 
Figure IV-18 - Evolution de la capacité MIM, en fonction de la fréquence, avec et sans champ statique 
appliqué, pour un film de composition LaTiO (LTO-138) 
III.2.2. Mesures en structure coplanaire 
La caractérisation diélectrique en hautes fréquences des films LaTiO a été réalisée comme 
précédemment sur des dispositifs coplanaires, ligne de transmission et résonateur à double 
stubs (Figure IV-7) /HV SDUDJUDSKHV TXL VXLYHQW PRQWUHQW OHV UpVXOWDWV G¶H[WUDFWLRQ GHV
propriétés diélectriques à partir des mesures des paramètres S11 et S21 par les deux méthodes 
NRW et multi-lignes, DLQVL TX¶XQ UpVXOWDW GH UpWUR-simulation pour valider ces valeurs 
extraites. 
III.2.2.1. Extraction de H¶HWde tanG 
La Figure IV-19 mRQWUHO¶pYROXWLRQGH H¶HW tanG, en hautes fréquences, de films minces 
LaTiO présentant différentes épaisseurs (310, 800 et 1200 nm). Nous pouvons observer que H¶
et tanG UHVWHQW VLPLODLUHV VLJQH G¶XQH UHSURGXFWLELOLWp GH GpS{W GH FHWWH SKDVH DYHF GHV
propriétés identiques, mais aussi une non-dépendance des propriétés diélectriques de ces 
R[\GHVHQIRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXU 
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(a) 
 
 
(b) 
 
    Méthode NRW         Méthode multi-lignes 
Figure IV-19 - Evolution de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b), en fonction de la 
fréquence, des films minces oxydes LaTiO par la méthode NRW et la méthode multi-lignes LTO-86 (310 nm), 
LTO-115 (800 nm) et LTO-112 (1200 nm) 
 
3DUDLOOHXUVXQHSHWLWHGLIIpUHQFHHVWjQRWHUVXUO¶H[WUDFWLRQGXH¶SDUOHVGHX[PpWKRGHV
utilisées, ceci est sans doute dû au fait que la méthode multi-lignes est capable d'éliminer les 
effets parasites et les défauts de la calibration. De plus, la méthode multi-lignes présente des 
valeurs plus proches de celles déduites par la mesure en structure MIM. A 10 GHz, les valeurs 
de H¶extraites sont comprises entre 50 et 75 pour les films présentés. 
Concernant OHV WDQJHQWHV GH SHUWHV OHV GHX[ PpWKRGHV G¶H[WUDFWLRQ GRQQHQW OH PrPH
résultat : des pertes très faibles sont observées sur ce matériau LaTiO (tanG ~ 0,02 à 10 GHz). 
/¶DOOXUH GHV FRXUEHV HVW GLIIpUHQWH SDU UDSSRUW j FHOOH REWHQXH SUpFpGHPPHQW SDU OD
caractérisation en hautes fréquences sur structure MIM. Ceci est surement dû à deux effets 
séparés LO¶pSDLVVHXUGHODPpWDOOLVDWLRQRSWLPLVpHSRXUXQHFDUDFWpULVDWLRQHQFRSODQDLUHj
10 GHz, fait que les pertes métalliques deviennent importantes à faibles fréquences, ii) la 
structure MIM est adaptée à une mesure dans la gamme de fréquence inférieure à 10 GHz car 
les effets inductifs deviennent prépondérant au-delà de cette fréquence. Néanmoins, les 
valeurs de pertes restent de même ordre de grandeur que celles mesurées en MIM. 
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III.2.2.2. Rétro-simulation de la structure coplanaire 
Une rétro-simulation, utilisant les caractéristiques diélectriques du film LTO-112 a été 
réalisée. La Figure IV-20 montre un bon accord entre la rétro-simulation et les mesures 
expérimentales. En regardant les courbes de S11, nous observons que les fréquences de 
résonance de la ligne CPW en mesure et en simulation correspondent parfaitement. Ceci 
signifie que la valeur de la constante diélectrique réelle de la couche mince est très proche de 
celle obtenue par la mesure. De même, les courbes similaires de S21 montrent que les valeurs 
de tangente de pertes très faibles obtenues pour cet échantillon sont celles du matériau LaTiO. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure IV-20 - Rétro-simulatLRQG¶XQHOLJQH&3:DYHFİ¶HWWanįH[WUDLWHVGHVPHVXUHVHQIRQFWLRQGHOD
fréquence (LTO-112), a) le module et b) la phase 
 
/¶XWLOLVDWLRQGHFHUpVXOWDWGHUpWUR-VLPXODWLRQSRXUO¶H[WUDFWLRQGHVYDOHXUVGHla constante 
diélectrique et de la tangente de pertes de film LTO-112 DSHUPLVG¶REWHQLUGHVUpVXOWDWVWUqV
similaires aux résultats de mesure. La Figure IV-21 compare les propriétés de la couche LTO-
112 obtenues directement de la mesure et celles obtenues de la rétro-simulation des 
paramètres S11 et S21 de ce film. Ceci confirme que les propriétés diélectriques obtenues sont 
celles de la couche mince LTO-112. 
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(a) 
 
 
(b) 
 
    Méthode NRW     Méthode multi-lignes 
Figure IV-21 - Réextraction de H¶DHWGHtanG (b) par les méthodes NRW et multi-lignes (LTO-112) 
 
III.2.2.3. MHVXUHG¶DJLOLWp 
8QHPHVXUHG¶DJLOLWpDpWpUpDOLVpHVXUXQHVWUXFWXUHFRSODQDLUHHQKDXWHVIUpTXHQFHavec le 
composé LaTiO. La Figure IV-22 PRQWUHO¶pYROXWLRQHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFHet pour un 
champ statique de 0 et 88 kV/cm, du paramètre S21 G¶XQUésonateur à double stubs réalisé sur 
le LTO-$XFXQHYDULDWLRQQ¶HVWREVHUYpHFHci traduit XQHDEVHQFHG¶DJLOLWpdu composé 
LaTiO. Ce comportement était attendu G¶DXWDQW SOXV que la valeur du champ dans le cas 
G¶XQH structure coplanaire (88 kV/cm) est plus faible que celle de la structure MIM (340 
kV/cm). Ceci est dû à la largeur des gaps qui est ici G¶HQYLURQPVoir Figure III-20) et 
TXLQHSHUPHWSDVG¶DWWHLQGUHGHVFKDPSVSOXVpOHYpV. 
 
Figure IV-22 - Variation du paramètre S21, en fonction de la fréquence,  G¶XQUpVRQDWHXUjdouble stubs 
avec et sans champ statique appliqué, pour un film LaTiO (LTO-112) 
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IV. PROPRIETES DIELECTRIQUES DES FILMS MINCES 
OXYDES La2Ti2O7 
Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats de la caractérisation diélectrique basses 
et hautes fréquences des films oxydes La2Ti2O7. Il faut noter que cette composition est 
reportée comme ferroélectrique dans la littérature, avec une température de Curie de 1450°C 
[20]. 
IV.1. Résultats de mesure en basses fréquences 
La Figure IV-23 montrHO¶DOOXUHGHODFDSDFLWpHWGHVWDQJHQWHVGHSHUWHV, HQIRQFWLRQG¶XQ
champ statique appliqué, G¶XQ ILOP /D2Ti2O7 (LTON-592) déposé sur Pt/Si. Ce résultat 
montre un comportement différent de celui observé sur les films oxydes LaTiO, pour lesquels 
la capacité, la constante diélectrique ainsi que les pertes diélectriques présentaient des valeurs 
WUqV VWDEOHV VRXV O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS Le comportement du film La2Ti2O7 est aussi 
différent de celui observé sur les oxynitrures LaTiO2N, pour lesquels la valeur de constante 
diélectrique montrait une accordabilité symétrique en fonction du champ statique. Ici, le 
comportement ressemble plutôt à FHOXLG¶XQHVWUXFWXUH0OS (Métal-Oxyde-Semiconducteur) 
HWQRQSDVjFHOXLG¶XQH capacité MIM. La variation de la capaciWpG¶XQHVWUXFWXUH026HQ
fonction de la tension est représentée, dans le cas idéal, par trois tronçons de courbes. Le 
premier tronçon, situé dans les tensions négatives, est celui pour lequel la capacité mesurée 
est directement reliée à la constante diélectrique de O¶LVRODQW VHORQ O¶pTXDWLRQ (2.55) du 
chapitre 2, paragraphe III.3. Le second tronçon est celui où la capacité diminue quand la 
tension devient positive : il représente OD FDSDFLWp pTXLYDOHQWH HQWUH O¶LVRODQW HW OH VHPL-
conducteur qui sont en série. Le dernier tronçon est celui pour lequel la capacité est minimale, 
qui correspond à la FUpDWLRQ G¶XQH FRXFKH G¶LQYHUVLRQ par DFFXPXODWLRQ G¶pOHFWURQV j
O¶LQWHUIDFHLVRODQWVHPL-conducteur [21]. 
La courbe que nous avons obtenue avec le film LTON-592 est VLPLODLUH j O¶DOOXUH GHV
courbes C(V) des structures MOS. Pourtant, dans notre cas, le substrat utilisé est un 
conducteur et non pas un semi-conducteur. Ceci nous conduit à penser que le film déposé est 
peut être formé de deux sous-couches, une couche isolante et une couche semi-conductrice. 
Rappelons ici que ce film a été obtenu dans des conditions de dépôt spécifiques : à partir de la 
FLEOHR[\QLWUXUHHWHQSUpVHQFHG¶HDXGDQVO¶HQFHLQWHVRXUFHG¶R[\JqQHSRXUSURGXLUHXQILOP
oxyde (Chapitre 3, paragraphe III.3). La couche isolante serait du La2Ti2O7 déposé tant que 
H2O désorbe de la cible ; la couche semi-conductrice serait du LaTiO2N obtenue quand la 
FLEOHQHFRQWLHQWSOXVG¶HDXUpVLGXHOOH 
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(a) 
 
(b) 
Figure IV-23 - Variation, en fonction du champ statique et à 100 kHz, de la capacité (a) et de la tangente 
de pertes (b) du film La2Ti2O7 déposé sur substrat Pt/Si (LTON-592) 
 
Concernant la valeur de tanG (Figure IV-23b), celle-FL pYROXH VRXV O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ
champ statique, de la même façon que la capacité. Ceci est dû aux pertes induites par le 
matériau diélectrique, mais aussi à la proportion de la couche semi-conductrice de la structure 
MOS. Par ailleurs, il faut noter que pour ce type de dispositif (MOS), il est plus juste de 
représenter une variation de courant de fuite de la structure que des pertes relatives au 
matériau diélectrique [21]. 
La variation sous champ continu de la capacité GH O¶échantillon LTON-592 serait donc 
UHSUpVHQWDWLYHG¶XQH VWUXFWXUH026HW QHSHXWGRQFrWUH attribuée à une accordabilité de la 
constante diélectrique H¶ du matériau La2Ti2O7. Par contre, nous pouvons observer sur les 
courbes de la Figure IV-23 un cycle (une hystérèse en aller et retour) qui pourrait être 
VLJQLILFDWLIG¶XQFRPSRUWHPHQWIHUURpOHFWULTXH, avéré pour cette composition, mais aussi à la 
SUpVHQFHGHFKDUJHVPRELOHVRXGHVSLqJHVOHQWVjO¶LQWHUIDFHR[\GH / semiconducteur, souvent 
REVHUYpHORUVGHODFDUDFWpULVDWLRQ&9G¶XQHVWUXFWXUH026[21]. 
Ce type de comportement a été observé sur un autre film (LTO-593), de même 
composition et même structure cristalline, mesuré au /DERUDWRLUH G¶(WXGH GHV0DWpULDX[ HW
&RPSRVDQWV SRXU O¶(OHFWURQLTXH j O¶8QLYHUVLWp &{WH G¶2SDOH GH &DODLV par le Dr. Didier 
Fasquelle. Sur la Figure IV-24, la variation de la capacité en fonction du champ statique 
appliqué montre un comportement MOS et aussi la présence d¶XQ cycle. 
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Figure IV-24 - Evolution de la capacité, à 100 kHz et en fonction de la tension statique appliquée, du film 
La2Ti2O7 déposé sur Nb:SrTiO3 (LTON-593) 
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Par ailleurs, une caractérisation réalisée par le Dr. Caroline Borderon GH O¶pTXLSH
0DWpULDX[ )RQFWLRQQHOV GH O¶,(75 GH O¶8niversité de Nantes, sur un autre film La2Ti2O7 
(LTON-588) déposé sur substrat Pt / SrTiO3, montre un comportement MIM et une 
accordabilité soXVO¶DSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSstatique, PDLVpJDOHPHQW ODSUpVHQFHG¶XQF\FOH
en forme « ailes de papillon » (Figure IV-25), qui pourrait être significatif de la présence 
G¶XQHIHUURpOHFWULFLWpGHFHWWHSKDVHR[\GH/¶DFFRUGDbilité de ce film, estimée à environ 8 % 
pour un champ continu de 190 kV/cm, est malheureusement accompagnée de pertes assez 
conséquentes tanG ~ 0,1 et 0,5 sous un champ statique de 0 et 190 kV/cm respectivement. 
Pour une raison que nous ne pouvons expliquer, le dépôt du film LTON-Q¶D pas donné 
lieu à la formation de sous-couches isolantes et semi-conductrices conduisant à une structure 
de type MOS. 
 
(a)  (b) 
Figure IV-25 - Variation, en fonction du champ statique appliqué et à 10 kHz, de la constante 
diélectrique H¶DHWGHODWDngente de pertes tanG (b) du film La2Ti2O7 (LTON-588) déposé sur Pt/SrTiO3  
IV.2. Résultats des mesures en hautes fréquences  
La caractérisation diélectrique en hautes fréquences des films La2Ti2O7 a été réalisée 
uniquement à partir des dispositifs coplanaires, ligne et résonateur à double stub. En effet, la 
caractérisation en structure MIM a montré des mesures très instables et des valeurs de H¶WUqV
élevées et incohérentes. Pour ces raisons, la caractérisation en hautes fréquences en structure 
MIM des films La2Ti2O7 ne sera pas présentée ici.  
IV.2.1. Mesures en structure coplanaire  
Dans cette partie du chapitre, nous allons présenter les résultats de caractérisation sur une 
structure coplanaire qui a été réalisé sur le LTON-590, présentant la phase La2Ti2O7. 
IV.2.1.1. Extraction de H¶HWde tanG  
La Figure IV-26 PRQWUHO¶pYROXWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVGLpOHFWULTXHVGHILOP/D2Ti2O7 en 
fonction de la fréquence. Les pertes de ce film sont assez faibles, tanG < 0,05, dans la gamme 
de fréquence 3 à 20 GHz. En dessous de 3 GHz, les pertes deviennent importantes mais sont 
sûrement dues aux pertes métalliques comme expliqué dans le Chapitre 3, paragraphe VI.2.1 ; 
Chapitre IV : Caractérisation diélectrique des films minces La-Ti-O-N 
155 
O¶pSDLVVHXU GH OD PpWDOOLVDWLRQ GH  P XWLOLVpH SRXU OD réalisation des dispositifs étant 
RSWLPLVpHDILQGHOLPLWHUO¶HIIHWde peau à une fréquence de travail de 10 GHz. 
La variation de H¶TXDQWjHOOHSUpVHQWHGHV VDXWV&H UpVXOWDW DpWpREVHUYpVXUG¶DXWUHV
pFKDQWLOORQV HW SRXUUDLW SURYHQLU G¶XQH FDOLEUDWLRQ QRQ RSWLPLVpH 'H SOXV OD WDLOOH GH FHV
pFKDQWLOORQV Q¶D SDV SHUPLV OD UpDOLVDWLRQ GH GLIIpUHQWHV OLJQHV &3: DILQ G¶XWLOLVHU SRXU
O¶H[WUDFWLRQ GX H¶ OD PpWKRGH PXOWL-OLJQHV HW V¶DIIUDQFKLU DLQVL GHs effets parasites de la 
calibration.  
  
(a) (b) 
Figure IV-26 - Variation de la constante diélectrique (a) et de la tangente des pertes (b), en fonction de la 
fréquence, de film mince oxyde La2Ti2O7 déposé sur substrat MgO (LTON-590) 
 
Compte tenu des variations importantes obtenues sur les résultats de H¶HWGHtanG des films 
La2Ti2O7, lors de la caractérisation en hautes fréquences sur la structure coplanaire (Figure 
IV-26), la rétro-simulation à partir de ces données montre des résultats incohérents qui ne 
SHXYHQWrWUHSUpVHQWpVSRXUOHPRPHQW'¶DXWUHVPHVXUHVDYHFOHPrPHFRPSRVpHWODPrPH
structure, doivent être réalisées afin de confronter les mesures à la rétro-simulation.  
IV.2.1.2. 0HVXUHG¶DJLOLWp 
La Figure IV-27 montre la variation, en fonction de la fréquence, du paramètre de 
transmission S21 G¶XQUpVRQDWHXUjdouble stubs réalisé sur un film mince La2Ti2O7 (LTON-
590). /¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS statique max de 46 kV/cm Q¶D SDV SHUPLV GHPRQWrer une 
variation du paramètre S21 et donc une agilité de ce film en hautes fréquences. Rappelons que 
ce matériau (échantillon LTON-588) avait montré en basses fréquences une faible agilité et un 
cycle G¶K\VWpUpVLV représentatifs G¶XQH IHUURpOHFWULFLWp Il semble que le champ appliqué en 
hautes fréquences, compte tenu des largeurs de gap utilisées (26 Pm), soit trop faible pour 
avoir une agilité détectable. 
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Figure IV-27 - Variation du paramètre S21, en fonction de la fréquence avec et sans champ statique 
DSSOLTXpG¶XQUpVRQDWHXUjVWXEUpDOLVpVXUXQILOP/D2Ti2O7 (LTON-590) 
V. CONCLUSION 
Dans ce chapitre, grâce à la caractérisation de lignes coplanaires et de capacités MIM, les 
propriétés diélectriques en basses et hautes fréquences des films minces La-Ti-O-N ont été 
mesurées. Les résultats montrent des comportements très différents entre les couches oxydes 
et les couches oxynitrures.  
La caractérisation des films oxynitrures LaTiO2N a montré que ce composé possède des 
YDOHXUVGHFRQVWDQWHGLpOHFWULTXHpOHYpHVHQEDVVHVIUpTXHQFHVDOODQWMXVTX¶jjN+]
Cette constante diélectrique décroît très rapidement lorsque la fréquence de travail augmente 
(à 10 GHz : 59 en structure MIM et 94 en structure coplanaire). Les pertes diélectriques 
montrent le même comportement, à savoir des valeurs très élevées en basses fréquences (tanG 
~ 16,70 à 1 kHz) TXL GLPLQXHQW MXVTX¶j  HQ VWUXFWXUH 0,0 HW  HQ VWUXFWXUH
coplanaires (à 10 GHz). CHVYDOHXUVVRQWWUqVYDULDEOHVG¶XQpFKDQWLOORQjXQDXWUHV\QRQ\PH
G¶XQHGpSHndance importante et directe des caractéristiques diélectriques à la teneur en azote, 
la cristallisation et aussi à la présence de défauts dans la structure. Une étude plus approfondie 
est nécessaire afin de pouvoir relier les variations observées aux caractéristiques physico-
chimiques des films. 
En basses fréquences, les couches minces LaTiO2N montrent une accordabilité assez 
LPSRUWDQWH VRXV O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS statique modéré, mais les champs maxima 
applicables aux structures sont assez faibles à cause du caractère semi-conducteur de cette 
FRPSRVLWLRQ (Q KDXWHV IUpTXHQFHV DXFXQH DJLOLWp Q¶D pWp REVHUYpH 'H SOXV DXFXQ
SKpQRPqQHGHUHOD[DWLRQQ¶DpWpREVHUYpHQKDXWHVRXen basses fréquences. Ceci confirme le 
fait que ces matériaux ne sont donc pas ferroélectriques. 
Le composé nommé LaTiO montre, hormis une décroissance de la tangente des pertes à 
très faibles fréquences, une stabilité de ces caractéristiques diélectriques sur une large gamme 
de fréquence. Les valeurs de H¶ UHOHYpHV VRQWGHajN+]HW GHaj*+] Ce 
composé ne présente aucune agilité mais possède des valeurs de pertes diélectriques très 
faibles. Les valeurs de tanG relevées sont inférieures à 0,01 et à 0,025 à 100 kHz et 10 GHz 
UHVSHFWLYHPHQW0rPHVLFHPDWpULDXQ¶HVWSDVIHUURpOHFWULTXHFHWWHSKDVHDpWpVpOHFWLRQQpH
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pour être utilisée, dans la suite de ce travail, pour OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH capacité localisée à 
faibles pertes dans des structures antennaires miniatures (Chapitre V). 
Le composé La2Ti2O7 a montré un comportement différent des autres films caractérisés 
dans cette étude (LaTiO ou LaTiO2N). Certains films ont montré, lors de leurs caractérisation 
en basses fréquences et en structure MIM, GHV UpVXOWDWV UHSUpVHQWDWLIVG¶XQ dispositif MOS. 
'¶autres films ont, par contre, PLVHQpYLGHQFHODSUpVHQFHG¶XQF\FOHdans la variation de la 
capacité MIM sous champ statique, ce TXL VHUDLW UHSUpVHQWDWLI G¶XQ FRPSRUWHPHQW
ferroélectrique. On rappelle que le composé La2Ti2O7 est considéré dans la littérature comme 
ferroélectrique avec une température de Curie très élevée (TC = 1450°C). A température 
ambiante, le composé est donc dans son état ferroélectrique, mais très loin de la transition 
ferroélectrique/paraélectrique [20], [22], qui se traduit par des constantes diélectriques 
relativement basses (~ 60), mais aussi par une accordabilité assez faible de 8 % avec un 
champ statique de 190 kV/cm. Les pertes diélectriques de ce composé sont faibles, tanG < 0,1 
à 10 kHz et < 0,025  à 10 GHzPDLVDXJPHQWHQWFRQVLGpUDEOHPHQWVRXV O¶DSSOLFDWLRQG¶XQ
champ bias. Cette phase La2Ti2O7 Q¶Dégalement pas PRQWUpG¶DJLOLWpHQhautes fréquences, 
mais ceci est surement dû à la faible valeur du champ continu, limité par le gap de la 
structure, appliqué lors de la caractérisation. 8QHPHVXUHGHO¶DJLOLWpHQKDXWHVIUpTXHQFHVGRLW
être faite sur une structure MIM afin de palier à cette valeur de champ faible. 
Pour finir, il faut noter que la caractérisation diélectrique du composé LaTiO2N Q¶DYDLW
jamais été réalisée auparavant sur des films minces. Les quelques études diélectriques des 
R[\QLWUXUHV SHURYVNLWHV VRQW G¶DLOOHXUV OLPLWpHV DX GRPDLQH GHV EDVVHV IUpTXHQFHV, par 
exemple [7], [8]. Nos résultats de la caractérisation diélectrique en basses et hautes fréquences 
des composés LaTiO2N aideront donc à enrichir la bibliographie de ces composés perovkites. 
De même, la caractérisation diélectrique en hautes fréquences de films minces oxydes 
La2Ti2O7 Q¶D MDPDLV pWp UHSRUWpe. Les résultats présentés ici seront donc les premières 
caractéristiques diélectriques disponibles pour cette phase sous forme de couches minces. De 
même, nos travaux ont mis en évidence pour la première fois les très faibles pertes 
diélectriques de la nouvelle phase oxyde LaTiO, qui sera utilisée dans un démonstrateur 
antennaire dans le chapitre V suivant. 
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I. INTRODUCTION 
Ce dernier chapitre est consacré à O¶XWLOLVDWLRQ GHVPDWpULDX[ couches minces LaTiO et 
BST pour réduire la taille électrique des antennes et leur apporter une agilité en fréquence. 
Nous rappelons ici que la composition LaTiO a été choisie pour la réalisation des prototypes 
G¶DQWHQQHVFDUelle a montré les plus faibles pertes diélectriques parmi les composés La-Ti-O-
N. 
Les matériaux utilisés dans ces travaux possèdent des fortes valeurs de permittivité et de 
IDLEOHVSHUWHVGLpOHFWULTXHVMXVTX¶jla dizaine de GHz. Ils ont également une faible épaisseur 
(matériaux en couches minces de quelques centaines de nanomètres). Ces considérations 
imposent un certain nombrHGHFRQWUDLQWHV VXU OHFKRL[GX W\SHG¶DQWHQQH à réaliser'¶XQH
part, la disponibilité du matériau uniquement en couches minces nous oriente vers les 
DQWHQQHV LPSULPpHV'¶DXWUH SDUW OHurs propriétés diélectriques imposent une configuration 
spécifique des champs électriques. En effet, le choix d¶XQHVWUXFWXUHG¶DQWHQQHHVWJXLGpSDUOH
EHVRLQG¶RSWLPLVHUO¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHPDWpULDXHWODUpSDUWLWLRQGXFKDPSpOHFWURPDJQpWLTXH
dans le voisinage de cette antenne. Ainsi, et pour les deux raisons citées, une structure 
antennaire de base a été retenue SRXU FHWWH pWXGH (OOH D O¶DYDQWDJH G¶rWUH ELHQ FRQQXH
théoriquement et avoir fait déjà O¶REMHWG¶DQDO\VHVWKpRULTXHV,OV¶DJLWG¶XQHantenne fente de 
type Notch [1] ± [3]. 
II.  ANTENNE NOTCH 
Dans cette partie, OD VWUXFWXUH G¶DQWHQQH Notch, intégrée à un plan de masse de taille 
réduite, est présentée. L¶LQIOXHQFH des principaux paramètres structurels GHFHW\SHG¶DQWHQQH
est étudiée pour évaluer sHVSHUVSHFWLYHVGHPLQLDWXULVDWLRQHWG¶DJLOLWpIUpTXHQWLHOOH. 
II.1. Définition 
Une antenne Notch (entaille), constituée G¶une fente TXDUWG¶RQGHtaillée dans un plan de 
masse métallique avec un côté ouvert sur le bord, est la structure complémentaire G¶XQH
antenne monopôle TXDUW G¶RQGH classique (Figure V-1). Ses propriétés sont en première 
approximation duales en termes d'impédance et de rayonnement. C¶HVWODVWUXFWXUHUpVRQDQWH
ayant la longueur la plus courte existante [1]±[3]. 
 
Figure V-1 - Antenne fente type NRWFKPRGHUpVRQDQWHQTXDUWG¶RQGH 
Chapitre V : Réalisation des antennes miniatures et reconfigurables utilisant les oxydes LaTiO et BST 
166 
&H W\SH G¶DQWHQQH est attractif pour une intégration dans les terminaux et permet une 
réduction du coût lié à sa fabrication directe sur un circuit imprimé servant également aux 
IRQFWLRQV pOHFWURQLTXHV G¶XQ GLVSRVLWLI. Cependant, les antennes type fente sont sensibles à 
leur environnement, en particulier, toute modification du plan de masse amène une altération 
GXFRPSRUWHPHQWGHO¶DQWHQQH [1].   
Différentes études expérimentales montrent des perspectives intéressantes à O¶XWLOLVDWLRQ
G¶DQWHQQHVW\SHIHQWHGDQVOHVWHUPLQDX[[4]. Mais dans la réalité, cette utilisation reste encore 
peu FRXUDQWHDXMRXUG¶KXLLa Figure V-2 présente une antenne type fente 3D intégrée dans un 
terminal qui a été proposée dans [4]. 
 
Figure V-2 - Antenne type fente 3D intégrée dans un  terminal [4] 
II.2. Influence des principaux paramètres GHO¶DQWHQQH 
Les principaux paramètres structurels qui agissent sur les propriétés G¶LPSpGDQFH de 
O¶antenne sont présentés sur la Figure V-3, et se sont : la longueur (Ls) et la largeur (W) de la 
IHQWH ODSRVLWLRQG¶H[FLWDWLRQ (a) et de la longueur du stub ouvert (Lf). Nous définirons ces 
grandeurs, et nous présenterons leur influence VXUOHVSURSULpWpVGHO¶DQWHQQHGDQVOHVVHFWLRQV
ci-dessous. Notre étude est basée sur les résultats G¶XQHVLPXODWLRQHIIHFWXpHDYHFOHORJLFLHO 
FRPPHUFLDO$QV\V+)66YG¶XQHDQWHQQH1RWFKUpDOLVpH sur un substrat FR4 (couramment 
appelé verre époxy) de dimensions 50 mm x 110 mm x 0,8 mm.  Cette antenne est excitée par 
une ligne microruban de 50 ȍ Le plan de référence de O¶LPSpGDQFHse trouve au centre de la 
fente, sous la ligne microruban.  
 
Avec :  
Ls, longueur de la fente ; 
W, largeur de la fente ; 
Lf, longueur du stub ouvert ;  
aSRVLWLRQGHO¶H[FLWDWLRQ 
  
 
Figure V-3 ± Les principaux paramètres géométriques G¶une antenne fente 
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II.2.1.  Influence de la longueur de la fente (Ls) 
'DQV FH SDUDJUDSKH QRXV pWXGLRQV O¶LQIOXHQFH GH OD ORQJXHXU GH OD IHQWH (Ls) sur la 
fréquence de résonance GHO¶DQWHQQH (Figure V-4). Les autres paramètres sont fixés à : W = 2 
mm, Lf = 18 mm et a = 5 mm. 
 
Figure V-4 : Evolution de la fréquence de résonance de l'antenne en fonction de la longueur de la fente (Ls) 
 
La Figure V-4 montre que la fréquence de résonance GH O¶DQWHQQH suit une évolution 
approximativement linéaire et décroissante avec l¶DXJPHQWDWLRQGHOD longueur de la fente. La 
courbe fluctue quand Ls est aux alentours de 40 mm. Ceci peut être expliqué comme suivant : 
pour une longueur inférieure à 35 mm les courants les plus forts sont concentrés autour de la 
fente rayonnante. A partir de 38 mm, les courants forts ne sont plus uniquement concentrés 
autour de la fente mais µV¶pWDOHQW¶ sur le PCB (Printed Circuit Board), avec des niveaux 
significatifs sur les arêtes proches. La troncature du plan de masse contrarie la distribution des 
courants surfaciques, ce qui semble créer une fluctuation GDQVO¶pYROXWLRQGHODIUpTXHQFHGH
résonance avec la longueur de la fente. La Figure V-5 illustre ces propos. 
 
              (a) 
 
(b) 
 
Figure V-5 : Densités surfaciques de courant pour Ls= 35 mm (a) et Ls= 49 mm (b) 
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II.2.2.  Influence de la largeur de la fente (W) 
'DQVFHSDUDJUDSKHQRXVpWXGLRQVO¶LQIOXHQFHGHODODUJHXUGHODIHQWHW sur la fréquence 
de résonance (Figure V-6a) et O¶LPSpGDQFH(Figure V-6b) GHO¶DQWHQQH/HVautres paramètres 
sont fixés à : Ls=44,6 mm, Lf = 18 mm et a = 12,6 mm.  
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-6 - Evolution de la fréquence de résonance en fonction de la largeur de la fente (a) et  de 
O¶LPSpGDQFH(partie réelle en trait continu, partie imaginaire en trait pointillé) en fonction de la fréquence 
pour plusieurs valeurs de W (b) 
La fréquence de résonance de la structure diminue de manière quasi linéaire avec 
O¶DXJPentation de la largeur de la fente. Ceci est justifié par le fait que lorsque la largeur de la 
fente augmente, le trajet des courants autour de la fente est rallongé, G¶RXQHDXJPHQWDWLRQ
GHODORQJXHXUG¶RQGH. LHVFRXUEHVG¶LPSpGDQFH montrent une variation plus grande avec une 
fente large, synonyme de bande passante potentiellement plus large, ce comportement est 
assez classique.  
II.2.3.  Influence de la position dHO¶excitation (a) 
/¶H[FLWDWLRQ GH OD IHQWH HVW HIIHFWXpH SDU FRXSODJH pOHFWURPDJQpWLTXH GH OD OLJQH
microruban placée à la distance a du côté ³court-circuit´ de la fente G¶DXWUH PRGH
G¶H[FLWDWLRQVRQt possible [5]). Pour cette étude les autres paramètres sont fixés aux valeurs 
suivantes : Ls = 44,6 mm,  W = 2 mm et Lf  = 18 mm. 
La Figure V-7 SUpVHQWH O¶pYROXWLRQ GH O¶LPSpGDQFH GH O¶DQWHQQH VHORQ OD SRVLWLRQ
G¶H[FLWDWLRQ 2Q SHXW FRQVWDWHU TXH ORUVTXH OH SRUW G¶H[FLWDWLRQ HVW SODFp YHUV O¶H[WUpPLWp
ouverte de la fente, les amplitudes des parties réelle et imaginaire sont plus élevées (lieu de 
KDXWH LPSpGDQFH GH OD IHQWH 3DU FRQWUH OD IUpTXHQFH GH UpVRQDQFH GH O¶DQWHQQH Q¶HVW SDV
affectée. Ceci nous peUPHW G¶DGDSWHU O¶DQWHQQH j O¶LPSpGDQFH TXH O¶RQ GpVLUH  ȍ
typiquement) en modifiant ODSRVLWLRQGHODVRXUFHG¶H[FLWDWLRQ 
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Figure V-7 : Influence de la position d'excitation sur l'impédance de l'antenne (partie réelle en trait 
continu et partie imaginaire en trait pointillé) pour plusieurs valeurs de a 
II.2.4. Influence de la longueur du stub ouvert (Lf) 
La longueur du stub ouvert (Lf) est la longueur de la ligne microruban à partir du centre de 
la fente. La Figure V-8 SUpVHQWHO¶LPSpGDQFHGHO¶DQWHQQHSRXUGifférentes valeurs de Lf, les 
autres paramètres sont fixés pour cette simulation aux valeurs suivantes : L s= 44,6 mm, W = 2 
mm et a =12,6 mm.  
Cette figure confirme que ce stub en circuit-ouvert de longueur Lf correspond à un 
GLVSRVLWLIG¶DGDSWDWLRQG¶LPSpGDQFHTXLQ¶LPSDFWHTXHODSDUWLHLPDJLQDLUHGHO¶LPSpGDQFHOD
partie réelle ainsi que ODIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHGHO¶DQWHQQHQHVRQWSDVDIIHFWpHV 
 
Figure V-8 - Influence de la longueur du stub sur l'impédance de l'antenne (partie réelle en trait continu 
et partie imaginaire en trait pointillé) 
II.2.5. ,QIOXHQFHGXFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQ 
La mesure des antennes « électriquement petites », avec les méthodes classiques dite 
invasives qui utilisent un câble coaxial de mesure est souvent délicate. /¶Xne des raisons de 
cette difficulté est les perturbations introduites par le câble de mesure, lesquelles viennent 
LQWHUDJLUDYHFOHVFKDPSVUpDFWLIVGHO¶DQWHQQHHWPRGLILHnt structurellement le plan de masse 
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GH O¶DQWHQQH. Dans ce travail de thèse, nous proposons une procédure permettant de réduire 
O¶LQIOXHQFHGXFkEOH lors de ODPHVXUHGH O¶DQWHQQH(OOH FRQVLVWH dans un premier temps, à 
étudier en simulation les perturbations engendrées par le câble coaxial de mesure, et ensuite 
G¶essayer de trouver une position optimale qui minimise ces effets. 
La Figure V-9 présente la distribution du courant de surface de la structure antennaire. 
Nous pouvons constater que le courant est maximal principalement autour de la fente et aux 
bords du plan de masse. 
 
Figure V-9 ± Distribution du courant surfacique de la structure antenne Notch 
 
A partir de cette observation, nous proposons GDQV FHWWH SDUWLH G¶pWXGLHU deux 
configurations pour le raccord du câble coaxial (Figure V-10). La première cherche à éloigner 
le câble de la fente, la seconde propose une disposition du câble au centre du plan de masse, 
ou le courant est minimal, avec une orientation orthogonale vis-à-vis du champ électrique 
UD\RQQpSDUO¶DQWHQQH 
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-10 ± Antenne avec câble de mesure a) au bord et b) au centre du plan de masse 
 
La Figure V-11 montre O¶LQIOXHQFH GH OD SRVLWLRQ du câble coaxial sur la fréquence et 
O¶LPSpGDQFH GH O¶DQWHQQH SRXU OHV GHX[ FRQILJXUDWLRQV /D VROXWLRQ proposée avec le câble 
orthogonal au centre du plan de masse montre une moindrHLQIOXHQFHVXUO¶LPSpGDQFHCette 
REVHUYDWLRQSHXWV¶H[SOLTXHU par le fait que, comme les courants surfaciques significatifs sont 
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présents plutôt sur les bords du plan de masse, en connectant le câble sur une arête du plan de 
masse, on modifie alors sa géométrie, ce qui perturbe la distribution des courants et en 
conséquence, O¶LPSpGDQFHGHO¶DQWHQQH est affectée. En revanche, quand le câble est placé au 
centre du plan de masse, il va avoir tUqVSHXG¶LQIOXHQFHVXU la distribution des courants de 
surface, et donc sur le comportement de l¶DQWHQQHHVWPLQLPLVpSon orientation orthogonale à 
OD SRODULVDWLRQ SULQFLSDOH GH O¶DQWHQQH FRQWULEXH jPLQLPLVHU encore plus son influence sur 
O¶LPSpGDQFH. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-11 ± a) le coefficient de réflexion S11 (dB) et b) O¶Lmpédance (partie réelle en trait continu et 
partie imaginaire en trait pointillé) avec et sans câble 
 
Il faut noter également que la présence du câble affecte le diagramme de rayonnement de 
O¶DQWHQQH Figure V-12). En effet, on constate que cet effet est moindre dans le cas où le 
câble est placé au centre du plan de masse tandis que lorsque  le câble est connecté au bord du 
plan de masse, le rayonnement est complètement perturbé. Nous retenons donc la position 
centrée du câble de mesure pour les UpDOLVDWLRQVSUDWLTXHVG¶DQWHQQH 
 
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
Figure V-12 ± 6LPXODWLRQGHJDLQG¶DQWHQQH en 3D à 860 MHz a) sans câble de mesure ; b) avec le câble 
de mesure au centre c) avec le câble de mesure au bord du plan de masse 
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II.3. Choix des solutions pour la miniaturisation et O¶agilité en 
fréquence 
&RPPHQRXVO¶DYRQVGpMjUDSSHOp, les matériaux diélectriques utilisés dans cette thèse ont 
des permittivités élevées, de faibles pertes diélectriques et des épaisseurs très faibles (couches 
minces de quelques centaines de nanomètres). Ces considérations imposent un certain nombre 
de contraintes fortes sur le choix des solutions pour leur utilisation dans des structures 
G¶DQWHQQHV FHQWLPpWULTXHV. Deux solutions peuvent être envisagées : la première est 
O¶utilisation G¶XQ substrat multicouche (couche mince déposée sur un substrat), la seconde est 
FHOOHGHO¶utilisation de composants discrets (capacité) à base des couches minces. 
Pour être en adéquation avec la technologie des couches minces, la géométrie G¶DQWHQQH
étudiée a été fixée aux paramètres indiqués dans le Tableau V-1. 
Taille du substrat 20 x 20 mm2 
 
Permittivité du substrat 9,8 
Longueur de la fente Ls 18 mm 
Largeur de la fente W 2 mm 
Tableau V-1 ± Les paramètres du modèle G¶DQWHQQH pour O¶LOOXVWUDWLRQ 
II.3.1. Utilisation de substrat multicouche 
La longueur de la fente dHO¶antenne de type Notch correspond classiquement à Og/4, où Og  
HVWODORQJXHXUG¶RQGHJXLGpHGDQVODVWUXFWXUHGHO¶DQWHQQHcalculée par : 
0
g
eff
OO H  (5.1) 
Où O0 est la ORQJXHXUG¶RQGHGDQV OHYLGH et effH , la permittivité effective de la structure 
G¶DQWHQQH 
/¶pTXDWLRQ  gouverne le potentiel de miniaturisation de l¶antenne (réduction de la 
ORQJXHXU G¶RQGH JXLGpH HW GRQF GH OD ORQJXHXU GH OD IHQWH YLD O¶DXJPHQWDWLRQ de la 
permittivité effective de la structure. 
/¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FRQVWDQWe diélectrique d¶un substrat peut être réalisée par 
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQsubstrat multicouche (couche mince + substrat), comme illustré par la Figure 
V-13. La principale contrainte liée jO¶XWLOLVDWLRQGHQRVPDWpriaux en couche mince dans cet 
assemblage est la faible épaisseur de la couche comparée à celle du substrat. 
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Figure V-13 ± CircuLWG¶DQWHQQHVXUVXEVWUDWPXOWLcouche 
 
/¶HVWLPDWLRQ GH la permittivité du substrat multicouche est réalisée par la formule de 
dilution donnée par H. Mosallaei et al. [6]. Pour un substrat à deux couches, on obtient : 
21
2
221
1
1
111
hh
h
hh
h
e 
 HHH  (5.2) 
Avec : 
İ1, İ2 , les permittivités relatives de chaque couche ; 
h1, h2 les épaisseurs de chaque couche ; 
İe , la permittivité équivalente du multicouche. 
 
Figure V-14 ± Permittivité équivalente GXVXEVWUDWPXOWLFRXFKHHQIRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKH
mince. Avec h1 = 0,PPHWİ1 = 9,8 pour plusieurs valeurs de H2 
 La Figure V-14 PRQWUH O¶pYROXWLRQ GH OD SHUPLWWLYLWp pTXLYDOHnte d¶un substrat 
multicouche en fonction de O¶pSDLVVHXUGH ODFRXFKHPLQFHet pour différentes valeurs de sa 
permittivité relative. Nous remarquons que la variation de la permittivité équivalente est 
G¶XQH SDUW WUqV IDLEOH de O¶RUGUH GH~ 2 % (de 9,8 à 10), lorsque O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH
mince varie de 0 à 10 µm. De même, la variation de la permittivité équivalente G¶XQ
multicouche, DYHFXQHFRXFKHPLQFHGHPHVWGHO¶RUGUHGH0,2 % lorsque la permittivité 
de la couche mince est variée de 75 à 500. Cette variation devient quasiment nulle quand 
O¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHPLQFHHVWLQIpULHXUHjP 
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De même, les variations observées sur les caractéristiques (impédance et fréquence de 
UpVRQDQFHG¶XQHDQWHQQHVRQWWUqVIDLEOHVFRPPHPRQWUpGDQVODFigure V-15. En effet, cette 
variation de He de 2 % (pour une épaisseur de couche de 10 µm et une permittivité Hcm de 500) 
induit une variation de fréquence de 'Fres(%) ~ 0,4 %.  
Par conséquent, nous constatons que, pour que cette solution devienne intéressante, 
O¶pSaisseur de la couche mince doit être supérieure à la dizaine de µm. 6DFKDQWTXHO¶pSDLVVHXU
des couches minces est généralement SOXW{WGHO¶RUGUHGXPLFURPqWUHHWTXHGans le cadre de 
cette thèse, les fortes épaisseurs de couches minces ne peuvent pas être obtenues 
technologiquement, cette solution ne peut pas être envisagée. 
Par ailleurs, oQSHXW pJDOHPHQW HQYLVDJHUXQH UpGXFWLRQGH O¶pSDLVVHXUGX VXEVWUDWPDLV
nous limiterons nos recherches aux substrats disponibles assurant notamment la fonction de 
support mécanique souhaité. 
&HWWHVROXWLRQQ¶HVWGRQFSDVUHWHQXHSRXUODFRQFHSWLRQG¶DQWHQQHVPLQLDWXUHV 
 
Figure V-15 ± Variation de l¶LPSpGDQFH de l¶DQWHQQHen fonction de la variation de permittivité 
équivalente (partie réelle en trait continu et partie imaginaire en trait pointillé) 
II.3.2. Utilisation de composant discret à base de couches minces 
Dans le chapitre précédent (Chapitre IV), nous avons présenté les résultats de la 
caractérisation diélectrique des couches minces LaTiO, réalisée sur des structures de capacité 
MIM en disques imbriqués (Figure V-16).  
 
(a) 
 
         (b) 
Figure V-16 ± Structure de la capacité MIM a) Modèle de simulation b) vue en coupe 
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Les films minces LaTiO RQWPRQWUpGHVYDOHXUVGHFRQVWDQWHGLpOHFWULTXHGHO¶RUGUHGH
LeVYDOHXUVGHVFDSDFLWpVGHVVWUXFWXUHV0,0UpDOLVpHVV¶pFKHORQQHQWHQWUH 0,8 à la dizaine de 
pF, selon la dimension des électrodes et O¶pSDLVVHXUGHODFRXFKH mince. /¶XWLOLVDWLRQGHFHV
FDSDFLWpVSHXWV¶avérer intéressante SRXUODPLQLDWXULVDWLRQG¶DQWHQQe [5], [7].  
Nous allons étudier dans ce paragraphe O¶LQIOXHQFHGHODFKDUJHFDSDFLWLYH que nous allons 
LQWURGXLUHGDQVO¶DQWHQQH sur le comportement de celle-ci, sans modifier sa géométrie.  
6HORQO¶pWXGHGH/DFKHWDO[5]O¶XWLOLVDWLRQGHODFDSDFLWpest plus efficace quand celle-ci 
HVWORFDOLVpHjO¶H[WUpPLWpRXYHUWHGHODIHQWHFigure V-17a). Cet emplacement rend le taux de 
miniaturisation plus élevé. Cela peut-être expliqué par le fait que le champ électrique est plus 
fort à cette extrémité comme observé dans la Figure V-17b. 
 
 
(a) (b) 
Figure V-17 ± Position  G¶XQHFKDUJHFDSDFLWLYH(a) et Champ Electrique dans le plan de masse G¶XQH
antenne Notch (b) 
 
Une VLPXODWLRQ G¶DQWHQQH Notch avec différentes valeurs de capacité est réalisée. Les 
impédances GH O¶DQWHQQH sont extraites de cette simulation et sont présentées sur la Figure 
V-18. Un déplacement de la résonance vers les basses fréquences est observé. Ce déplacement 
SHXWrWUHDVVLPLOpjXQHPLQLDWXULVDWLRQGHO¶DQWHQQHpWDQWGRQQpODUpGXFWLRQGH la longueur 
électrique équivalente, qui est définie comme le rapport entre la longueur de la fente et la 
ORQJXHXUG¶Rnde à la fréquence de résonance.  
 
Figure V-18 - Impédance de l¶antenne Notch pour différentes charges capacitives (partie réelle en trait 
continu et partie imaginaire en trait pointillé) 
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De même, la Figure V-19 PRQWUHTXHODEDQGHSDVVDQWHGHO¶DQWHQQHVHUpGXLWORUVTXHOD
FDSDFLWpDXJPHQWHHWGRQFOHIDFWHXUGHTXDOLWpG¶DQWHQQHDXJPHQWHDXVVL&HUpVXOWDWPRQWUH
TXHO¶LQWURGXFWLRQG¶XQH capacité apporterait une PLQLDWXULVDWLRQGHO¶DQWHQQHet augmenterait 
son facteur de qualité. Ce comportement est conforme aux lois fondamentales des antennes 
miniatures. 
 
Figure V-19 ± Coefficient de réflexion dHO¶DQWHQQH pour différentes charges capacitives (partie réelle en 
trait continu et partie imaginaire en trait pointillé) 
 
Le Tableau V-2 donne les fréquences de résonance résultantes et la variation relative de 
celles-ci ('Fres (%)) pour différentes valeurs de la charge capacitive. La variation relative de 
la fréquence est définie par : 
charge 0
0
(%) x 100res
F F
F
F
'   (%) (5.3) 
Où F0 est ODIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHGHO¶DQWHQQHVDQVODFDSDFLWpHWFcharge, la fréquence de 
résonance GHO¶DQWHQQHavec la charge capacitive. 
Capacité (pF) Fres (GHz) 'Fres (%) 
0 2,18 0 
0,5  1,52 30,27 
1 1,22 44,03 
2 1,04 52,29 
3  0,93 57,34 
4  0,78 64,22 
5  0,69 68,34 
8 0,53 75,68 
10 0,46 78,89 
Tableau V-2 - Fréquences de résonance GHO¶DQWHQQHHWVDYDULDWLRQUHODWLYHen fonction de la valeur de 
la charge capacitive 
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On observe une diminution non linéaire de la fréquence de résonance lorsque les valeurs 
de la capacité augmentent. Avec une charge capacitive de 0,5 pF, le taux de miniaturisation 
atteint est de 30 %, mais la différence obtenue avec les valeurs de capacité plus élevée devient 
moins importante. Comme exemple, la variation entre les 'Fres (%) obtenues avec des 
capacités de 4 et 5 pF est seulement de 4 %, elle devient de 3,21 % entre 8 et 10 pF. Cette 
variation évolue de manière exponentielle inversée, comme illustré dans la Figure V-20. 
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Figure V-20 - Variation de la fréquence de résonance GHO¶DQWHQQHen fonction de la valeur de la charge 
capacitive 
 
Cette variation relative de la fréquence de résonance peut être considérée comme la 
variation relative de la longueur de l¶antenne Notch qui peut être obtenue si on maintient la 
fréquence de résonance en réajustant les dimensions de l¶DQWHQQH 1RXV O¶DSSHOOHURQV GRQF
par la suite le taux de miniaturisation. 
Dans les parties qui suivent, nous allons étudier cette technique de chargement capacitif 
localisé en utilisant les couches minces LaTiO et BST. 
III. ANTENNES NOTCH MINIATURES UTILISANT DES 
CAPACITES MIM A BASE DE COUCHE MINCE LaTiO 
'DQV FH SDUDJUDSKH QRXV pWXGLRQV ODPLQLDWXULVDWLRQ G¶DQWHQQH1RWFK SDU O¶LQWpJUDWLRQ
G¶XQHFKDUJHFDSDFLWive de structure MIM à base de films minces LaTiO.  
III.1.  Conception d'antenne et intégration de la capacité 
L'antenne, alimentée par couplage électromagnétique via une ligne microruban, est 
chargée j O¶H[WUpPLWp RXYHUWH GH OD IHQWH (Figure V-21a) par la structure de capacité MIM 
développée précédemment (Figure V-16). La fente possède une longueur Ls = 44,6 mm, lui 
permettant de rayonner (sans la charge capacitive) à  f0= 900 MHz (~ Ȝ0/7). La largeur de la 
fente est de W = 2 mm. L'adaptation d'impédance est réalisée en faisant varier la position de la 
ligne d'alimentation et la longueur de la ligne au-delà de la fente Lf. Le substrat utilisé est le 
FR4, avec une constante diélectrique Hr = 4,4 et une tangente de pertes de 0,02 à 1 GHz. 
/¶épaisseur du substrat FR4 est de 0,8 mm. La ligne microruban a une largeur de 1,51 mm 
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SHUPHWWDQWG¶REWHQLUXQ guide d'onde de 50 :. Les dimensions du plan de masse sont 50 mm 
par 110 mm. 
Les connexions entre les électrodes de la capacité MIM et le plan de masse ont été 
réalisées à O¶DLGHGHILOde pontage en or de diamètre 25 ȝPFigure V-21b).   
 
(a) 
  
(b) 
Figure V-21 - 6FKpPDGHO¶DQWHQQHHQWDLOOHDHW modèle de simulation b) après intégration de la capacité 
 
La valeur capacitive de la structure MIM a été déterminée  dans le chapitre 2 (Paragraphe 
III.2.2.1). Cette valeur dépend du diamètre GHO¶pOHFWURGHFHQWUDOH 2r et de la permittivité de la 
couche mince que nous appellerons dans ce chapitre Hcm afin de la différencier de la 
permittivité des substrats utilisés, qui sera noté Hr.  
L¶HIIHWde la variation du rayon GH O¶électrode centrale (r) sur la fréquence d¶DGDSWDWLRQ
G¶LPSpGDQFH GH O¶DQWHQQH pour une permittivité Hcm de 60 est montré Figure V-22a. De 
PrPH O¶LQIOXHQFH GH OD variation de la permittivité Hcm, sur la fréquence d¶DGDSWDWLRQ de 
O¶DQWHQQHpour un rayon de l¶pOHFWURGHGHr = 30 µm, est présenté Figure V-22b. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-22 ± (YROXWLRQGXFRHIILFLHQWGHUpIOH[LRQG¶DQWHQQHVHORQOHFKDQJHPHQWDdu rayon de 
O¶pOHFWURGHFHQWUDOHİcm = 60) et b) de la permittivité de la couche mince (r = 30 µm) 
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Nous constatons que la fréquence de fonctionnement de l¶DQWHQQH HVW GpSODFpH YHUs les 
basses fréquences TXDQGOHUD\RQGHO¶pOHFWURGHFHQWUDOHRXODSHUPLWWLYLWpGHODFRXFKHPLQFH
augmente. EQG¶DXWUHVWHUPHV, le taux de miniaturisation est augmenté lorsque la capacité est 
augmentée (résultat conforme à celui obtenu dans le paragraphe précédent). Néanmoins, la 
miniaturisation GH O¶DQWHQQH introduit ici la réduction de la bande passante et de O¶HIILFDFLWp 
rayonnée de l¶DQWHQQHFRPPHLOOXVWUpGDQVODFigure V-23. 
 
Figure V-23 ± (YROXWLRQGHO¶HIILFDFLWpG¶DQWHQQHen fonction du rayon GHO¶pOHFWURGHFHQWUDOH (r) 
 
La Figure V-24 nous montre le diagramme de gain de l¶DQWHQQHHQ'à 600 MHz pour un 
rayon central de 30 µm et une permittivité de la couche mince de Hcm = 60. 
 
Figure V-24 ± Gain total en 3D de l¶DQWHQQHFKDUJpe avec une capacité de r = 30 µm et Hcm = 60 
III.2. Caractérisation de la capacité 
La caractérisation diélectrique, en hautes fréquences, des capacités MIM à base de films 
minces LaTiO a été réalisée avec une station VNA HP8510C et une microsonde d¶XQSDVGe 
150 µm. Cette caractérisation a permis de déterminer les propriétés diélectriques (permittivité 
et tangente de pertes) des films minces LaTiO (Chapitre IV, paragraphe III.2). 
Deux échantillons ont été choisis parmi les films caractérisés, pour l'intégration dans les 
SURWRW\SHVG¶antenne : le LTO-114 déposé sur un substrat de Pt/Si; et le LTO-145 déposé sur 
un substrat Pt/SrTiO3. Les valeurs des capacités obtenues à 1 GHz sont de 1,5 pF et 3,8 pF 
pour le LTO-114 et le LTO-145 respectivement (Figure V-25). Les paramètres des structures 
MIM à base de films LaTiO sont présentés dans Figure V-25a. 
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 LTO-114 LTO-145 
Ep (nm) 1200 470 
r (µm) 33 32 
Hcm 64 61 
tanG 0,004 0,003 
C (pF) 1,5 3,8 
 
  
(a) (b) 
Figure V-25- Capacités des structures MIM, LTO-114 et LTO-145 
III.3. Caractérisation de l'antenne 
III.3.1. 3URWRW\SHVHWPHVXUHG¶impédance 
Les prototypes ont été réalisés avec les capacités à base des deux couches minces ; la 
Figure V-26a montre OHSURWRW\SHG¶DQWHQQHUpDOLVpDYHFODFDSDFLWpLTO-145. La connexion 
HQWUHOHVpOHFWURGHVHWOHSODQGHPDVVHDpWpUpDOLVpHjO¶DLGHGHILOGHSRQWDJHGHPGH
GLDPqWUH/¶DOLPHQWDWLRQTXDQWjHOOHDpWpUpDOLVpHJUkFHjXQlien optique pour les mesures 
de rayonnement. La Figure V-26b présente le coefficient de réflexion S11 du prototype réalisé 
mesuré avec un câble coaxial perpendiculaire au plan de masse. 
 
 
 
 
 
 
(a) 
 
 
(b) 
Figure V-26 ± a) Prototype d'antenne entaille et b) Mesure et simulation du coefficient de réflexion S11 
(simulation en trait continu et mesure en trait pointillé) 
 
En observant la mesure du paramètre S11, nous constatons que la bande de fonctionnement 
GHO¶DQWHQQHVHGpSODFHYHUVOHVEDVVHVIUpTXHQFHVDSUqVO¶LQWpJUDWLRQGHVFDpacités MIM. Elle 
est déplacée de 885 MHz (sans capacité) à 633 MHz avec le LTO-114 (1,5 pF) et de 885 
MHz à 317 MHz avec le LTO-145 (3,8 pF), ce qui correspondrait à des taux de 
miniaturisation de 28 % et 64 %, respectivement (le Tableau V-3). Par contre, l'adaptation et 
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la bande passante de l'antenne sont dégradées (Figure V-26b). Les résultats de la mesure 
H[SpULPHQWDOH GH O¶DQWHQQH VRQW FRQIRUPHV j FHX[ REWHQXV SDU VLPXODWLRQ GH OD VWUXFWXUH
incluant la capacité MIM et les pontages, sous HFSS (Figure V-26b). 
Prototype Capacité (pF)  Fréquence G¶DGDSWDWLRQ Fa (MHz) Taux de miniaturisation 
Sans capacité 0 885 0 
LTO-114 1,5 633 28,5 % 
LTO-145 3,8 317 64,1 % 
Tableau V-3 ± Résumé des performances des prototypes réalisés 
III.3.2. Facteur de Qualité 
Le facteur de qualité Q est un paramètre important des antennes miniatures, car il est 
directement lié à la bande passante. Pour calculer Q, ici nous utiliserons la formule donné par 
Yaghjian [8] valable au voisinage de la résonnance : 
 '0
0 0 0
0 0
( ) ( )
2 ( )
Q Z
R
ZZ ZZ  (5.4) 
Où R0 est ODSDUWLHUpHOOHGHO¶LPSpGDQFHFRPSOH[HZ0¶, la dérivée GHO¶LPSpGDQFHFRPSOH[H 
et Ȧ0, la pulsation. 
Les valeurs du IDFWHXU GH TXDOLWp FDOFXOpHV j OD IUpTXHQFH G¶DGDSWDWLRQ Fa pour les 
différentes configurations présentées dans le paragraphe précédent, sont regroupées dans le 
Tableau V-4. Nous pouvons vérifier que lorsque la valeur de la capacité augmente (et donc la 
fréquence de fonctionnement diminue), le facteur de qualité Q augmente et par conséquent la 
bande passante diminue. Ceci est valable pour les résultats expérimentaux et ceux de la 
simulation. 
Prototype Capacité (pF)  
Fa (MHz)  Q  
Mesure Simulation Mesure Simulation 
Sans capacité 0 885 940 12 11 
LTO-114  1,5 633 620 65 91 
LTO-145 3,8 317 300 93 119 
Tableau V-4 ± Facteur de qualité des prototypes d¶antennes utilisant les capacités MIM à base de films 
minces LaTiO 
 
En observant la Figure V-27, nous pouvons constater que, selon le volume équivalent 
FRQVLGpUpVHORQODWDLOOHpOHFWULTXHGHO¶DQWHQQHTXLSUHQGHQFRPSWHOHVGLPHQVLRQVGXSODQ
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de masse, les résultats de simulation et de mesure se rapprochent des limites fondamentales de 
Chu SRXUXQHHIILFDFLWpUD\RQQpHGHj0+]HWj0+]/¶pFDUWHQWUHOHV
résultats de simulation et ceux de la mesure nous laisse anticiper une efficacité plus faible de 
O¶DQWHQQHORUVGHODPHVXUHH[SpULPHQWDOH 
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Figure V-27 - Évolution du facteur de qualité Q simulé et mesuré en fonction de la taille électrique de 
O¶DQWHQQHNDHWFRPSDUDLVRQDYHFOHVOLPLWHVGH&KX  
III.3.3. Mesure de rayonnement 
Nous traçons les diagrammes de gain obtenus expérimentalement dans la chambre 
anéchoïde du CEA LETI à Grenoble. La Figure V-28 montre les plans de coupe considérés 
ORUVGH ODPHVXUHG¶DQWHQQH'DQV ODVXLWHGHFHSDUDJUDSKH OHV UpVXOWDWVGHVLPXODWLRQTXL
seront confrontés à ceux de la mesure, prendront en compte les effets du câble utilisé lors de 
la mesure.  
 
Figure V-28 ± Antenne et plans de coupe pour la mesure de rayonnement GHO¶DQWHQQH 
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Le Tableau V-5 montre les diagrammes de gain obtenus lors de la caractérisation de 
O¶DQWHQQHDYHFODFDSDFLWp/72-114, à la fréquence F = 630 MHz et dans les plans xOz, yOz 
et xOy. Ces diagrammes ont été mesurés en chambre anéchoïde j O¶DLGHG¶XQSRQWRSWLTXH
compact (Figure V-26a) afin de limiter les perturbations en zone de champ réactif. Le gain 
PD[LPDOG¶DQWHQQHREWHQXHVWGH-1,8 dBi. Ce gain modéré est à associer à la miniaturisation 
GH O¶DQWHQQH /D IRUPH GX GLDJUDPPH HVW FHOXL G¶XQ GLS{OH /HV SURSULpWpV
omnidirectionnelles sont conservées. La comparaison des diagrammes simulés et mesurés est 
satisfaisante à la fois au niveau de la polarisation principale et de la polarisation croisée, sauf 
dans le plan xOy correspondant au SODQGHPDVVH&HFLHVWVXUHPHQWGjO¶HIIHWGHODSDUWLH
métallique du transducteur optique utilisé lors de la mesure.  
ĳ= 0° (xOz) ĳ= 90° (yOz) ș= 90° (xOy) 
   
 
Tableau V-5 - Diagrammes de gain simulés (en trait continu) et mesurés (en trait pointillé) à 630 MHz.  
III.3.4. &RPSDUDLVRQDYHFO¶DQWHQQHXWLOLVDQWune capacité CMS 
commerciale 
Dans ce paragraphe, la performance de l¶DQWHQQHDYHFune capacité à base de film mince 
LaTiO est comparée avec celle utilisant une capacité CMS commerciale.  
La capacité CMS utilisée est un condensateur à facteur de qualité Q élevé, fabriqué par 
Johanson Technology, et a une valeur de capacité de 1,8 pF [9]. Cette capacité est modélisée 
par un circuit RLC en séries comme illustré dans la Figure V-29.  
 
Figure V-29 ± Modèle équivalent du condensateur CMS commerciale 
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Une caractérisation de cette capacité a été réalisée et détaillée dans O¶$QQH[H 2. Les 
valeurs obtenues sont : C1 = 1,72 pF, R1 = 0,8 ȍ et L1 = 0,51 nH. 
Le Tableau V-6 compare le gain des deux structures : celle utilisant une capacité  à base 
du film mince LaTiO et celle avec une capacité CMS. 
ĳ [2] ĳ (yOz) ș [2\ 
   
 
Tableau V-6 - Diagrammes de rayonnement GHO¶antenne avec la capacité LTO-114 (à 6 30 MHz) et avec 
la capacité CMS (à 590 MHz) 
 
Les diagrammes de rayonnement des deux antennes restent très similaires malgré la 
différence de fréquence G¶DGDSWDWLRQ &HOD V¶H[SOLTXH SDU OHV GLPHQVLRQV électriquement 
petites GHO¶DQWHQQH 
La Figure V-30 SUpVHQWH O¶HIILFDFLWp WRWDOH GH O¶DQWHQQH DYHF OD FDSDFLWp /72-114 en 
comparaison avec celle de la capacité CMS commerciale de 1,S)/¶HIILFDFLWpPHVXUpHHVW
obtenue par intégration du diagramme de gain en 3 dimensions. Notons sur cette figure que 
O¶DQWHQQHDYHFODFDSDFLWp/72-114 est adaptée à 630 MHz, et celle avec la capacité CMS est 
DGDSWpHj0+]/¶DQWHQQHXWLOLVDQWODFapacité CMS montre une efficacité sensiblement 
plus élevée, 37 % à 590 0+]SDUUDSSRUWjSRXUO¶DQWHQQHDYHFODFDSDFLWp/72-114 à 
630 MHz. Cette dernière devait donner par simulation une efficacité de 50 %, supérieure à 
celle de l'antenne intégrant la capacité CMS. La bonne adéquation mesure/simulation obtenue 
DYHFODFDSDFLWp&06Q¶HVWSDVUHWURXYpHDYHFODFDSDFLWp/72-114. On peut attribuer cette 
différence de résultats aux approximations de modélisation dans la simulation, à la fois sur les 
propriétés du matériau utilisé pour réaliser la capacité, mais également sur son report dans la 
structure antennaire (effet de la connexion par pontage : longueur, qualité du contact).  
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Figure V-30 ± Efficacité totale des antennes avec la capacité LTO-114 et avec la capacité CMS 
 
&HSHQGDQW OHV GLIIpUHQWV UpVXOWDWV G¶HIILFDFLWp VRQW FRQIRUPHV DX[ HIILFDFLWpV TXH O¶RQ
peut lire en positionnant les facteurs de qualité des antennes en fonction de la taille électrique 
(Figure V-27). Les pHUIRUPDQFHVGHFHW\SHG¶DQWHQQHVHSRVLWLRQQHQWGRQFjSUR[LPLWpGHV
limites fondamentales données par Chu /D FRPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV GH O¶DQWHQQH
réalisée avec le matériau LaTiO et la capacité CMS haute performance confirme que le 
matériau mis au point présente de faibles pertes aux fréquences de travail. Des 
développements technologiques complémentaires pour une intégration optimisée de la 
FDSDFLWp VXU OD VWUXFWXUH G¶DQWHQQH UpDOLVDWLRQPRQROLWKLTXHSHXYHQWSHUPHWWUHG¶HQYLVDJHU
des performances meilleures.  
III.4. Conclusion 
L'intégration de capacités MIM réalisées avec des films minces LaTiO a été étudiée, 
réalisée et caractérisée. Les simulations électromagnétiques et les mesures sont en adéquation, 
en termes de coefficient de réflexion, de gain réalisé et G¶HIILFDFLWp de rayonnement. EIles 
montrent des taux de réduction de dimensions importantes de 28,5 % et 64,1 % pour les 
valeurs de capacité de 1,5 et 3,8 pF. Une comparaison avec une antenne utilisant une capacité 
CMS haute performance a également été présentée, elle donne des résultats similaires. Les 
UpVXOWDWV GH PHVXUH GHV SURSULpWpV GH UD\RQQHPHQW DLQVL TX¶XQH DQDO\VH GpWDLOOpH GX
rendement sont aussi présentés. /HVPHVXUHV REWHQXHV j 0+]PRQWUHQW TXH O¶DQWHQQH
rayonne avec un gain maximal de -1,8 dBi et une efficacité totale de 30 % pour une 
dimension électrique de O0/9,4 x O0/4,3 x O0/587. Ces résultats sont proches des limites 
fondamentales de la littérature et constituent donc une illustration de la dégradation des 
SHUIRUPDQFHVG¶XQHDQWHQQHORUVTX¶HOOHHVWPLQLDWXULVpH 
La suite de notre étude va se focaliser sur la FRQFHSWLRQ G¶DQWHQQH DYHF O¶LQWpJUDWLRQ
monolithique d¶XQHcapacité en structure MIM basée sur le film mince ferroélectrique BST. 
/¶REMHFWLI HVW GH FRPELQHU la miniaturisation G¶DQWHQQH avec la propriété G¶DJLOLWp HQ 
fréquence. 
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IV. ANTENNE NOTCH MINIATURE ET 
RECONFIGURABLE UTILISANT UN VARACTOR A BASE 
DE COUCHE MINCE BST 
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWO¶LQWpJUDWLRQG¶XQHVWUXFWXUHFDSDFLWLYHGDQVXQH
antenne Notch permet de modifier la fréquence de résonance de celle-ci, et donc de 
PLQLDWXULVHU O¶DQWHQQH1RXV VDYRQV pJDOHPHQW TXH OD IUpTXHQFH GH UpVRQDQFH GH O¶DQWHQQH
chargée dépend de la valeur de la charge capacitive utilisée. EQ LQWURGXLVDQWGDQV O¶DQWHQQH
une charge capacitLYH YDULDEOH QRXV SHUPHWWRQV j O¶DQWHQQH GH WUDYDLOler à des fréquences 
variables. La variation de la valeur de la capacité, sera apportée par la variation de la 
SHUPLWWLYLWp GX PDWpULDX GLpOHFWULTXH OD FRQVWLWXDQW JUkFH j O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ FKDPS
électrique continu. 
'DQV FHWWH SDUWLH GX FKDSLWUH QRXV DOORQV GRQF WUDLWHU O¶HIIHW G¶XQH FDSDFLWp YDULDEOH 
(varactor), réalisé j EDVH GH FRXFKH PLQFH %67 VXU O¶DJLOLWp HQ IUpTXHQFH G¶XQH DQWHQQH
Notch miniaturisée.  
IV.1.1. Modèle de simulation 
La Figure V-31 et la Figure V-32 montrent une vue schématique de la conception de 
l'antenne qui est composée de quatre couches. Un substrat G¶alumine est utilisé ici comme 
support pour le dépôt de la couche mince BST et pour la métallisation de l'antenne. Ses 
dimensions de 20 x 20 mm2 sont imposées par le mode de réalisation technologique de la 
couche mince BST (dépôt en solution chimique, Annexe 3). La vue de dessus de la géométrie 
de l'antenne est présentée sur la Figure V-31b. Elle montre la position de la capacité variable à 
base du film mince et des deux condensateurs de blocage de tension DC.  
 
a)  
 
b)  
Figure V-31 - 6FKpPDGHO¶DQWHQQHFKDUJpe avec la capacité BST a) vu en coupe et b) vu de dessus 
 
Les détails de la capacité en couche mince BST sont présentés sur la Figure V-32. Deux 
électrodes métalliques orthogonales, chacune de 40 µm de largueur, séparées par une couche 
BST de 1 µm d'épaisseur, forment une zone de chevauchement de 1600 µm², constituant ainsi 
le condensateur MIM à film mince accordable.  
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Figure V-32-  Détail du varactor à base de la couche mince BST 
Pour varier la permittivité diélectrique du film BST, une tension de polarisation continue 
sera appliquée entre la pastille de contact qui est reliée par un via à O¶électrode inférieure du 
condensateur, et le plan de masse de l'antenne (contenant la ligne d'électrode supérieure). Ce 
dernier est séparé de la pastille de contact par deux condensateurs de découplage DC (Figure 
V-31b). 
Cette antenne a été simulée sous le logiciel Ansys HFSS v13 [10] avec les dimensions 
optimisées suivantes : W = 2 mm, Ls = 18 mm, Lf = 7 mm et a = 1 mm. La capacité des deux 
condensateurs de blocage DC est de 100 pF. Une permittivité diélectrique İcm = 95 et des 
pertes diélectriques tanG ~ 2.10-2 ont été utilisées pour la simulation de la couche mince BST. 
Enfin, une variation de la constante diélectrique de 95 à 65 a été supposée VRXV O¶HIIHW GX 
champ électrique continu de polarisation. Les propriétés de la couche mince BST utilisées 
pour la simulation ont été obtenues lors de la caractérisation diélectrique des films minces 
BST (résultat montré en Paragraphe IV-2). 
 
Figure V-33 ± Variation du coefficient de réflexion selon la permittivité de la couche mince BST 
 
Les coefficients de réflexion S11 présentés Figure V-33 montrent une modification de la 
fréquence d¶adaptation de 0,94 GHz à 1,07 GHz, soit une agilité TR(%) GHO¶DQWHQQHde 13 %. 
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Il faut noter que, la fréquence de résonance de O¶DQWHQQH, mais sans la couche de BST est de 
2,2 GHz. Une réduction de l'ordre de 56 % est donc DWWHLQWHVXUODWDLOOHGHO¶DQWHQQH.  
La Figure V-34 PRQWUH O¶HIILFDFLWp UD\RQQpH GH O¶DQWHQQHNotch avec la couche mince 
BST. Comme observé précédemment, le taux de miniaturisation très élevée obtenu ici 
(O0/16,65) induit une dégradation importante de O¶HIILFDFLWpGu rayonnement de l¶DQWHQQH. Une 
solution pour pallier à ce problème sera proposée dans le paragraphe suivant. 
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Figure V-34 ± Efficacité rayonnée de l¶DQWHQQHen fonction de la permittivité de la couche mince BST 
IV.1.2. Intégration du plan de masse 
La structure GHO¶DQWHQQHréalisée dans le paragraphe précédent montre deux problèmes à 
résoudre DILQG¶aboutir à un dispositif mesurable sans trop introduire de perturbations lors de 
la caractérisation expérimentale. Le premier est que la taille totale dH O¶DQWHQQH incluant le 
plan de masse) est réduite par rapport à la ORQJXHXUG¶RQGHGHIRQFWLRQQHPHQW (Ȝ0/15). Cela 
conduit j XQH IDLEOH HIILFDFLWp GH UD\RQQHPHQW GH O¶DQWHQQH. /¶DXWUH problème concerne la 
connexion HQWUHODOLJQHG¶H[FLWDWLRQPLFURUXEDQHWOHFkEOHGHPHVXUHsitué au bord du plan 
de masse&RPPHQRXV O¶DYRQVYXVSUpFpGHPPHQW FHSRVLWLRQQHment du câble est à éviter 
(voir paragraphe II.3.5). 0DOKHXUHXVHPHQW OD WDLOOH GX VXSSRUW G¶DQWHQQH µLPSRVp SDU OH
procédé de réalisation de la couche mince QHSHUPHWSDVG¶HQYLVDJHUXQSRVLWLRQQHPHQWGX
câble FRD[LDOGHPHVXUHDXFHQWUHGXFLUFXLWG¶DQWHnne.  
Afin de résoudre les problèmes cités ci-dessus, nous avons proposé G¶pODUJLU OH SODQGH
masse GXFLUFXLWG¶DQWHQQH. Cet élargissement du plan de masse peut être réalisé en ajoutant 
un substrat diélectrique classique métallisé, autour du circuit actuel, avec la dimension 
G¶H[WHQVLRQX (mm), comme montré sur la Figure V-35a. Le câble coaxial G¶DOLPHQWDWLRQest 
SRVLWLRQQp VXU O¶H[WHQVLRQGXSODQGHPDVVH ,O HVW FRQIRUPp VXU cette extension de plan de 
masse afin de sortir vers le centre du circuit comme présenté sur la Figure V-35c. 
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(a) (b) 
 
(c) 
Figure V-35 ± (QVHPEOHGHO¶DQWHQQHDYHFOHSODQGHPDVVHDMRXWpa) et avec FkEOHG¶DOLPHQWDWLRQen vue 
3D b) et vue de dessus c) 
 
La Figure V-36 SUpVHQWHO¶pYROXWLRQGHO¶HIILFDFLWpUD\RQQpHGHO¶DQWHQQHHQ fonction de 
O¶pODUJLVVHPHQW GX SODQ GHPDVVH &HWWH VLPXODWLRQ FRQILUPH O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp
ORUVTXH OH SODQ GH PDVVH HVW DXJPHQWp &HWWH HIILFDFLWp HVW GH O¶RUGUH GH   VDQV
élargissement de plan de masse et passe à une valeur de O¶RUGUHGH40 % lorsque celui-ci est 
élargie de X  = 40 mm. 
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Figure V-36 ± (YROXWLRQGHO¶HIILFDFLWpUD\RQQpHGe l¶antenne en fonction de la largeur du plan de masse 
ajouté 
 
La Figure V-37 présente les diagrammes de gain de l¶DQWHQQHORUVTXHOHSODQGHPDVVH est 
ajouté. Une extension de X = 20 mm a été choisie pour cette représentation. Cette figure 
PRQWUHTXHOHJDLQPD[LPDOG¶DQWHQQHHVWDXJPHQWpGH-21 dBi à -7 dBi, ce qui se traduit par 
XQHDPpOLRUDWLRQGHO¶HIILFDFLWpUD\RQQpHGHj 
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(a) 
 
(b) 
Figure V-37 ± Comparaison des diagrammes de gain en 3D a) sans et b) avec le plan de masse ajouté 
 
Par contre, les résultats de simulation de cette structure montrent que lorsque le plan de 
masse est élargi, l¶DPSOLWXGH Gu coefficient de réflexion S11 et O¶DGDSWDWion G¶LPSpGDQFH
résultante sont affectée, elles sont dégradées dans notre cas (Figure V-38). 
  
Figure V-38 ± Evolution du a) coefficient de réflexion et b) de O¶LPSpGDQFHG¶DQWHQQHen fonction de la 
dimension du plan de masse ajouté (x) 
 
Ce problème de désadaptation G¶LPSpGDQFH peut être résolu par O¶augmentation de la 
longueur du stub de la ligne microruban (Lf) comme illustré dans la Figure V-39. Un 
élargissement du plan de masse de X = 20 mm a été utilisé pour cette simulation. La longueur 
de la ligne microruban a été variée entre Lf = à 7 et 9 mm. Nous pouvons constater sur ce 
UpVXOWDWHWFRPPHWURXYpDXSDUDYDQWTX¶XQLTXHPHQWODSDUWLHLPDJLQDLUHGHO¶LPSpGDQFHGH
O¶DQWHQQHHVWDIIHFWpHFHTXLQRXVSHUPHWGHUHWURXYHUXQHPHLOOHXUHDGDSWDWLRQGHO¶antenne 
et un meilleur coefficient de réflexion S11. 
'¶DSUqVOHVUpVXOWDWVGHFHWWHSDUWLHGXFKDSLWUHQRXVSRXYRQVGRQFGLUHTX¶XQFRPSURPLV
HQWUHO¶DGDSWDWLRQHWO¶HIILFDFLWpGHO¶DQWHQQHGRLWrWUHfait lors de la réalisation G¶DQWHQQHDJLOH
miniature. 
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Figure V-39 ± $PpOLRUDWLRQGHO¶DGDSWDWLRQG¶DQWHQQHSDUaugmentation de la longueur du stub ouvert 
(X = 20 mm)   
IV.2. Réalisation de la couche mince BST et de la capacité localisée 
La réalisation monolithique des circuits antennaires utilisant des couches minces BST a 
été effectuée SDUO¶pTXLSH Matériaux Fonctionnels GHO¶,(75ORFDOLVpe à Nantes. 
Les structures de capacités variables en géométrie MIM en couche mince ferroélectrique 
BST ont été réalisées sur des substrats d'alumine par les dépôts successifs de l'électrode 
inférieure, de la couche de BST et de l'électrode supérieure.  
7RXW G¶DERUG XQH électrode inférieure en platine d'environ 200 nm d'épaisseur a été  
réalisée par pulvérisation cathodique magnétron à travers un masque sur un substrat 
G¶DOXPLQe. Par la suite, la technique de dépôt par solution chimique a été utilisée pour la 
réalisation des couches minces Ba(1-x)SrxTiO3 sur ce substrat [11]. Les solutions précurseurs 
(Annexe 3) sont composées G¶DFpWDWHVGH baryum et de strontium, auxquelles le n-propoxyde 
de titane et un stabilisateur organique sont mélangés en proportions appropriées. Le dépôt du 
PpODQJH VXU XQ VXEVWUDW G¶DOXPLQH HVW UpDOLVp SDU spin-coating (dépôt par force centrifuge). 
/¶pFKDQWLOORQ YD subir par la suite un traitement thermique à 750°C qui permettra 
O¶pYDSRUDWLRQGHODPDWLqUHRUJDQLTXHHWDXVVL la cristallisation du film BST dans la structure 
pérovskite ferroélectrique. Sachant que cette procédure ne permet de déposer que quelques 
dizaines de nanomètre de BST à la fois, plusieurs étapes « dépôt par spin-coating + recuit » 
ont été utilisées afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 1 µm. Des films minces BST 
avec une surface et une taille de grains homogène sont obtenues. La cristallisation a été 
vérifiée par analyse aux rayons X et ne montre aucune phase parasite. La composition finale 
du film BST utilisé est Ba0,80Sr0,20TiO3. 
Avant le dépôt de l'électrode supérieure, un via pour la connexion à l'électrode inférieure a 
été réalisé par gravure humide chimique de la couche BST [12]. Le dépôt de l'électrode 
supérieure (cuivre), effectué également par pulvérisation cathodique à travers un masque,  
établit le contact et donc complète la géométrie du varactor MIM. 
Les propriétés diélectriques d¶XQH couche mince BST sont présentées sur la Figure V-40. 
Une permittivité légèrement décroissante et une tangente de pertes d'environ 1.10-2 sont 
Chapitre V : Réalisation des antennes miniatures et reconfigurables utilisant les oxydes LaTiO et BST 
192 
obtenues dans la gamme de fréquences de 100 MHz à 5 GHz. Il faut noter ici que ces valeurs 
de pertes expérimentales prennent également en compte les pertes des électrodes de 
connexion. Les pertes diélectriques intrinsèques au matériau devraient être donc encore plus 
faibles. 
 
Figure V-40 - Permittivité et tangente de pertes d¶un film mince BST en fonction de la fréquence 
 
/DPHVXUHG¶'accordabilité du film mince BST a été réalisée à une fréquence de 1 MHz 
(Figure V-41). Une variation de la permittivité de 98 à 63, sous tension continue de 40 V (un 
champ électrique DC de 400 kV/cm), a été observée. Elle correspond à une accordabilité de la 
permittivité du film de 35 %. Son évolution a été extrapolée à partir du comportement observé 
expérimentalement pour l'ensemble des permittivitéVHWDSHUPLVG¶HVWLPHUXQHYDULDWLRQGHOD
SHUPLWWLYLWpG¶environ 30 % à 1 GHz [13].  
 
Figure V-41 ± Evolution de la permittivité de la couche BST en fonction du champ électrique continu 
IV.3. Caractérisation expérimentale du SURWRW\SHG¶antenne réalisée 
'DQVODVXLWHGHFHFKDSLWUHHWSRXUODUpDOLVDWLRQGHSURWRW\SHG¶DQWHQQHDYHFODFDSDFLWp
MIM intégrée, de nouveaux films minces BST ont été déposés avec la même procédure et les 
mêmes conditions de dépôt cité plus haut. Ces films comme nous le verrons par la suite, 
présentent des propriétés diélectriques sensiblement différentes.  
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IV.3.1. Caractérisation de la capacité localisée à base de film mince 
BST 
La caractérisation de la capacité 0,0LQWpJUpGDQVO¶DQWHQQHa été faite à O¶Université de 
Nantes SDUO¶pTXLSH0)GHO¶,(75. La mesure dimensionnelle de la surface du condensateur 
réalisé et de la zone de chevauchement entre les électrodes donne les valeurs de 41µm x 
37µm, ce qui forme une surface de condensateur de a1517 µm². Avec une épaisseur de la 
couche mince BST de a 980 nm, la valeur estimée de la capacitive est de a 4 pF, ce qui est 
vérifié par la mesure "basse fréquence" présentée sur la Figure V-42. 
La Figure V-42 SUpVHQWH pJDOHPHQW O¶pYROXWLRQ GH OD FDSDFLWp HQ IRQFWLRQ GH OD WHQVLRQ
continue appliquée. Nous constatons que la valeur de la capacité est réduite de 4 pF à 2 pF, 
soit une agilité de cette capacité de a 50 %, quand la tension DC augmente de 0 V à 40 V 
(champ électrique de 0 à 400 kV/cm). Nous observons aussi une légère évolution de cette 
agilité avec la fréquence. La valeur de cette dernière est extrapolée à 1 GHz et estimée à 
environ 30 à 40 %. La discontinuité des courbes (vers 10 MHz) est artificielle et est dû à la 
limitation en fréquence des instruments de mesure utilisés. 
 
Figure V-42 ± Evolution de la capacité en fonction de la tension continue (extrapolation à 1 GHz) 
IV.3.2.  0HVXUHGHO¶LPSpGDQFHHWGHO¶DJLOLWpG¶DQtenne 
Deux prototypes G¶DQWHQQH DYHF O¶DVVHPEODJH GX SODQ GHPDVVH DMRXWp, les fils pour la 
commande de la tension DC et le câble coaxial pour la mesure radiofréquence ont été réalisés 
au CEA-LETI Grenoble (Figure V-43).  
  
Figure V-43 ± Photo du protot\SHG¶DQWHQQHIHQWHutilisant une capacité à base de film mince BST 
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La seule différence entre les GHX[SURWRW\SHV HVW O¶pSDLVVHXU GH FXLYUH (200 nm pour le 
premier et 1000 nm pour le deuxième) déposée sur le circuit de l¶DQWHQQHGH[PP2. 
Les dimensions et les éléments constitutifs des prototypes d¶DQWHQQHs sont détaillés dans le 
tableau suivant : 
Paramètre Valeur 
Surface GXFLUFXLWG¶DQWHQQH 20 x 20 mm2 
Largeur de fente, W 2 mm 
Longueur de fente, Ls 18 mm 
3RVLWLRQG¶DOLPHQWDWLRQ,  a 8 mm 
SubstraWGXFLUFXLWG¶DQWHQQH Alumine 
Epaisseur GHO¶pOHFWURGHVXSpULHXUH(cuivre) Prototype I Prototype II 
200 nm 1000 nm 
Epaisseur de l¶pOHFWURGHLQIpULHXUH3ODWLQH 200 nm 
Capacité pour DC blocage 100 pF 
Substrat du plan de masse ajouté FR4 
Largeur du plan de masse ajouté X 20 mm 
Tableau V-7 ± Synthèse des paramètres des prototypes G¶DQWHQQHVUpDOLVpHV avec les capacités BST  
 
La mesure de coefficient de réflexion et G¶DFFRUGDELOLWpG¶DQWHQQHDété effectuée jO¶DLGH 
G¶XQDQDO\VHXUGHUpVHDXYHFWRULHO VNA de Rhode&Schwaz 0 à 24 GHz, la tension continue 
est commandée par le générateur DC de TTI QL 355 (tension max 35 V). La Figure V-44 
présente le banc de mesure utilisé. Le même type de mesure a été reproduit en chambre 
anéchoïde pour limiter les perturbDWLRQVSDUO¶HQYLURQQHPHQWGHPHVXUH 
 
Figure V-44 ± Banc de mesure du coefficient de réflexion 
Chapitre V : Réalisation des antennes miniatures et reconfigurables utilisant les oxydes LaTiO et BST 
195 
IV.3.2.1. Mesure du coefficient de réflexion du prototype I 
La mesure du coefficient de réflexion en amplitude (dB) et de la phase est présentée sur la 
Figure V-45. Nous REVHUYRQV TXH O¶DQWHQQH Q¶HVW SDV DGDSWpe en impédance à la première 
fréquence de résonance (F1 ~ 900 MHz) mais plutôt à 1,8 GHz. Ce comportement est attribué 
à la faible épaisseur de métallisation (~ 200 nm), qui est inférieure j O¶pSDLVVHXU GH SHDX 
(estimée à 2,2 µm à 900 MHz). En effet, à 900 MHz des pertes significatives écrasent la 
SUHPLqUHUpVRQDQFHHWGpJUDGHO¶DGDSWDWLRQG¶LPSpGDQFH Ce phénomène est étudié en détail 
GDQV O¶Annexe 4. Cependant, une accordabilité GH O¶DQWHQQHde 3 % est obtenue autour de 2 
GHz (variation de fréquence entre 1,86 GHz et 1,92 GHz) en variant la tension continue de 0 
à 30 9FKDPSpOHFWULTXHG¶HQYLURQkV/cm). 
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-45 ± Mesure du coefficient de réflexion a) en dB et b) en phase 
 
3RXU TXDQWLILHU O¶HIILcacité GH O¶DJLOLWp Ge l¶DQWHQQH Qous introduisons ici le rendement 
G¶DJLOLWp, Ka, défini par la relation suivant :  
max min
(%)
( / )a
TR
E E kV cm
K    (5.4) 
Où Emin et Emax sont les champs électriques utilisés pour la commande. TR(%) est O¶H[FXUVLRQHQ
fréquence (Tuning Range) détaillée dans le Chapitre I (paragraphe III.2).  
3RXUOHSURWRW\SH,OHUHQGHPHQWG¶DJLOLWpKa, est de 0,01 pour un champ de 300 kV/cm et 
une agilité de 3 %. Or O¶DFFRUGDELOLWp  GH OD SHUPLWWLYLWp GH FRXFKHPLQFH VRXV XQ FKDPS
électrique de 300 kV/cm a été estiPpH j  &HWWH IDLEOH YDOHXU GX UHQGHPHQW G¶DJLOLWp
G¶DQWHQQHVLJQLILHTXHODUHODWLRQHQWUHDFFRUGDELOLWpGHODSHUPLWWLYLWpHWO¶DJLOLWpHQIUpTXHQFH
GHO¶DQWHQQHQ¶HVWGRQFSDVOLQpDLUH 
IV.3.2.2. Mesure du coefficient de réflexion de prototype II 
Le deuxième prototype G¶DQWHQQHUpDOLVpSRVVqGHTXDVLPHQW des dimensions identiques au 
premier, jO¶H[FHSWLRQGH O¶pSDLVVHXUde la métallisation en cuivre qui est ici GHO¶RUGUH de 1 
Chapitre V : Réalisation des antennes miniatures et reconfigurables utilisant les oxydes LaTiO et BST 
196 
µm, contrairement au prototype I où cette épaisseur était de 200 nm. Cela permettrait de 
réduire les pertes introduites par effet de peau.  
Lors de la mesure, des modifications au niveau de la ligne microruban G¶H[FLWDWLRQont été 
réalisée pour réadapter O¶antenne comme présenté dans la Figure V-46.  
 
(a) 
 
(b) 
Figure V-46 ± Ligne microruban G¶H[FLWDWLRQDDYDQWHWEDSUqVPRGLILFDWLRQ 
 
L¶pYROXWLRQ du coefficient de réflexion et de O¶LPSpGDQFHG¶DQWHQQHmesurée en fonction 
de la tension continue appliquée est présentée sur la Figure V-47. 
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(b) 
Figure V-47 - Mesure de a) coefficient de réflexion et b) impédance (partie réelle en trait continu et partie 
imaginaire en trait pointillé) du prototype II 
 
1RXV SRXYRQV FRQVWDWHU TXH O¶DQWHQQH HVW DGDSWpH HQ EDQGH 8+) /D IUpTXHQFH
G¶DGDSWDWLRQYDULHDYHFO¶DSSOLFDWLRQGHODWHQVLRQFRQWinue. Pour une variation de la tension 
continue de 0 à 30V (champ électrique de 0 à a 300 kV/cm), nous changeons la fréquence de 
O¶DGDSWDWLRQGHO¶DQWHQQHGH0+]j0+]VRLWXQHDJLOLWpHQIUpTXHQFHGH 
/H UHQGHPHQW G¶DJLOLWpKa, calculé par la formule (5.4) est de 0,05. Ce résultat est très 
intéressant en comparaison avec les résultats de la littérature des antennes agiles utilisant des 
films minces ferroélectriques. L¶pWDWDFWXHOGHO¶XWLOLVDWLRQGHla technologie des films minces 
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ferroélectriques, PRQWUH TX¶un champ électrique pOHYp HVW QpFHVVDLUH DILQ G¶REWHQLU une 
accordabilité importante de permittivité. En effet, Li et al [14] ont dû utiliser un champ de 
1950 kV/cm dans leur conception G¶DQWHQQHSRXUobserver une agilité de 1,2 % en fréquence, 
GRQFXQUHQGHPHQWG¶DJLOLWpGH&HFLvoudrait dire que leur utilisation de la capacité 
interdigitée Q¶HVW SDVoptimale. Par ailleurs, des capacités MIM variables basées sur le film 
mince BST ont été intégrées dans un FLUFXLWG¶DQWHQQHIHQWH de type bow-tie dans le travail de 
Pan et al.[15]. Cette étude montre un Ka  de 0,017. En utilisant, la structure de capacité 
variable décrite par Pan, Jiang et al. ont réussi à DPpOLRUHU OH UHQGHPHQWG¶DJLOLWpGDQV OHXU
travaux [16]. Ce qui leur a permis G¶REWHQLUune agilité en fréquence de 9,4 % (de 5,3 à 5,8 
GHz) pour un champ électrique de 280 kV/cm et donc un Ka  de 0,03.  
Par ailleurs, une estimation de la permittivité de la couche mince BST utilisée dans le 
prototype I a été effectuée par rétro-simulation (Figure V-48) en considérant la dimension 
PRGLILpHGHODOLJQHG¶H[FLWDWLRQHWDXVVLla présence du câble de mesure avec une tangente de 
pertes tanį GXILOPPLQFH%67(Qconfrontant les simulations aux résultats de mesure, 
nous déduisons TXHODFRXFKHPLQFHIHUURpOHFWULTXHDXQHSHUPLWWLYLWpG¶HQYLURQj9HW
160 à 30 V (~ 300 kV/cm). Cette valeur est plus élevée que celle attendu, ou bien observée 
VXUG¶DXWUHVILOPV%67 
La bande passante est plus large en mesure (Figure V-48), cela peut-être expliqué par 
O¶HIIHWSDUDVLWHGHODOLJQHG¶H[FLWDWLRQPRGLILpHSDUO¶DVVHPEODJHHQWUHOHFLUFXLWG¶DQWHQQHHW
OHSODQGHPDVVHDMRXWpHWDXVVLO¶effet de peau (rappelons ici TX¶une épaisseur minimum de 
2,2 µm est estimée pour le cuivre à 1 GHz, RUO¶pSDLVVHXUGHODPpWDOOLVDWLRQUpDOLVpe est de 1 
P&HVHIIHWVSDUDVLWHVLQWURGXLVHQWGHVSHUWHVUpGXLVDQWOHIDFWHXUGHTXDOLWpG¶RXQHSOXV
grande bande passante.  
0 0.5 1 1.5
-25
-20
-15
-10
-5
0
Fréquence (GHz)
S1
1 
(dB
)
Simul - Er 160
Simul - Er 220
Mesure 30V
Mesure 0V
 
 
 
Figure V-48 ± &RHIILFLHQWGHUpIOH[LRQHWO¶LPSpGDQFHG¶DQWHQQH- mesure vs rétro simulation. Le plan de 
référence est ramené au centre de la fente 
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IV.3.3. Mesure de rayonnement 
Les diagrammes du gain ont été obtenus par des mesures de O¶DQWHQQHdans la chambre 
anéchoïde du CEA LETI à Grenoble (Figure V-51). La limite en fréquence des instruments 
utilisés lors de cette campagne a imposé des mesures aux fréquences supérieures à 700 MHz. 
Tous les résultats présentés par la suite sont obtenus avec le prototype II et avec la 
modification de la OLJQHG¶H[FLWDWLRQ 
 
Figure V-49 ± 3KRWRG¶DQWHQQHVRXVWHVWGDQVODFKDPEUHanéchoïde 
 
La figure V-50 SUpVHQWH OHV SODQV GH FRXSH FRQVLGpUpV SRXU ODPHVXUH GH O¶DQWHQQH /H
Tableau 3 montre les diagrDPPHVGHJDLQUpDOLVpVG%LGDQVOHVSODQVĳ ĳ HWș 
F¶HVW j GLUH UHVSHFWLYHPHQW GDQV OHV SODQV [2] \2] HW [2\ SRXU OHV IUpTXHQFHV )1 = 700 
MHz (tension de 0 V) et F2 = 774 MHz (tension de 30 V). 
 
Figure V-50 ± Antenne et plans de coupe pour la mesure de rayonnement 
 
Le gain maximal réalisé de O¶DQWHQQHHVWIDLEOHLOHVWGH±25 dBi à 0V et de -19 dBi à 30V. 
Le gain augmente donc avec la tension continue appliquée. En effet, la permittivité de la 
couche mince diminue quand la tension augmenteOHSRLQWGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DQWHQQHVH
GpSODFHGRQFYHUVOHVIUpTXHQFHVSOXVKDXWHVHWO¶DQWHQQHDSSDUDLWpOHFWULTXHPHQWSOXVJUDQGH
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contribuant à augmenter sensiblement son efficacité. En conséquence, nous observons bien 
une augmentation de gain, ce qui est conforme aux lois fondamentales des antennes 
miniatures. 
 ĳ [2] ĳ \2] ș [2\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Tableau V-8 - Diagrammes de gain réalisé GHO¶DQWHQQH (dBi) simulés (en trait continu) et mesurés (en 
trait pointillé)  
 
Mais le faible niveau de gain, mesuré et simulé, HVW V\QRQ\PH G¶une efficacité réduite. 
Cette dernière augmente légèrement avec la tension continue, mais reste toujours aux 
environs de 1 à 2 % comme présenté dans la Figure V-51. Des différences significatives entre 
niveau de gain mesuré et simulé apparaissent. Elles sont confirmées par la comparaison des 
HIILFDFLWpV PHVXUpHV HW VLPXOpHV /¶RULJLQH GH FHV GLIIpUHQFHV HVW DERUGpH YLD O¶pWXGH GHV
sources de perte qui suit ce paragraphe. 
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(b) 
Figure V-51 ± Efficacité GHO¶DQWHQQH simulée et mesurée a) à 0V et b) à 30V 
 
Les valeurs du facteur de qualité ont été comparées avec les limites fondamentales des 
antennes miniatures calculées par Chu [17]. En observant la Figure V-52, nous pouvons 
constater que selon le volume équivalent considéré, qui prend en compte les dimensions du 
plan de masse, les résultats de simulation se rapprochent des limites fondamentales de Chu 
pour une efficacité rayonnée faible de 3 à 5 %. Vu que le volume total de la structure est de 
O¶RUGUHGHO0/11,25 x O0/7,5 x O0j0+]FHWWHYDOHXUG¶HIILFDFLWpV¶H[SOLTXHSDU OH
fort taux de miniaturisation.  
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Figure V-52 - Évolution des facteurs de qualité Q simulés et mesurés en fonction de la taille électrique de 
O¶DQWHQQHNDHWFRPSDUDLVRQDYHFOHVOLPLWHVGH&KX pour différentes efficacités 
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IV.3.4. Etude des sources de pertes 
Une étude des sources potentielles de pertes DILQ G¶expliquer la faible efficacité de 
O¶DQWHQQHDpWpHIIHFWXpe par simulation'DQVOHSUHPLHUFDVO¶pSDLVVHXUGHODPpWDOOLVDWLRQ
(cuivre) est variée de 1 µm à 200 µm. Par la suite, la couche mince BST est simulée avec des 
SHUWHVWDQįallant de 0,05 à 0,001.  
7RXWG¶DERUG Oes résultats de simulations avec les différentes épaisseurs de métallisation 
sont montrés et comparés dans la Figure V-53. 
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Figure V-53 - Efficacité de rayonnement HQIRQFWLRQGHO¶épaisseur du métal. Hr = 160 
 
Nous constatons que O¶HIILFDFLWpUD\RQQpHGHO¶DQWHQQHHVWDPpOLRUpe TXDQGO¶pSDLVVHXUGH
la métallisation augmente. Cela est expliqué par le fait que, les pertes introduites SDUO¶HIIHWGH
peau sont réduites DYHFO¶DXJPHQWDWLRQGe l¶pSDLVVHXUGHmétallisation. A partir de 5 µm (ce 
qui correspond à HQYLURQ  IRLV O¶pSDLVVHXU GH SHDX OHV valeurs de l¶HIILFDFLWp FRQYHrgent 
vers celle avec un conducteur parfait (PEC) à la fréquence de 800 MHz. Ceci, nous permet de 
constater que O¶HIILFDFLWp UD\RQQpe de l¶DQWHQQH peut être améliorée par augmentation de 
O¶pSDLVVHXUGHODPpWDOOLVDWLRQmais reste encore faible.  
Une autre source de pertes peut être envisagée, F¶est celle des pertes du matériau, dans 
QRWUH FDV F¶HVW OHV SHUWHV GH OD FRXFKH PLQFH %67 HW GX VXEVWUDW G¶alumine. Une autre 
simulation a été réalisée en réduisant les pertes de la couche mince BST de 0,05 à 0,001. Les 
résultats de simulation, présentés dans la Figure V-54PRQWUHQWTXHO¶HIILFDFLWpGHO¶DQWHQQH
est augmentée drastiquement lorsque les pertes du matériau sont réduites. En diminuant les 
pertes du BST à 0,001, nous obtenons une efficacité de plus que 60 %. Ces résultats nous 
permettent de conclure que la raison principale pour la IDLEOHHIILFDFLWpGHO¶DQWHQQH réalisée 
se retrouve dans les pertes de la couche mince BST. 
Chapitre V : Réalisation des antennes miniatures et reconfigurables utilisant les oxydes LaTiO et BST 
202 
 
 
Figure V-54 ± Evolution de l¶HIILFDFLWpUD\RQQpe GHO¶DQWHQQHVelon les pertes de la couche mince BST   
V.  CONCLUSION  
Dans ce chapitre, nous avons pWXGLp O¶LQWpJUDWLRQ GHV PDWpULDX[ GLpOHFWULTXHs et 
ferroélectriques en couches minces pour à la fois miniaturiser une antenne et la rendre agile.  
1RXVDYRQV WRXWG¶DERUGXtilisé le film mince LaTiO pour concevoir une capacité MIM 
ORFDOLVpH j O¶H[WUpPLWp GH OD IHQWH SRXUPLQLDWXULVHU O¶DQWHQQH /a mesure des prototypes a 
montré que la taille de l¶DQWHQQHSHXWrWUHUpGXLWe de façon importante en fonction de la valeur 
de la capacité  (MXVTX¶j % pour une capacité de 3,5 pF). Une comparaison, en termes de 
performances, avec une antenne utilisant une capacité CMS à faible pertes a été réalisée. Des  
résultats similaires à ceux réalisés avec la capacité LaTiO ont été obtenus ce qui a validé les 
faibles pertes introduites par ce matériau LaTiO développé. 
'¶DXWUH part, une antenne a été rendue miniature et agile en fréquence en utilisant une 
autre structure de capacité MIM réalispHjO¶DLGHGHILOPPLQFH%67. La possibilité de varier 
la fréquence dH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶DQWHQQH HQ FKDQJHDQW OD WHQVLRQ GH FRPPDQGH a été 
démontrée expérimentalement. Une variation de la fréquence de 670 MHz à 774 MHz a été 
mesurée, soit une agilité de 14,5 %, sous un champ de commande de 300 kV/cm. Un 
UHQGHPHQW G¶DJLOLWp GH 05 a été calculé. Comparé avec les résultats des études récentes 
utilisant des films minces ferroélectriques dans la littérature, QRWUH UHQGHPHQWG¶DJLOLWp plus 
élevé, rend notre résultat très intéressant. PourWDQW O¶DQWHQQHPRQWUHXQHIDLEOHHIILFDFLWp de 
rayonnement, tout en se rapprochant des limites fondamentales données par le facteur de 
TXDOLWpGXFLUFXLWGHO¶DQWHQQH. Ces performances V¶H[SOLTXHnt par le fait que le volume total 
GHODVWUXFWXUHHVWWUqVIDLEOHSDUUDSSRUWjORQJXHXUG¶RQGHGHODIUpTXHQFHde travail.  
Les contraintes technologiques de la fabrication des prototypes G¶DQWHQQH DYHF OHV
matériaux intégrés et les métallisations associées, se révèlent critiques pour les performances 
des antennes miniatures étudiées.  /¶DPpOLRUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVGHVDQWHQQHVGpYHORSSpHV
nécessite des études complémentaires, particulièrement sur O¶DQDO\VH GHV SKpQRPqQHV GH
pertes introduites par la couche mince ferroélectrique et sur la réduction de ces pertes.  
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Au cours de ces travaux de thèse, nous avons étudié l’utilisation de matériaux 
diélectriques et ferroélectriques, sous forme de films minces, pour la réalisation d’antennes 
miniatures et reconfigurable en radiofréquence. De nouveaux matériaux ont été étudiés et 
utilisés, il s’agit des composés perovskites La-Ti-O-N. La caractérisation diélectrique en 
basses et hautes fréquences de ces matériaux a tout d’abord été effectuée. Les résultats 
obtenus nous ont permis d’envisager leur intégration dans des dispositifs antennaires sous 
forme de capacités localisées. Des prototypes d’antennes miniatures à faibles pertes ont été 
ainsi réalisés et caractérisés. Parallèlement, l’utilisation du matériau ferroélectrique BST a 
permis la réalisation d’antennes agiles en fréquence. 
Dans ce manuscrit, nous avons présenté une étude bibliographique qui nous a permis de 
recenser les différentes techniques de miniaturisation des antennes classiquement utilisées, 
mais également de présenter plusieurs méthodes permettant de les rendre agiles en fréquence. 
Un bref descriptif des matériaux perovskites, en particulier des composés La-Ti-O-N et BST, 
a permis de souligner leurs propriétés. De nombreux travaux ont récemment montré 
l’intégration d’un élément actif dans des antennes compactes pour permettre d’adapter leur 
fréquence de fonctionnement sur une plage fréquentielle importante. Pour cette étude, nous 
avons choisi de combiner l’utilisation de cette solution à celle de matériaux à faibles pertes 
pour la réalisation d’antennes miniatures agiles en fréquences. 
Compte tenu de l’état de l’art sur les propriétés des matériaux La-Ti-O-N, la première 
partie de ce travail a été consacrée à la caractérisation de ces couches minces en haute et basse 
fréquence. Les méthodes de caractérisation diélectrique les plus couramment utilisées dans la 
bibliographie ont été étudiées et adaptées à la caractérisation de nos couches minces à faibles 
pertes. Deux méthodes ont été finalement sélectionnées pour la caractérisation en hautes 
fréquences : des lignes de transmission et des structures MIM. L’estimation de l’incertitude de 
ces méthodes a été réalisée par simulation et par mesure d’un matériau connu, qui ont montré 
une incertitude d’environ 7 % à 8 % sur la mesure de la permittivité.  D’autres part, les 
principales sources d’erreur, telles que l’effet de l’épaisseur de la couche mince, de 
l’épaisseur de la ligne de transmission, de l’inductance et de la résistance parasite de la 
structure MIM ont été discutées. Des corrections proposées dans la littérature ont été 
introduites dans les modèles afin de réduire cette incertitude.  
Les composés de la famille La-Ti-O-N ont été caractérisés : il s’agit de l’oxynitrure
LaTiO2N, et des oxydes LaTiO et La2Ti2O7. Le matériau LaTiO2N a montré des valeurs très 
variables et non-reproductible de sa permittivité. Cette dernière est très élevée en basses 
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fréquences (allant jusqu’à 1450 à 1kHz) et relativement basse en hautes fréquences (∼60 à 10 
GHz). Ce comportement a été  relié à une forte dépendance des propriétés diélectriques aux 
caractéristiques structurales du matériau, notamment la teneur en azote, la cristallisation et 
aussi à la présence de défauts dans les films.  
Le composé nommé LaTiO a montré une stabilité de ses propriétés diélectriques sur une 
large gamme de fréquence. Les valeurs de ε’ relevées sont de ~ 65 à 100 kHz et de ~ 60 à 10 
GHz. Ce composé possède des valeurs de pertes diélectriques très faibles, qui sont inférieures 
à 0,01 et à 0,025 aux fréquences de 100 kHz et 10 GHz respectivement. Cette phase a été 
sélectionnée pour la réalisation d’une capacité localisée à faibles pertes dans des structures 
antennaires compactes.  
Le composé La2Ti2O7 a montré un comportement différent des autres films. Il est 
considéré dans la littérature comme ferroélectrique avec une température de Curie très élevée 
(TC = 1450°C). Ce composé  a montré une constante diélectrique relativement basse (~ 70 à 
100 kHz) et de faibles pertes diélectriques (Tan δ < 0,1 à 10 kHz et < 0,025  à 10 GHz). Par 
contre, certains films ont montré, lors de leur caractérisation en basses fréquences et en 
structure MIM, des résultats représentatifs d’un dispositif MOS.  
Concernant l’agilité des couches minces La-Ti-O-N, aucun composé n’a montré d’agilité 
en haute fréquence. En basses fréquences, les couches minces LaTiO2N montrent une agilité 
assez importante sous l’application d’un champ statique modéré, mais les champs maximum 
applicables aux structures sont faibles à cause du caractère semi-conducteur de ce composé. 
Cette agilité en basses fréquences peut être attribuée à l’existence de nano-régions polaires 
dans ces composés oxynitrures perovkites, induite par un ordre azote/oxygène dans le 
matériau, mais aussi à la formation d’une polarisation provenant de charges d’espace ou 
d’interface dans les grains de la couche mince. Pour les composés La2Ti2O7, certains films ont 
mis en évidence la présence d’un cycle dans la variation de la capacité MIM sous champ 
continu, ce qui serait représentatif d’un comportement ferroélectrique. Par contre, les mesures 
diélectriques menées à température ambiante, soit très loin de la transition 
ferroélectrique/paraélectrique ont montré une accordabilité assez faible, de 8 % avec un 
champ statique de 190 kV/cm à 10 kHz. 
La dernière partie de la thèse a été consacrée à la conception et à la réalisation des 
structures antennaires utilisant les couches minces LaTiO et BST. L’utilisation de film mince 
LaTiO dans une structure de capacité MIM positionnée sur le côté ouvert d’une antenne 
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entaille a montré qu’il était possible de réduire les dimensions de l’antenne d’un rapport 
important allant jusqu’à 64 %, pour aboutir à des dimensions de l’ordre de λ0/9,4 x λ0/4,3 x 
λ0/587 à 633 MHz. Ayant un gain maximal de -1,8 dBi et une efficacité totale de 30%, la 
performance de cette antenne est comparable avec celle d’une antenne utilisant une capacité 
CMS de haut facteur de qualité. La poursuite de l’optimisation du matériau en couches minces 
et de la réalisation de la structure antennaire permettra d’accéder à des performances encore 
meilleures.  
 Enfin, l’intégration d’une structure de capacité MIM à base de film mince ferroélectrique 
BST dans le circuit d’antenne a été étudiée et a conduit à la démonstration expérimentale 
d’une agilité de 15,5 % sous un champ continu de 300 KV/cm. Ceci apparait comme 
le meilleur résultat de rendement d’agilité obtenu à ce jour sur une structure antennaire à base 
de couches minces perovskites. Les dimensions de la structure d’antenne sont de l’ordre de  
λ0/11,25 x λ0/7,5 x λ0/900 à 670 MHz. Cependant, en raison de la forte miniaturisation de 
l’antenne, l’efficacité rayonnée reste assez faible conformément aux limites fondamentales 
connues et également aux limites technologiques de la fabrication de l’antenne. 
Plusieurs perspectives peuvent émerger de ces travaux de thèse. Tout d’abord, une analyse 
complémentaire des phénomènes de pertes des antennes réalisées est nécessaire afin de mieux 
comprendre leurs origines et ainsi tenter de les réduire. Concernant l’antenne miniature, 
l’utilisation d’un autre substrat pour le dépôt de la couche mince LaTiO peut être envisagée 
(MgO, Al2O3…) afin de réduire les pertes apportées par ce substrat. Par ailleurs, pour la 
réalisation d’antenne avec la couche ferroélectrique BST, des améliorations technologiques 
devront être envisagées, notamment pour augmenter l’épaisseur des dépôts métalliques (tout 
en évitant le phénomène de non-adhérence de celle-ci), afin d’éviter les pertes 
supplémentaires liées à l’effet de peau. D’autre part, l’utilisation d’un meilleur matériau 
conducteur (tel que l’argent) pour la réalisation des électrodes de la capacité peuvent être 
envisagées.  
De plus, une optimisation de la réalisation monolithique de l’antenne à base de BST est 
nécessaire afin de garantir une valeur de capacité optimale tout en gardant une valeur de 
champ nécessaire à l’agilité de cette capacité. Cette capacité peut aussi être ajustée par le 
choix de l’épaisseur de la couche mince BST lors du dépôt de celle-ci.  
Enfin, la technique de caractérisation expérimentale des antennes miniatures est aussi un 
axe de développement. Les techniques non invasives actuellement en développement sont à 
Conclusion générale et perspectives 
210
appliquer et à adapter pour la caractérisation précise, à la fois, des caractéristiques électriques 
et des propriétés de rayonnement des antennes miniatures et reconfigurables. 
Par ailleurs, des optimisations peuvent être envisagées du coté matériau. En effet, l’idéal 
serait ici d’intégrer une capacité localisée à base de matériau accordable et à très faibles 
pertes. Dans ce travail de thèse, les deux matériaux utilisés sont le LaTiO (non accordable) 
pour ses faibles pertes et le BST (présentant des pertes non négligeables) pour son 
accordabilité. Une nouvelle composition de matériaux Sr-La-Ta-Ti-O est actuellement étudiée 
dans l’équipe « Matériaux Fonctionnels » de l’IETR, afin de conjuguer les deux propriétés 
souhaitées. Cette composition montre des premiers résultats encourageants en basses 
fréquences (100 kHz), à savoir des très pertes faibles (∼ 5.10-3) et aussi une agilité, certes 
assez faible (2,2 % pour un champ électrique relativement faible de 78 kV/cm) mais qui peut 
être améliorée par l’optimisation du dépôt de ce composé en couche mince. 
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A2.1.Carte de caractérisation 
Figure A2-1 - Carte de caractérisation
La carte de caractérisation se compose de lignes CPW incluant des ouvertures de longueur 
variable (0,5 – 1,7 mm) pour le placement des dispositifs à caractériser (Figure A2-1 et Figure 
A2-2). 
Figure A2-2 - Dimensions de la ligne de caractérisation
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La ligne de caractérisation se compose de 3 types  de tronçons afin d’adapter les 
dimensions à la fois aux pointes de mesure et aux boitiers des dispositifs à mesurer : 
• Ligne CPW de 2 côtés pour la mesure sous pointe : W = 230 µm, G = 140 µm, 
longueur = 1 mm ;   
• Ligne CPW centrale : W = 780 µm, G =  140 µm, longueur = 3 mm ; 
• Ligne CPW « tapered» pour la transition entre deux lignes CPW. 
Figure A2-3 - Empilement des couches 
Les lignes sont dimensionnées afin de garantir une impédance caractéristique de 50 Ohms. 
A2.2.Procédure de caractérisation 
La caractérisation des capacités CMS est réalisée en deux étapes, la première consiste à 
valider le modèle de simulation, et la seconde, à déterminer les propriétés de la capacité.  
1. Validation du modèle de simulation avec les lignes CPW : elle consiste à simuler des 
lignes CPW, utilisant les paramètres réels (géométrie de réalisation) de la capacité. 
Les résultats de cette simulation sont comparés aux résultats  de mesures sous pointe 
de la capacité CMS. 
2. Détermination des propriétés des capacités CMS : elle consiste à simuler les lignes 
CPW avec les composants C, R, L en série. Les valeurs de C, de R et de L sont 
modifiées pour retrouver les résultats de mesure précédents par cette nouvelle 
simulation. 
A2.2.1. Validation par les lignes CPW 
Figure A2-4 - Modèle de ligne CPW sous HFSS et Designer
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La Figure A2-5 présente les résultats de simulation et de mesure de la capacité CMS. Nous 
pouvons observer sur cette figure que les résultats de simulation sont très proches de ceux 
trouvés par la mesure sur la carte de caractérisation. Ceci valide les modèles de simulation 
pour la caractérisation. La simulation sous Designer donne des résultats plus proches à la 
mesure que ceux obtenus sous HFSS. Nous allons donc utiliser le modèle sous Ansoft 
Designer pour la détermination des propriétés des capacités CMS. 
Figure A2-5 - Comparer les résultats entre simulation et mesure 
A2.2.2. Détermination des propriétés des capacités CMS 
Les capacités CMS caractérisées ici sont fabriquées par Johanson Technology. Deux 
capacités de valeur de 0,8 pF et 1,8 pF vont être utilisées pour cette caractérisation. 
Les capacités CMS sont évaluées en utilisant le modèle équivalent : L R C en série comme 
montré dans la figure qui suit : 
FigureA2-6 – Modèle équivalent de capacité CMS 
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1) Capacité 0,8 pF (Numéro de série : 251R14S0R8BV4T) 
Comparaison de la simulation à la mesure sous Designer 
Figure A2-7 - Impédance
Figure A2-8 -Paramètres S 
Valeurs obtenues : les valeurs obtenues de la caractérisation de la capacité CMS de 0,8 pF 
sont : C = 0,72 pF, R = 1,7 Ohm et L = 0,55 nH. 
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2) Capacité 1,8 pF (Numéro de série : 251R14S1R8BV4T) 
Comparaison de la simulation à la mesure sous Designer  
Figure A2-9 - Impédance
Figure A2-10 -Paramètres S 
Valeurs obtenues : les valeurs obtenues de la caractérisation de la capacité CMS de 1,8 pF 
sont : C = 1,72 pF, R = 0,8 Ohm et L = 0,51 nH 
A l’exception de la résonance en haute fréquence obtenue en mesure uniquement, les 
valeurs des paramètres du modèle équivalent nous donnent des courbes qui sont très proches 
de celles de la mesure. 
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A2.3.Mesure des capacités CMS avec un pont LRC à basse 
fréquence 
Le tableau qui suit regroupe les caractéristiques des capacités CMS obtenues lors de la 
caractérisation en basses fréquences. 
C = 0,8 pF 
 1 kHz 10 kHz 100 kHz 
C (pF) 0,79 0,79 0,79 
R (kΩ) 620 62 6,2 
L (H)  32.103  322 3,2 
Q 350 350 350 
C = 1,8 pF 
 1 kHz 10 kHz 100 kHz 
C (pF) 1,79 1,79 1,79 
R (kΩ) 230 23 2,3 
L (H)  14.103  142 1,4 
Q 400 400 400 
Tableau A2-1- Caractéristiques des capacités CMS mesurées en basses fréquences
A2.4.Données du constructeur 
Selon les données du constructeur (Figure A2-10), la valeur de la résistance séries peut-
être estimée à environ 0,15 Ω à 2 GHz pour une capacité de 3,3 pF. Comparée aux valeurs 
trouvées par la caractérisation (1,7 Ω pour la capacité de 0,8 pF et 0,8 Ω pour la capacité de 
1,8 pF), cette valeur est plus faible. Ceci peut-être dû aux conditions de caractérisation qui 
sont différentes et aussi à la qualité de la soudure. Cette dernière a introduit des pertes 
conductrices et qui ont induit une valeur de résistance série équivalente plus élevée. 
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Figure A2-11 - Données constructeur des capacités CMS
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Annexe 3 
 
Dépôt de couches minces BST (Ba0,80 Sr0,20TiO3) 
 
/HGpS{WGHFRXFKHVPLQFHV%67DpWpUpDOLVpSDUO¶pTXLSH0DWpULDX[)RQFWLRQQHOVGH
O¶,(758QLYHUVLWpGH1DQWHV&HVGpS{WVRQWpWpUpDOLVpVSDUYRLHFKLPLTXH (Dépôt Chimique 
en Solution CSD). Le détail des différentes étapes de cette réalisation est résumé dans ce qui 
suit. 
 
Cette méthode utilise des acétates. /¶DFpWDWH GH EDU\XP HW GH VWURQWLXP VRQW HQ
SUHPLHUOLHXGLVVRXVGDQVGHO¶HDXGLVWLOOpHHWGDQVGHO¶DFLGHDFpWLTXHDQK\GUHHQSURSRUWLRQ
VW°FKLRPpWULTXH (Figure A3-1). La solution est ensuite chauffée sous agitation magnétique 
DILQ G¶REWHQLU XQH VROXWLRQ KRPRJqQH $SUqV GLVVROXWLRQ OD VROXWLRQ HVW UHIURLGLH j
température ambiante.  
 
Organigramme du procédé de fabrication réalisé au laboratoire des couches minces 
Dépôt de la solution 
par spin-coating 
'LVVROXWLRQjO¶HDXHWO¶DFLGH
acétique anhydre 
Acétate de Baryum 
Ba(CH3CO2)2 
Chauffage sous 
Agitation magnétique 
Ajout du n-propoxyde de Titane 
Ti(C3H7O)4 
Refroidissement à 
température ambiante 
$MRXWGHO¶éthylène glycol 
HO-CH2-CH2-OH 
Stabilisant 
Solution finale 
Traitement thermique 
Echantillon ferroélectrique 
Acétate de manganèse 
Mn(CH3CO2)2 
Dopant 
Acétate de Strontium 
Sr(CH3CO2)2 
Répétition pour 
obtenir des 
échantillons 
plus épais 
T = 750 °C 15 minutes 
4000 Trs.min , 20 s 
C = 0,6 Mole 
 
 
Figure A3-1 : Organigramme du procédé de fabrication réalisé au laboratoire des couches minces 
ferroélectriques [1]. 
En second lieu, le n-propoxyde de titane est ajouté à la olution. Ce derni r va réduire 
la sensibilité de la solution j O¶K\GURO\VH HWassurer une meilleure stabilité de cette solution 
précuUVHXUjO¶DLU afin de lui garantir ces propriétés de viscosité, GHPRELOLWpGHVLRQV« 
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8Q VWDELOLVDQW WHO TXH O¶pWK\OqQH JO\FRO HVW finalement ajouté à la solution. Il 
permettra WRXW G¶DERUG ODmobilité des atomes lors de la cristallisation de la couche mince 
(JUkFHjVRQSRLQWG¶pEXOOLWLRQpOHYp) [2]PDLVDXVVLG¶pYLWHUOD formation de craquelures lors 
de cette cristallisation [3]. 
 
 Enfin, pour obtenir des échantillons ferroélectriques, la solution précurseur est 
déposée par spin-coating (dépôt à partir de la force centrifuge) sur un substrat G¶DOXPLQH
préalablement nettoyé et précuit à la même température que les couches ferroélectriques qui y 
seront ensuite déposées. /¶XWLOLVDWLRQG¶DFpWDWHDPqQHjODIRUPDWLRQGHSKDVHVLQWHUPpGLDLUHV
G¶R[RFDUERQDWe (Ba2Ti2O5CO3 et Sr2Ti2O5CO3) prédominantes à 600°C [4] qui augmentent la 
température de cristallisation du BST. /¶pFKDQWLOORQIHUURpOHFWULTXHHVWGRQFLQWURGXLWGDQVXQ
four préchauffé à 750°C pendant 15 minutes permettant la cristallisation dans la phase 
pérovskite de la couche mince déposée. Le procédé utilisé est donc un procédé à une seule 
pWDSH SXLVTXH DXFXQ VpFKDJH Q¶HVW HIIHFWXp DYDQW OD FULVWDOOLVDWLRQ GH OD FRXFKH [3]. Ce 
SURFpGpSHUPHWG¶REWHQLUXQHJUDQGHPRELOLWpGHVDWRPHVGXHjODSUpVHQFHGes solvants lors 
de la cristallisation [3] HWSHUPHWG¶REWHQLUXQH WDLOOHGHJUDLQVPD[LPDOH [4]. Les étapes de 
dépôt et de recuit sont ensuite répétées plusieurs fois DILQ G¶REWHQLU XQ pFKDQWLOORQ
ferroélectrique de grande épaisseur (500 nm à 1 µm). 
 
Remarque : 'HVODFXQHVG¶R[\JqQHVRQWsouvent présentes dans le matériau ainsi réalisé, et 
qui augmentent les pertes diélectriques notamment à basses fréquences. Pour diminuer ces 
pertes et augmenter le champ électrique de claquage, un dopage avec un accepteur G¶pOHFWURQ
est requis. Ici, O¶DFpWDWH GHPDQJDQqVH HVW GLVVRXW GDQV OD VROXWLRQ HQPrPH WHPSV TXH OHV
acétates de baryum et de strontium ( 
Figure -1).  Le manganèse Mn2+ se substitue au titane Ti4+, améliorant ainsi les propriétés 
diélectriques du matériau BST dopé. 
 
[1] C. Borderon, Thèse de  O¶8QLYHUVLWpGH1DQWHV(2008). 
[2] N.V. Giridharan, R. Jayavel, P. Ramasamy, Crystal Research and Technology 36/1, pp 
65(2001). 
[3] R.W. Schwartz, T. Schneller, R. Waser, Comptes Rendus Chimie 7/5, pp 433(2004). 
[4] S. Hoffmann, R. Waser, Journal of the European Ceramic Society 19/5-6, pp 1339(1999). 
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Comme montré dans le chapitre V, paragraphe IV.3.2.1, l’impédance de l’antenne est 
perturbée par la faible épaisseur de métallisation, qui contribue à écraser la première 
résonance. Celle-ci est à peine visible sur la Figure A4-1 montrant l’impédance de l’antenne 
réalisée avec une métallisation de 200 nm. 
Figure A4-1 – Mesure l’impédance, plan de référence au bout de la ligne microruban 
Pour l’étude de l’influence de la faible épaisseur de métallisation, nous appuyons notre 
analyse sur une approche basée sur l’effet de peau qui siège aux fréquences élevées dans les 
conducteurs 
A4.1.  Approximation de l’effet de peau 
Compte tenu de la limitation du mailleur de l’outil de simulation utilisé (HFSS), la 
simulation d’antenne de quelques centimètres avec l’épaisseur de métal de 200 nm est non-
réalisable. Le rapport entre la plus grande dimension de simulation et la plus petite dimension 
du modèle est limitée à un million.  
La théorie de l’effet de peau est modélisée par la formule (A4.1) :  
0
1
s
r
fδ σpi µ µ= (A4.1)
Où sδ  est  l’épaisseur de peau, σ est la conductivité du métal, µ0 et µr sont respectivement 
la perméabilité du vide et du métal. 
Dans notre cas, pour la conductivité de cuivre (σ = 5,8.107), on obtient δs ~ 2,2 µm à 1 
GHz. Cette épaisseur est environ dix fois plus grande que l’épaisseur réelle de la métallisation 
dans notre circuit d’antenne. 
D’après la formule (A4.1), l’épaisseur de peau est proportionnelle avec la racine carrée de 
la conductivité. Aussi, nous proposons de baisser la conductivité du métal d’un rapport 100 et 
garder l’épaisseur du métal de 2 µm (augmentation d’un rapport 10) afin de simuler l’effet de 
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conductivité limitée lié à l’épaisseur de peau. L’objectif est de réalisée une simulation avec un 
pseudo modèle équivalent reproduisant le même phénomène que dans le cas où l’épaisseur du 
métal est de 200 nm. 
Avec l’hypothèse mentionnée précédemment, une rétro-simulation avec une épaisseur du 
métal de 2 µm et une conductivité de 5,8.105 a été réalisée. Les valeurs de permittivité de la 
couche mince BST sont estimées à partir des résultats de la mesure capacité locale (Chapitre 
V, paragraphe V.3.1), et sont de 220 et 100 pour la tension DC de 0 et 30 V respectivement. 
Figure A4-2 – Rétro simulation comparée à la  mesure pour l’effet de peau. Plan de référence au bout de 
ligne micro ruban 
La comparaison entre l’impédance mesurée et rétro-simulée est présentée sur la Figure 
A4-2. Une similitude entre des courbes et les fréquences de résonance associée aux états du 
champ statique est montrée. Cela nous conforte dans notre analyse sans toutefois valider le 
modèle simpliste proposé.  
A4.2. Augmentation de l’épaisseur de la ligne microruban 
Pour confirmer les perturbations liées à la faible épaisseur de métallisation sur 
l’impédance d’antenne, nous avons essayé d’augmenter l’épaisseur de la ligne d’excitation sur 
le prototype en utilisant du scotch de cuivre. Son épaisseur est estimée d’environ 100 µm. 
La comparaison des résultats de mesure avec la rétro simulation est montrée sur les 
Figures suivantes. Sur la Figure A4-3, on observe mieux la première résonance de l’antenne 
qui conduit à une zone d’adaptation d’impédance. Par contre, l’adaptation de l’antenne n’est 
pas optimisée, due à une impédance capacitive (Figure A4-4). Ce comportement est prévisible 
compte tenu des dimensions réduites de la fente et de la capacité de charge élevée (de 4 pF à 2 
pF). La comparaison simulation - mesure est correcte sans être parfaite. Elle montre les 
mêmes tendances sous la contrainte du champ statique. Nous remarquons que l’antenne est 
mieux adaptée à 30 V qu’à 0 V. De plus, en regardant l’impédance d’antenne amenée au 
centre de la fente, nous trouvons aussi les résonances à 0,67 GHz et 0,92 GHz, soit une agilité 
de 37 %, pour 0 et 30 V respectivement. Par contre, l’antenne est très capacitive. 
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Figure A4-3 – Coefficient de réflexion d’antenne avec l’augmentation de l’épaisseur du métal, simulation 
et mesure  
Figure A4-4 - Impédance d’antenne avec l’augmentation de l’épaisseur du métal, simulation et mesure. 
Plan de référence au centre de la fente
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ANTENNES MINIATURES ET RECONFIGURABLE UTILISANT DES MATERIAUX 
DIELECTRIQUES ET FERROELECTRIQUES OXYDES ET OXYNITRURES EN 
COUCHES MINCES 
 
Résumé 
 
)DFHjODYRORQWpG¶LQWpJUHUXQHTXDQWLWpWRXMRXUVSOXVLPSRUWDQWHGe nouveaux services au sein des 
WHUPLQDX[PRELOHVGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQHWDILQGHUpSRQGUHjOHXUVFRQWUDLQWHVG¶HQFRPEUHPHQWGHV
QRXYHDX[FRQFHSWVG¶DQWHQQHVLQWHOOLJHQWHVIRQWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVUHFKHUFKHV3DUPLles solutions 
possibles OD WHFKQLTXHFRQVLVWDQW j FKDUJHU O¶DQWHQQH SDUXQPDWpULDX DX[SURSULpWpV FRPPDQGDEOHV
apparaît particulièrement intéressante puisque elle cumule OHVHIIHWVGHPLQLDWXULVDWLRQHWG¶DJLOLWpLe 
travail de cette thèse concerne O¶LQWpJUDWLRQ GHV ILlms minces La-Ti-O-N et Ba-Sr-Ti-O dans des 
antennes miniatures et agiles en fréquence. Pour cela, une étude systématique des propriétés 
diélectriques (constante, tangente de pertes et accordabilité) des films La-Ti-O-N a été réalisée en 
basses et hautes fréquences. Ces propriétés sont fonction des caractéristiques structurales des films, 
elles-mêmes issues de la nature du substrat utilisé et des conditions de dépôt.  En parallèle, une étude 
VXUO¶LQWpJUDWLRQde ces matériaux dans des structures rayonnantes pour aWWHLQGUH O¶DJLOLWpVRXKDLWpHa 
été menée. 'H SUHPLHUV GpPRQVWUDWHXUV G¶DQWHQQHV PLQLDWXUHV HW UHFRQILJXUDEOHV j EDVH GHV ILOPV
minces  La-Ti-O-N et Ba-Sr-Ti-O ont été réalisés et caractérisés. 
 
Mots clés : antennes, miniaturisation, agilité en fréquence, couche minces, diélectrique, 
ferroélectrique.  
 
 
 
MINIATURIZED AND RECONFIGURABLE ANTENNAS USING DIELECTRIC AND 
FERROELECTRIC OXYDES AND OXYNITRIDES THIN FILMS 
 
Abstract 
 
Given the desire to integrate a large number of new services in latest generation of hand held 
devices and in order to meet their dimensional constraints, new concepts of smart antennas are 
considered to be the subject of many researches. Among the proposal solutions, the technique of 
loading the antenna with tunable material is particularly interesting because it combines the effects of 
miniaturization and tunability. The studies in this thesis focus on the integration of La-Ti-O-N and Ba-
Sr-Ti-O thin films in antenna conception for miniaturization and agility in frequency. A study of 
dielectric properties (permittivity, loss tangent and tunability) of La-Ti-O-N thin films was realized. 
These properties are found to be depending on the structural characteristics of the thin films, which 
derived from the nature of the substrate and the deposition conditions. In the meantime, a study for the 
integration of these materials in radiating structures to achieve agility in frequency was carried out. 
Demonstrations of miniaturized and reconfigurable antennas based on La-Ti-O-N and Ba-Sr-Ti-O thin 
films were fabricated and characterized. 
 
Key words: antennas, miniaturization, agility in frequency, thin film, dielectric, ferroelectric. 
